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Einleitung

Einleitung

Dick- und Dinnschichtschaltungen sind teils Ersatz fuir konventionelle Technik — Einzelbau-

elemente auf Leiterplatten — teils Bindeglied zwischen der Leiterplattentechnik und den voll

integrierten Halbleiterschaltungen. Durch die sich steigernde Komplexitat elektronischer

Gerate und Anlagen, durch das standige Streben nach Miniaturisierung und konstruktiver

Vereinfachung ist die Bedeutung dieses Bindegliedes sprunghaft gestiegen.

Dieser Trend hatte natiirlich auch Auswirkungen auf die Hybridbauelemente. Das eingefiihrte

Spektrum mufte durch Typenreihen erganzt und den Bediirfnissen neuer Schaltungskonzepte

und erweiterter Systemanforderungen angepaBt werden. So entstanden Baureihen von Tran-

sistoren fir HF und fir den Mikrowelleneinsatz bis 4,6 GHz, ferner fiir NF-Anwendungen
mit Kollektorstromen bis 1 A und Basis-Sperrspannungen bis 100 V. Bei Integrierten Schal-
tungen ist es die Mikropack-Bauweise, die neue, bisher nicht gekannte Wege eroffnet:

Miniaturisierung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung sowohl fir den Bezug des Bausteins

als auch fiir dessen Hybridierung.

— mit erprobten Verfahren zu hybridieren,

— die Kontaktierstellen am Substrat sind auch nach dem Hybridieren mechanisch und optisch
zuganglich,

— geringer Flachenbedarf am Substrat, daher grof3e Packungsdichte maéglich, dies alles Vor-
teile welche fur die Verwendung der Mikropack-Bauformen in Schichtschaltungen
sprechen.

Die Hybrid-Bauelemente bestimmen bei Schichtschaltungen weitgehend Funktionsgarantie,

Betriebszuverlassigkeit, geometrische Abmessungen, Preis, Vorbereitungszeit fir Prifmuster

und fiir den spéateren Serienlauf. Der Auswahl geeigneter Hybrid-Bauelemente kommt daher

groRe Bedeutung zu. Die Hybridbestickung einer Schichtschaltung wird zwar vom Hersteller
der Schichtschaltung im Rahmen der Layout-Erstellung festgelegt. Der Schaltungsentwickler
hat aber vorher mit der Dimensionierung und der Erprobung der Schaltung auf den worst-
case-Betriebszustand schon soviel Arbeit geleistet, da es dem Layouter nur in Grenzen
moglich ist, andere hybridfreundlichere und vielleicht auch preisglinstigere Bauelemente
vorzusehen. Die Konzipierung einer Schichtschaltung muf3 daher schon bei der Schaltungs-
entwicklung beginnen, indem bereits hier hybridgeeignete Bauelemente genommen werden.

Dies gilt vor allem fiir Halbleiter in schaltungskritischen Funktionen. Fiir analoge und digitale

integrierte Schaltungen, zum Beispiel Operationsverstéarker, ist es geradezu Bedingung.

Fir die Eignung als Hybrid-Bauelemente gentigen nicht nur kleine Einbauweise. Von gleicher

Bedeutung sind auch

— Form, Material, Oberflache und geometrische Lage der AnschluBelemente.

— Unempfindlichkeit gegen die beim Hybridieren auftretenden Temperaturbeanspruchungen
von 5 s 240 °C bei Tauchbad- oder Schwallbadtétung und 5 bis 20 s 240 bis 300 °C bei
ein- bis mehrstufigen Reflowverfahren.

— Bestandigkeit gegen Ultraschall-Waschprozesse nach dem Hybridieren zur Beseitigung von
Létmittelriackstdnden und lberschissigem Kleber.

— Passivierung der Halbleitersysteme vor dem Einbau in die Geh&use als zuséatzlicher
Feuchteschutz.

— Normgehause fiir teilautomatisches Positionieren auf dem Substrat.

— Resistenz gegen die Temperatur- und Schrumpfbeanspruchungen beim Umhiillen oder
Umpressen der Schichtbaugruppe. .

Alle aufgefiihrten konstruktiven und technologischen Eigenschaften sind flir die Schicht-
schaltung qualitatsbestimmend. Daher wurden diese Eigenschaften auch zur Leitlinie fur das
nachstehende Bauelementespektrum.
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Typeniibersicht

1.2. Alphabetisches Typenverzeichnis Halbleiter

1.2.1. Typeniibersicht, Transistoren

Typ Kollektor- | Kollektor- | Grenz- Warme- Gehause | Stempel Seite

Basis- strom frequenz | wider- JEDEC-

sperr- stand Bezeich-
(P =PNP) spannung nung
(N =NPN) Uceo Ic fr; MHz Rinsu

(Uceo)

\Y mA MHz K/wW
BCW60 N (32) 200 250 =450 TO-236 AA bis AE | 38
BCWG60F') N (32) 200 250 =450 TO-236 AF; AN 38
BCW60R?) N (32) 200 250 =450 TO-236 AO bis AT | 38
BCW61 P | —(32) —200 180 =450 TO-236 BA bis BF | 47
BCWG61F') P | —(32) —200 180 =450 TO-236 BF; BN 47
BCW61R?) P | —(32) —200 180 =450 TO-236 BO bis BT | 47
BCW 65 N (32) 800 100 =358 TO-236 EA bis EC | 56
BCWB65R?) N (32) 800 100 =358 TO-236 ET bis EW | 56
BCW 66 N (45) 800 100 =358 TO-236 EF bis EH | 56
BCW66R?) N (45) 800 100 =358 TO-236 EX bis EZ | 56
BCW67 P| -32 -800 100 =358 TO-236 DA bis DC | 63
BCW67R?) P | -32 —800 100 =358 TO-236 DT bis DW | 63
BCW 68 P | -45 -800 100 =358 TO-236 DF bis DH | 63
BCW68R?) P | —45 -800 100 =358 TO-236 DX bis DZ | 63
BCX41 N| 125 800 100 =358 TO-236 EK 69
BCX41R?%) N| 125 800 100 =358 TO-236 ES 69
BCX42 P |-125 -800 100 =358 TO-236 DK 74
BCX42R?) P | -125 -800 100 =358 TO-236 DS 74
BCX51 P| -45 -1000 50 =125 SOT-89 AA 79
BCX52 P| -60 -1000 50 =125 SOT-89 AB 79
BCX53 P | -100 —1000 50 =125 SOT-89 AC 79
BCX54 N 45 1000 50 =125 SOT-89 BA 83
BCX 55 N 60 1000 50 =125 SOT-89 BB 83
BCX 56 N| 100 1000 50 =125 SOT-89 BC 83
BCX 68 N (20) 1000 65 =156 SOT-89 CA 87
BCX 69 P | —(20) -1000 65 =156 SOT-89 CB 91
BCX70 N (45) 200 250 450 TO-236 AG bis AL | 38

") BCW60F und BCW 61F sind rauscharme BCW 60 und BCW 61 mit F < 2 dB
?) Mit gesinderter AnschluBfolge (Emitter und BasisanschluR vertauscht) sieche MaRbild Seite 12
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Typeniibersicht

1.2. Alphabetisches Typenverzeichnis Halbleiter

1.2.1. Typeniibersicht, Transistoren

Typ Kollektor- | Kollektor- | Grenz- Warme- Gehause | Stempel |Seite
Basis- strom frequenz | wider- JEDEC-
sperr- stand Bezeich-
spannung nung
(P=PNP) Ucgo Ic fr Rinsu
(N =NPN) (UCFO) (Rinsa)
\Y mA MHz K/wW
BCX70R2) N| (45) 200 250 =450 TO-236 AU bis AZ | 38
BCX71 P| —-45 -200 180 =450 TO-236 BG bis BL | 47
BCX71R?) P | -45 —200 180 =450 TO-236 BU bis BZ | 47
BF 550 P{ -40 -25 375 =500 TO-236 LA 95
BF 554 N 30 30 260 =500 TO-236 cc 99
BF 569 P| —40 -30 850 =500 TO-236 LH 101
BF579 P| -20 -30 1600 =500 TO-236 LI 103
BF 599 N 40 25 550 =500 TO-236 NB 105
BF 622 N| 250 20 >60 =125 SOT-89 DA 107
BF623 P | =250 =20 >60 =125 SOT-89 DB 109
BF 660 P —-40 -25 650 =500 TO-236 LE 111
BF767 P| -30 -20 950 =500 TO-236 LG 113
BFN20 N| 300 20 >60 =125 SOT-89 DC 115
BFN21 P | =300 -20 >60 =125 SOT-89 DF 118
BFQ17 N 40 150 1200 =125 SOT-89 FA 121
BFQ19 N 20 75 5000 =125 SOT-89 FB 124
BFQ28 N 20 15 5000 =250 Keramik- | BFQ28 127
bandgeh.
BFQ29 N 20 30 4500 (=410) TO-236 KB 130
BFR14A N 20 30 5000 =250 Keramik- | BFR14A | 134
bandgeh.
BFR14B N 20 30 6000 =250 Keramik- | 14B 140
bandgeh.
BFR14C N 27 35 4300 =70 K.BG 14C 145
200 Mil
BFR35A N | (12) 30 4800 =500 TO-236 GB 149
BFR35AR?)N| (12) 30 4800 =500 TO-236 GZ 149
BFR92 N | (15) 30 4800 =500 TO-236 P1 152
BFR93 N 20 50 4600 (=410) TO-236 R1 154
BFS17 N 25 25 2000 =500 TO-236 MA 156
BFS17R%) N 25 25 2000 =500 TO-236 Mz 156

%) Mit gednderter AnschluBfolge (Emitter- und Basisanschlu vertauscht) siehe MaRbild Seite 12
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Typeniibersicht

1.2. Alphabetisches Typenverzeichnis Halbleiter

1.2.1. Typeniibersicht, Transistoren

Typ Kollektor- | Kollektor- | Grenz- Warme- Gehause | Stempel | Seite

Basis- strom frequenz | wider- JEDEC-

sperr- stand Bezeich-

spannung nung
(P =PNP) Uceo Ic fr Ringu
(N =NPN)

\ mA MHz K/W
BFS18 N 30 30 200 <500 TO-236 CA 158
BFS18R?) N 30 30 200 <500 TO-236 cYy 158
BFS 19 N 30 30 260 <500 TO-236 CcB 158
BFS19R? N 30 30 260 <500 TO-236 cz 158
BFS 20 N 30 25 450 =500 TO-236 NA 160
BFS20R?) N 30 25 450 =500 TO-236 NZ 160
BFT75 N 20 50 4600 =500 TO-236 KA 162
BSS63 P |-110 -100 >50 =620 TO-236 BM 164
BSS 64 N| 120 100 >50 =620 TO-236 AM 168
BSS79 N 75 800 >250 =358 TO-236 CE; CF 172
BSS80 P| —60 -800 =200 =358 TO-236 CH; CJ 176
BSS82 P| -60 -800 >200 =358 TO-236 CL; CM 180
BSV 65 N 20 150 >280 =450 TO-236 FA; FB 184
BSV65R?) N 20 150 >280 =450 TO-236 FY; FZ 184
BZW 20 N 20 100 ") =450 TO-236 TZ 189

') Regelbaustein bestehend aus Transistor, Widerstand und Z-Diode fiir Industrieelektronik.
2) »R«-Version, bedeutet geanderte AnschluRfolge (Emitter- und BasisanschluB vertauscht) siehe MaRbild

Andere Transistortypen mit geanderter Anschluffolge (Emitter und Basisanschlu® vertauscht) in »R«-Version auf Anfrage
lieferbar

MafRbild fiir »R«-Version

1£0,051+0,05
Raning 0720015
: B _Jr ELT # [

|
an

0,4+0,03

3. g5

MaRe in mm

12



Typeniibersicht

1.2. Alphabetisches Typenverzeichnis Halbleiter
1.2.2. Typeniibersicht Dioden

1.2.2.1. Schaltdioden (TO-236)

Typ Sperrspannung | Durchlaspannung Ug| Schaltzeit Stempel Seite
Ug (V) bei I =100 mA (V) t, (ns)
BAL74 50 1 4 JC 195
BAL99 70 1,3 6 JF 197
BAR74 50 1 4 JB 202
BAR99 70 1,3 6 JG 204
BAV70 70") 1 6 JH 209
BAV74 50") 1 4 JA 212
BAV99 70") 1,3 6 JE 214
BAW56 70") 1,3 6 JD 219

) Doppeldiode (Werte gelten fiir Einzeldiode)

1.2.2.2. Kapazitatsdioden

Typ Sperr- Durch- |Kapazitat bei|1 MHz und | Betr.-Temp. Stempel | Seite
span- laBstrom|Ug=25V Ug=3V
nung Ugr| I Co Co
V) (mA) (pF) (pF) °C
BB503 | 28 20 1,9 bis 2,4 9 bis 14 -55 bis +100 | UB 226
BB504 | 28 20 4,3 bis 6 26 bis 32 -55 bis +100 | UD 224
BBY31 | 28 20 1,8 bis 28 [11,56 —65 bis +100 | UG 225

13



Typeniibersicht

1.2.2.3. Z-Dioden

Typ Nenn- Durchbruch- dyn. Widerstand f =1 kHz| Stempel | Seite
spannung | spannung [2 mA] [0,5 mA]
I;=5 mA I;=1 mA
Uz (V) Uz (V) r. (Q) r. (Q)
BZX84COV8 0,78 0,73 bis 0,83 <8 - W2 227
BZX84C2V4 24 2,28 bis 2,56 <85 <600 w3 227
BZX84C2V7 2,7 2,5 bis 2,9 <85 <600 w4 227
BZX84C3VO0 3,0 2,8 bis 3,2 <85 <600 W5 227
BZX84C3V3 3,3 3,1 bis 3,6 <85 <600 W6 227
BZX84C3V6 3,6 3,4 bis 3,8 <85 <600 W7 227
BZX84C3V9 3,9 3,7 bis 4,1 <85 <600 w8 227
BZX84C4V3 4,3 4,0 bis 4,6 <75 <600 w9 227
BZX84C4V7 4,7 4,4 bis 5,0 <60 <600 Z1 227
BZX84C5V1 51 4,8 bis 5,4 <35 <550 22 227
BZX84C5V6 5,6 5,2 bis 6,0 <25 <450 Z3 227
BZX84C6V2 6,2 5,8 bis 6,6 <10 <200 z4 227
BZX84C6V8 6,8 6,4 bis 7,2 <8 <150 Z5 227
BZX84C7V5 7,5 7,0 bis 7,9 <7 <50 26 227
BZX84C8V2 8,2 7,7 bis 8,7 <7 <50 Z7 227
BZX84C9V1 9,1 8,5 bis 9,6 <10 <50 Z8 227
BZX84C10 10 9,4 bis 10,6 <15 <70 29 227
BZX84C11 1 10,4 bis 11,6 <20 <70 Y1 227
BZX84C12 12 11,4 bis 12,7 <20 <90 Y2 227
BZX84C13 13 12,4 bis 14,1 <26 <110 Y3 227
BZX84C15 15 13,8 bis 15,6 <30 <110 Y4 227
BZX84C16 16 15,3 bis 17,1 <40 <170 Y5 227
BZX84C18 18 16,8 bis 19,1 <50 <170 Y6 227
BZX84C20 20 18,8 bis 21,2 <55 <220 Y7 227
BZX84C22 22 20,8 bis 23,3 <55 <220 Y8 227
BZX84C24 24 22,8 bis 25,6 <80 <220 Y9 227
BZX84C27 27 25,1 bis 28,9 [<80] [<300] X1 227
BZX84C30 30 28 bis 32 [<80] [<300] X2 227
BZX84C33 33 31 bis 35 [<80] [<325] X3 227
BZX84C36 36 34 bis 38 [<90] [<350] X4 227
BZX84C39 39 37 bis 41 [<130] [<350] X5 227
BZX84C43 43 40 bis 46 [<150] [<375] X6 227
BZX84C47 47 44 bis 50 [<170] [<375] X7 227

14



Typeniibersicht

1.3. Keramik-Vielschicht-Kondensatoren

Typ Benennung MalRe in mm Nennkapazitat Seite
Keramikart Werkstoff IXxhxb

B36053/4 Umbhiillte Vielschicht

Kondensatoren KDPU 241
B37979 NDK " Werkstoff CG 3,8x 3,8%x2,5 4,7 pF bis 560 pF|243
B 37986 NDK " Werkstoff CG 5,1x 5,1x3,2 680 pF bis 6,8 nF | 243
B 37983 NDK " Werkstoff CG 7,6x 7,6%3,8 3,3 nF bis 27 nF |243
B37900 NDK " Werkstoff CG | 10,0x10,0x5 33 nF bis 68 nF | 243
B37903 NDK " Werkstoff CG | 12,7x12,7x5 4,7 nF bis 100 nF| 243
B 37981 HDK " Werkstoff 2C1| 3,8x 3,8x2,5 100 pF bis 15 nF | 244
B 37987 HDK " Werkstoff 2C1| 5,1 5,1x3,2 18 nF bis 100 nF| 244
B37984 HDK " Werkstoff 2C1| 7,6x 7,6%3,8 56 nF bis 560 nF|244
B 37901 HDK ” Werkstoff 2 C1| 10,0x10,0x5 680 nF bis 1 uF |244
B37904 HDK " Werkstoff 2 C1 | 12,7x12,7x5 330 nF bis 2,2 uF (244
B37982 HDK " Werkstoff 2E4 | 3,8x 3,8%x2,5 1 nF bis 27 nF | 245
B 37988 HDK " Werkstoff 2 E4 | 5,1x 5,1x3,2 33 nF bis 330 nF| 245
B37985 HDK " Werkstoff 2E1 | 7,6x 7,6%3,8 100 nF bis 1 uF 245
B37902 HDK " Werkstoff 2 E4 | 10,0x10,0x5 1,5 uF bis 2,2 uF | 245
B 37905 HDK " Werkstoff 2 E4 | 12,7 x12,7 x5 1 uF bis 4,7 uF | 245

15




Typeniibersicht

1.3.1. Keramik-Vielschicht-Chip-Kondensatoren KEFQ

Typ Benennung MaBe in mm Nennkapazitat Seite
Keramikart Werkstoff Ixbxh

B36051/4 | Vielschicht-Chip-Kondensatoren

KEFQ 247
B37940- | NDK " Werkstoff CG | 2,3%x1,6%x1,3 1 pF bis 680 pF {249
B37943- | NDK " Werkstoff CG | 2,8x1,6x1,3 10 pF bis 680 pF|249
B37946- | NDK " Werkstoff CG | 5,0x1,5%x1,3 680 pF bis 1,5 nF | 249
B37949- | NDK " Werkstoff CG | 3,6x2,8%2,0 1 nF bis 3,9 nF |249
B37952- | NDK " Werkstoff CG | 5,0%x3,6%2,0 1,5 nF bis 6,8 nF |249
B37955- | NDK " Werkstoff CG | 6,2x5,5x2,0 6,8 nF bis 15 nF {249
B37941- | HDK " Werkstoff 2 C1] 2,3%x1,56%x1,3 100 pF bis 47 nF |250
B37944- | HDK " Werkstoff 2 C1| 2,8x1,56%1,3 100 pF bis 47 nF | 250
B37947- | HDK " Werkstoff 2 C1| 5,0x1,56x1,3 39 nF bis 100 nF | 250
B37950- | HDK " Werkstoff 2 C1| 3,6%x2,8%x2,0 8,2 nF bis 220 nF|250
B37953- | HDK " Werkstoff 2 C1| 5,0x3,6x2,0 82 nF bis 470 nF|250
B37956- | HDK " Werkstoff 2 C 1| 6,2%5,6%2,0 390 nF bis 1 uF | 250
B37942- | HDK " Werkstoff 2 E4 | 2,3x1,6x1,3 6,8 nF bis 47 nF | 251
B37948- | HDK " Werkstoff 2 E4 | 5,0x1,56%x1,3 47 nF bis 100 nF| 251
B37951- | HDK " Werkstoff 2 E4 | 3,6%2,8x2,0 100 nF bis 330 nF| 251
B37954- | HDK " Werkstoff 2 E4 | 5,0%x3,6%2,0 100 nF bis 680 nF! 251
B37957 HDK " Werkstoff 2 E4 | 6,2x5,56x2,0 470 nF bis 1,5 uF | 251

16



Typeniibersicht

1.4. Siferrit-Kerne und Miniaturspulen

Typ Benennung MaRe mm Seite

B 65491 Schalenkerne @ 3,3x2,6 267

B 65495 Schalenkerne @ 4,6x4,1 268

B66430 R @ 4,6%5,2 271

B66433 }Kerne fur Miniaturspulen

B78008 Miniaturspule IXhXxb (4,8 X3,5X4,5) 278

1.5. HeiBleiter

Typ Typ R® R?-Tolerenz R0 Ty Seite
(k<2) (%) (Q) (°C)

K228 4,7 +25 450 -10 bis +100 283

K228 25 +25 1700 —10 bis +100 283

K228 35 +25 2200 —10 bis +100 283

K228 100 +25 4500 —10 bis +100 283

17



Typeniibersicht

1.6. Integrierte Schaltungen

1.6.1. Operationsverstarker

Typ Eingangsstufe | Us max | Is max | Ta max | Tu Vy wyp | Seite

Ausgangsstufe
(V) (uA) (mA) | (°C) (dB)

TAA761W Differenz +18 1 70 0 bis + 70 85 291
Darlington

TAA765W Differenz +18 1 70 —25 bis + 85 85 291
Darlington

TAA861W Differenz +10 1 70 0 bis + 70 80 294
Darlington

TAA865W Differenz +10 1 70 —25 bis + 85 80 294
Darlington

TBA221W Differenz +18 0,2 +25 0 bis + 70 | >86 301
Gegentakt

TBA222W Differenz +22 0,1 +25 —55 bis +125 | >94 301
Gegentakt

TCA311W Darlington-Diff.| £15 0,05 70 0 bis + 70 >75 305
Transistor

TCA315W Darlington +15 0,05 70 —25 bis + 85 | >80 305
Transistor

TCA321W Transistor +15 1 70 0 bis + 70 >80 307
Transistor

TCA325W Transistor +15 1 70 —25 bis + 85 | >80 307
Transistor

TCA331W Darlington +15 0,05 70 0 bis + 70 >80 309
Darlington

TCA335W Darlington +15 0,05 70 —25 bis + 85 | >80 309
Darlington

Is = Eingangsstrom; I = Ausgangsstrom; V = Leerlaufspannungsverstarkung,

') Auf Wunsch kénnen diese Operationsverstarker unter der Zusatzbezeichnung »G« (z. B. TAA761G« mit gekropften
Beinchen) oder unter der Zusatzbezeichnung »GG« (z. B. »TAA761 GG« mit gekiirzten und gekropften Beinchen) geliefert
werden. Siehe MaRbilder
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1.6.2. Funktionsbausteine

Typ Einsatzgebiet US (max) Is (max) IQ (max) 7-U Seite
V) (mA) (mA) (°C)

TAB1041W NF-Endverstarker 15 1 2x30 0 bis +70 | 299
TCA105W Schwellwertschalter | 30 5 50 —25 bis +85 | 303
TCA 105 BW Schwellwertschalter | 20 5 50 —25 bis +85 | 303
TCA205Wi Naherungsschalter 30 2 50 —25 bis +85 | 304
TCA205WII Schlitzschalter 30 2 50 —25 bis +85 | 304
TCA345W Opto-Schwellwert

Schalter 10 0,8 70 —25 bis +85 | 311
SAS 241 } magnetisch betatigte | 18 3 30 0 bis +70 | 319
SAS 251 kontaktlose Schalter 27 3 30 0 bis +70 | 319
1.6.3. Mikropackbauformen
Typ Einsetzgebiet Us maxy |Is man |laman |[Tu Seite

[WA]
(V) (mA) (mA) (°C)

TAA761K Operationsverstarker | £18 [1] 70 0 bis +70 | 291
TBA221K Operationsverstarker | =18 [0,2] +25 0 bis +70 | 301
TCA331K Operationsverstérker | +15 [0,05] 70 0 bis +70 | 309
TAB1031K NF-Vorverstarker 16 0,22 26 0 bis +70 297
TAB1041K NF-Endverstéarker 15 1 2x30| O bis +70 | 299
TCA955K Motorregler 16 12 200 —25 bis +85 | 313
TCA 965K Fensterdiskriminator 27 5 50 —25 bis +85 | 315
TCA971K Transistor-Array Ucep=42 1.=200 | -25 bis +85 | 317
SAS241L } magnetisch betatigte 18 3 2x16| 0 bis +70 | 319
SAS251L kontaktlose Schalter 12 3 2x16| Obis +70 | 319
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2. Vorwort, Halbleiterbauelemente

2.1.

Erlduterung der Begriffe Grenzdaten und Kenndaten

Grenzdaten:

Die in den Halbleiter-Datenblattern angegebenen Grenzdaten sind absolute Grenzwerte. Wird
einer dieser Grenzwerte (berschritten, so kann dies zur Zerstorung des Halbleiter-Bau-
elementes fithren, auch wenn die anderen Grenzdaten nicht ganz ausgenutzt werden. Grenz-
daten gelten, wenn nichts anderes angegeben wird, fiir 25 °C.

Kenndaten:
Unter »Kenndaten« angegebene Werte sind dagegen als Mittelwerte aufzufassen. In vielen
Féallen werden die Kenndaten durch Angabe des Streubereichs ergéanzt.

2.2.

1.
1.1.
1.2.

Angaben zur Qualitit fir Halbleiterbauelemente

Um die Qualitét bei Transistoren und Dioden zu kennzeichnen, wird folgendes angegeben:
Grenzwerte sowie obere und untere Streuwerte der KenngréRen,

Maximale Anteile fehlerhafter Bauelemente, sogenannte AQL-Werte (annehmbare
Qualitatslage), fur die unter 1.1. genannten Werte. Bei der Beurteilung der Lieferqualitat
sind die Gesetze der Statistik zu berlicksichtigen (siehe auch Abschnitt 2.3. u. 4).

2. Fehler
Ein Fehler liegt vor, wenn ein Bauelementemerkmal nicht den Datenblattangaben ent-
spricht. Die Fehler werden entweder nach Art oder nach AusmafR eingeteilt:
2.1. Einteilung nach Art der Fehler:
2.1.1. Fehler an Gehausen und Zuleitungen
2.1.2. Fehler in elektrischen Eigenschaften
2.2. Einteilung nach AusmafR der Fehler:
2.2.1. Totalfehler: Fehler, die jede funktionsgemaf3e Verwendung ausschlieBen
2.2.2. Graduelle Fehler:
Fehler, die eine funktionsgemaBe Verwendung noch bedingt zulassen
3. AQL-Werte, diese werden in den Datenbléattern mit einem Stern (*) gekennzeichnet.
Die fir die verschiedenen Fehler glinstigen AQL-Werte sind in der unten angegebenen
Tabelle aufgefiihrt.
Fehler beziiglich oberer oder unterer Streuwerte zahlen getrennt.
Fehler AQL-Wert Bemerkungen
in %
3.1. Fehler an Gehausen und Zuleitungen 0,25
3.1.1. Totalfehler 25 } Summe aller Fehler
3.1.2. Graduelle Fehler
3.2. Fehler der elektrischen Eigenschaften 0,25 Summe aller Fehler
3.2.1. Totalfehler
3.2.2. Graduelle Fehler 0,65 fur jeden Fehler
bei KenngroRen* 2,5 Summe aller Fehler
Die Streuwerte dieser KenngréRen
bei KenngroRen ohne* werden so angegeben, daR etwa 2,5%
des Produktes oberhalb bzw. unterhalb
liegen kdnnen
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4. Eingangskontrolle

Die vom Hersteller durchgefiihrten Kontrollen sollen eine Eingangskontrolle beim Anwender
unnotig machen. Will der Anwender dennoch eine Eingangskontrolle vornehmen, so wird
die Verwendung eines Stichprobenplanes nach folgenden Vorschriften empfohlen:

VG 95082 und VG 95083 sowie ABC STD 105

ASQ-Stichproben-Tabellen zur Attributprifung ASQ/AWF 1

(zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin W 15 und Kéln).

2.3. Lotvorschrift fiir Halbleiterbauelemente im Kunststoffgehiuse TO-236 und SOT-89

Halbleiterbauelemente im Kunststoffgehduse TO-236 (SOT-23) und SOT-89 sind als aktive
Bauelemente flir Dinn- und Dickfilmschaltungen vorgesehen. Die angegebenen Lotvor-
schriften beziehen sich auf die Verwendung von Substraten mit Widerstanden und Leiter-
bahnen, wobei die Leiterbahnen im Tauchlétverfahren mit einer Zinn-Blei-Auflage versehen
sind.

Zum Erzielen zuverlassiger Verbindungen sind folgende Punkte zu beachten:

1. Die richtige Loéttemperatur und die geeigneten FluBmittel sind von Bedeutung. Das FluR-
mittel darf die Widerstande nicht angreifen, seine Riickstinde miissen vom Substrat auf
einfache Weise entfernt werden kénnen.

2. Temperatur (max. 240 °C wahrend max. 5 s) und Temperaturwechsel wiahrend des Lotens
dirfen keine hohen mechanischen Spannungen auf das Substrat ausiiben, damit Substrat-
briiche oder Risse vermieden werden.

3. Die Plazierung der Halbleiterbauelemente auf dem Substrat muR mit groBer Genauigkeit
durchgefihrt werden. Es muB3 erreicht werden, daRR die AnschluBfahnen genau auf den
Leiterbahnen liegen, da die Gefahr von Rissen an Stellen, wo die erwarmten AnschluB-
fahnen das Substrat direkt beriihren, hoch ist.

Die Wahl der Lotmethode wird bestimmt durch die Seriengr6Re, durch die Zahl der Halb-
leiterbauelemente pro Schaltung, durch die geforderte Genauigkeit der Plazierung und durch
die Mdoglichkeit, Halbleiterbauelemente auswechseln zu kénnen.

Nachstehend die wesentlichen Montageverfahren:

Methode 1, Schwallotung

Die Bauteile im Kunststoffgehduse 23A3 DIN 41869 (T0O-236) und SOT-89 werden auf das
Dickschichtsubstrat (Glas, Keramik), oder die geétzte Leiterplatte (Glasfaser) mit Silikonkleber
aufgeklebt. Das Aufbringen des Klebers kann im Siebdruck durchgefiihrt werden. Zu beachten
ist dabei, daf3 der Kleber nicht die Kontaktflaichen bedeckt. Die Bauelemente werden auf das
Substrat gedriickt. Eine Kleberschichtdicke von 60-80 u ergibt eine ausgezeichnete Haftung
und beim Andriicken der Bauelemente werden die Kontaktflichen nicht verunreinigt. Das
Loten kann durch Schwall- oder Tauchlétung erfolgen. Als Lot hat sich eine Sn, Pb-Legierung
in der Néhe des Eutektikums mit 3,6-4% Ag-Zusatz bewihrt (z. B. Solldamoll 170 Sn, Pb Ag;
60/36/4). Die Badtemperatur soll 225+ 10°C betragen, eine max. Lotzeit von 5 sec ist zu-
gelassen. Als FluRBmittel ist ein nicht aktiviertes Kolophoniumharz 45% geldst in Athylalkohol
55% + Glyzerinzusatz geeignet. Nach dem Aufldéten der Bauteile sollten die FluRBmittelreste
entferntwerden; dafiir sind Reinigungsbader mit Isoprophylalkohol als Waschmittel geeignet.
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Methode 2, Reflowléten

Dabei wird das Lot in Pulverform in Verbindung mit einem FluBmittel als Paste auf die
gedruckte Leiterplatte gebracht. Dieser Vorgang ist zweckméaRigerweise im Siebdruck-
verfahren durchzufiihren. Die Schichtdicke sollte dabei ca. 80 um betragen.

Das Substrat mit den Bauelementen wird iber ein Férderband oder eine Heizplatte ca. 5 sec
auf 240 °C erwarmt, wobei die Paste aufschmilzt und der Létvorgang erfolgt. Nahere Hinweise
sind den Angaben der Hersteller von Reflow-Lotpasten zu entnehmen.

Methode 3, Nadell6tung

Das Substrat wird auf einer Vorwarmeplatte mit einer Temperatur von ca. 100 °C angeordnet.
Das Halbleiterbauelement wird optisch vergroBert abgebildet und in die richtige Lage ge-
bracht. Mittels einer Unterdruckdiise wird das Halbleiterbauelement erfal3t und auf das Sub-
strat gesetzt. Gleichzeitig werden drei (noch kalte) Mikro-Lotnadeln auf die Anschlu3fahnen
des Halbleiterbauelements gesetzt und zur Verbesserung des Warmeuibergangs angedruckt.
Die Létnadeln miissen so ausgebildet sein, daR der Warmeibergang nur an der Spitze erfolgt.
Die Létnadeln werden kurzzeitig (8 sec) mit je 20 W gespeist. Innerhalb dieser Spanne ist
das Lot fur die Dauer von 3 sec flissig, wodurch eine sichere Benetzung erreicht wird. Wegen
der geringen Warmekapazitat kithlen die Lotnadeln nach dem Abschalten sehr schnell ab,
das Lot kann bei aufliegenden Loétnadeln weiter unter den Schmelzpunkt abkihlen.

Als Material fiir die Lotnadeln sollte Edelstahl (18% Cr, 8% Ni) verwendet werden; dieses
Material wird nicht vom Lot benetzt und hat eine gute Korrosionsbestandigkeit. Als Fluf3-
mittel ist Kolophonium geeignet; nach dem Aufloten sind die FluRBmittelreste mit Isopropyl-
alkohol zu entfernen.

Das Kunststoffgehduse wird bei diesem Verfahren nicht heiRer als die Vorwarmplatte. Die
Gefahrvon Substratrissen unterhalb der Leiterbahnen ist nicht grof3, sofern die Vorwarmpilatte
nicht Gber 100 °C erwarmt wird und die Lotdauer von 5s nicht unterschritten wird. Die
Sperrschicht-Temperatur steigt bei dieser Methode auf etwa 250 °C an.

Dieses Verfahren ist auch zum Auswechseln einzelner Halbleiterbauelemente geeignet.

Methode 4, Kolbenlétung

Als dritte Methode kommt das Loten von Hand mit einem Miniatur-Létkolben in Frage.
Diesem Verfahren haften folgende Nachteile an:

Die Plazierung der Halbleiterbauelemente kann nicht mit sehr groer Genauigkeit durch-
gefuhrt werden, d.h., es kénnen an Stellen, wo die AnschluBfahnen dann das Substrat
direkt bertihren, beim Loten Substratrisse auftreten. Da die Lotung der Anschliisse nach-
einander erfolgt, kdnnen durch mechanische Spannungen Substratbriiche eintreten, es
kénnen auch die Verbindungen innerhalb der Halbleiterbauelemente beschadigt werden.
Eine Beschadigung des Kunststoffgehduses durch die Lotkolben ist mdglich.

Diese Methode ist nur fiir den Einbau einzelner Halbleiterbauelemente geeignet.

2.4. Thermische Probleme bei der Montage von Transistoren in Kunststoffumhiillung
23A3 DIN 41869 (TO-236) und SOT-89

Die Transistoren mit Plastikumhillung 23A3 DIN 41869 (TO-236 und SOT-89) sind vorzugs-
weise fiir den Einbau in Schichtschaltungen vorgesehen. Dementsprechend wurden bisher
in den Datenblattern die Angaben der Warmewiderstande und der Verlustleistungen auf
das jeweilige Substrat bezogen unter Berlicksichtigung von Material und Abmessungen.
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Diese Angaben haben sich jedoch in der Anwendungspraxis als nicht ausreichend und somit
ungeeignet erwiesen, da die Berechnung des Warmewiderstandes Ry,,y irgendeines Tran-
sistors einer komplexen Schichtschaltung liber die Substratflache und die mogliche Warme-
ausbreitung bei mehreren Leistungsverbrauchern (weitere Transistoren und Widerstéande)
unubersichtlich und dadurch ungenau wird.

Deshalb werden von Siemens kiinftig die Warmewiderstandsdaten der Transistoren im
TO-236 und SOT-89-Geh&use anders als bisher angegeben. Abhangig von Substratdicke und
Montageart wird der Warmewiderstand entweder auf die Lotstelle des Kollektoranschlusses
bezogen (Ry,,.) oder auf die Substratriickseite unter dem Transistor (R,sg)- Entsprechend
wird die Gesamtverlustleistung P,,, angegeben, namlich bezogen auf die Temperatur 7, der
Lotstelle des Kollektoranschlusses oder die Temperatur 7 der Substratriickseite.

Der Anwender soll durch diese Warmewiderstandsangaben besser als bisher in der Lage
sein, die maximale Sperrschichttemperatur 7; in der Schaltung zu ermitteln. Das ist besonders
wichtig, um Schaltungen im Hinblick auf ihre Zuverlassigkeit zu optimieren. An Hand der
Warmewiderstandswerte Ry, und Ry, sr sowie der jeweiligen Gesamtverlustleistung wird
miteiner der nachstehend beschriebenen MeB methoden die Temperatur 7, bzw. T g ermittelt.
Die Sperrschichttemperatur ergibt sich damit als

N Ti=T. +Piot Ry bzw.
2) Tj=Tsr + Piot ' Runsr

Zum besseren Verstandnis wird zunachst die Messung der Warmewiderstande Ry, und
Ruwusr kurz beschrieben. Anschliel3end werden Hinweise auf die Messung der Oberflachen-
temperatur gegeben.

24.1. Messung der Warmewiderstande R, und R, sr

Der Warmewiderstand wird mittels eines ublichen R,-MefRverfahrens mit Ugg als temperatur-
abhangigen Mel3parameter bestimmt. Zu diesem Zweck wird der Transistor in eine Schicht-
schaltung — Al,05-Substrat — mit einem geeigneten Montageverfahren wie Tauchidten oder
Kleben eingesetzt. Die Methode des Schwalldtverfahrens ist in den bisherigen Montage-
vorschriften fiir die TO-236-Bauform als Methode 1 enthalten. Fir die Klebung kann ein
hochgefillter Silberleitkleber, der im Siebdruck aufzubringen ist, verwendet werden.

2.4.1.1. Messung von Ry,

Die Schichtschaltung wird mit einer Silicon-Warmeleitpaste z.B. P12 — Wacker-Chemie auf
eine hinreichend groRe Cu-Warmesenke durch Schieben — zur gleichmaRigen Verteilung
der Warmeleitpaste — aufgebracht. Bei Tcy = Tsg = 25°C = const. werden zwei Messungen
durchgefiihrt und die Sperrschichttemperaturdnderung A7; bzw. 47, und die Létstellen-
temperatur 7, ermittelt (Index b: MeRwerte ermittelt bei zusatzlicher Warmeableitung durch
Thermoelement am KollektoranschluB3). Es gilt:

T, =Tsg +A4T;  bzw.

To=Tu+ AT, —ATy)
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Damit ergibt sich gemaR Skizze folgende Beziehung fir Ry

LPtof

f Rini
Ty
T bzw Ty Rinx
RinLsR
RinxEWdrmeableitung
Tsr durch Thermoelement
7,—T,
3) RthJL =Jf.f
tot
Tsp + AT — Ty
Ptot

2.4.1.2. Messung von Ry sr

Eine spezielle fiir Warmewiderstandsmessungen hergestelite Schichtschaltung wird in eine
Steckleiste waagrecht eingesteckt; es werden in ruhender Luft (7, = 25 °C) zwei Messungen
durchgefiihrt und A7;, 4T, und 7, ermittelt. Es gelten folgende Beziehungen:

Ti=Ty+A4T,
Tse=Tsmp + (4T; —AT;,) und damit

Ti=Tsa _ Ty+ATp—Tem
Ptot Ptot

4) Rinysr =

2.4.2. Messung der Bezugstemperaturen 7, und 7gg

Fiir die Messung der Bezugstemperatur kommen die unter (2.4.3.2.) bis (2.4.3.4.) im Einzelnen
dargestellten MeRverfahren in Betracht. Es wurde Wert darauf gelegt, fir den Anwender ein-
fache MeRverfahren zu beschreiben, die die zu messende Temperatur nur wenig beeinflussen.
Abhangig von Substratdicke und Montage werden folgende Unterscheidungen getroffen.

2.4.2.1. Substratdicke ca. 1,5 mm, gute Warmeableitung

Das Substrat ist z.B. auf oder an ein Chassis geklebt. Bei Messung der Temperatur der
Kollektorldtstelle mit einem Thermoelement kleiner Warmekapazitat ist die wirkliche
Temperatur 7, nur geringfligig hoher als der gemessene Wert T,

Wird dagegen die Temperatur mit einem Thermizet gemessen, so treten erhebliche, nicht
vernachlassigbare Fehler auf. Die wirkliche Lotstellentemperatur liegt ca. 10% hdéher.

25




Vorwort

2.4.2.2. Substratdicke =1,5 mm, schlechte Warmeableitung.

Die Warmeableitung erfolgt seitlich iber die Substratkante, z. B. Uber Lotstifte. Als Bezugs-
temperatur kann die Temperatur der Kollektorl6tstelle oder der Substratriickseite gemessen
werden. Bei Thermoelementmessung — z.B. 2 X 0,2 mm-Thermoelement — liegt durch die
zusétzliche Warmeableitung der rel. Fehler bei ca. 2%. Bei Thermizetmessung hingegen ist,
verursacht durch den groben Fuhler, der rel. Fehler ca. 15-20%.

Bei der Messung mit Temperaturindikatoren z.B. Thermopapieren ist der rel. Fehler praktisch
nur durch die Abstufung der Thermopapiere bedingt.

2.4.2.3. Substratdicke <1,5 mm, schlechte Warmeableitung.

In diesem Fall ist mit Thermopapieren oder einem Thermoelement zu messen, der rel. Fehler
der Thermoelementmessung ist ca. 4%. Eine Thermizetmessung ist auf Grund der groRen
Fehler nicht geeignet.

2.4.3. TemperaturmeBmethoden

2.4.3.1. Messung der Sperrschichttemperatur mittels eines Ry,-MeRverfahrens.

Dieses Verfahren ist das genaueste zur Bestimmung der Sperrschichttemperatur, da es
unmittelbar — tber die Verwendung von Uge als temperaturabhsingigen Parameter — die
Messung von T; ermdéglicht. Das Verfahren ist ziemlich aufwendig und daher kaum fiir den
Anwender geeignet. Einzelheiten betreffend wird auf die einschlagige Literatur verwiesen.

2.4.3.2. Messung mit Thermoelement

Fir die Messung konnte z.B. ein »Thermocoax«-Miniatur-Mantel-Thermoelement der Fa.
Philips, ein Thermostat mit Vergleichsstelle und ein Digitalvoltmeter verwendet werden.
Anstelle des Thermostaten und des Digitalvoltmeters waére ein digital anzeigendes Tempera-
turmeRRgerat vorzuziehen.

Das Thermoelement mit der Bezeichnung 2 ABAc05/Tl zeichnet sich durch kleine Warme-
kapazitat aus. Die Beeinflussung des MeRobjektes ist — It. Abschnitt 2. 4. 2. — du3erst gering.
Es handelt sich um ein Chromel/Alumel-Thermoelement mit Edelstahlmantel in isoliertem
Aufbau.

Zur Messung der Bezugstemperatur ist die Spitze des Thermoelementes durch Eintauchen
mit einem nicht zu dicken Uberzug aus Warmeleitpaste zu versehen und senkrecht auf die
Mitte der Kollektorlotstelle bzw. auf die Substratriickseite unter dem Transistor leicht an-
zudrucken. Die MeRzeit ist nicht eingeschrankt.

2.4.3.3. Messung mit Thermizet

Die Bezugstemperatur kann auch mit einem Thermizet der Fa. Siemens oder einem dhnlichen
Instrument gemessen werden. Der Durchmesser der MeBsonde sollte nicht gréRer als 2 mm
sein. Zur Erzielung eines besseren Warmeiiberganges ist die Spitze der MeRsonde diinn, aber
ausreichend mit Warmeleitpaste zu versehen. Die MeRRdauer ist etwa 5 sec.

2.4.3.4. Messung mit Temperaturindikatoren

Durch Verwendung von Temperaturindikatoren — z.B. Indikatoren der Geratebau Szekessy
KG, Minchen — kann die Temperatur nahezu masselos, d.h. ohne zusatzliche Warmeablei-
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tung und somit fast fehlerfrei gemessen werden. Die Indikatoren haften mit einer Klebefolie
auf der MeRstelle und der Farbumschlag von weil3 nach schwarz zeigt an, ob die angegebene
Temperatur erreicht worden ist. Zur Auswahl stehen Indikatoren flir 38 Temperaturen, eng
gestaffelt fir den Temperaturbereich von 41°-254 °C. Die Farbénderung erfolgt in etwa
0,5 sec. Die Genauigkeit der Ansprechtemperatur ist +1%.

2.5. Zulassige Verlustleistung bei Transistoren

Bei Leistungstransistoren ist die zuldssige Gesamtverlustleistung in Abhangigkeit von der
Umgebungstemperatur 7, mit der Spannung Uce als Parameter in Form von Kurvenscharen

angegeben. Temperaturabhingigkeit der

Diese Kurven gelten unter dem Gesichts- zuldssigen Gesamtverlustleistung
punkt gleicher Zuverlassigkeit. Dabei W Pt =f (Ta); (Uce = Parameter)
nimmt die zuldssige Gesamtverlustlei- 30:‘ 1]
stung mit steigender Kollektorspannung ab. Pyt U= s 18V
A |
— 15V N L !
20— \ | .i.
N . | |
Die folgenden Kurven sind als Beispiele 20V \[ i
zu betrachten. | \‘\ j
l T
Die Warmeverteilung im Kristall des Halb- 30V L\ f i
leiterbauelementes ist bei Belastung nicht 1040 \‘/ [ ) . | ’
gleichmalBig, sondern abhangig vom 50V \ 5
Strom und der angelegten Spannung. Bei —Ts0v l
groRReren Kollektorspannungen veréndert ‘ \ [ 1
sich mit steigendem Temperaturgradienten i ‘ N
im Kristall der am StromfluR beteiligte | L i
Querschnitt im Halbleiter, so da3 es zu oL ! l \i,
einer Zunahme des Warmewiderstandes 0 100 200 °C
kommt. —T

Wird dieses, durch Aufbau und GroRRe des Halbleiterbauelements bedingte Verhalten nicht
beachtet, so kann eine so starke Stromeinschniirung auftreten, daf3 schon bei relativ kleinen
Leistungen gegeniiber der maximal zuldssigen Verlustleistung so hohe Temperaturen im
Kristall auftreten, dal’ dieser lokal aufschmilzt, d. h. der Transistor kann zerstért werden. Die
Warmekapazitat eines solchen Stromkanals ist dul3erst gering, so daf® aufgrund des hohen
Warmewiderstandes Zeitkonstanten von z.B. 1077 s auftreten. Die Sperrspannung bricht
aufgrund der plétzlich auftretenden hohen Temperatur zusammen. Man spricht deshalb
vom Durchbruch »zweiter Art« (second breakdown.), welcher praktisch nicht von der Tem-
peratur abhangt.

Mit Transistoren kdnnen Leistungen geschaltet werden, die gréBer als die statische Verlust-
leistung sind. Wahrend eines Umschaltvorganges wird im allgemeinen fiir die Dauerlast
glltige Verlustleistungs-Kurve Gberschritten. Dies istdann zuldssig, wenn die Warmekapazitét
des Systems und die Warmeableitung verhindern, dal3 die kurzzeitig auftretenden Verluste
das Transistorsystem Uber die maximal zuldassige Sperrschichttemperatur erwarmen.
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Es werden Diagramme angegeben, um die maximal auftretenden Sperrschichttemperaturen
errechnen zu kénnen.

Strom- und Sp bhingigkeit des Wir id des Rye = (Uca);
W (Ic = Parameter)
10 /
'ft‘me 158/ |08 05A
//
T 4 —t—

L //

5_...,,_
I =02 A
|
0 — )
0 10 20 30 40 50V
—Ugp

K les
W Wirmewiderstand bei Impulsbelastung ry,,c = f(t) (Tastverhaltnis v =Parameter)

07— . -
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I
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Vorwort

Untenstehendes Diagramm wurde aus dem thermischen Einschwingvorgang eines Tran-
sistor abgeleitet. Das Ersatzschaltbild des Warmewiderstandes Ry, kann als Leistung mit ver-
teilten R- und C-Gliedern dargestellt werden. Dadurch, daB Warmekapazitdten vorhanden
sind, halten Transistoren Impulsleistungen aus, die groer sind als die statisch zulédssige
Gesamtverlustleistung (vgl. DIN 41862).

Umgebung Kihtkorper
R, R R R
Cine Ca G 1 Sperrschichttemperatur
Gehausetemperatur
Umgebungstemperatur

Will man den Transistor in der Ndhe der maximal zuléssigen Sperrschichttemperatur betrei-
ben, so sind zwei Diagramme fiir die Errechnung der maximalen Sperrschichttemperatur zu
beachten. Das Diagramm fiir den Warmewiderstand als Funktion der Zeit gilt uneingeschréankt
fiir den Betrieb bei sekundardurchbruchfreiem Spannungsbereich. Bei sekundardurchbruch-
begrenztem Spannungsbereich ist jedoch die Spannungsabhéngigkeit des thermischen
Widerstandes zu beriicksichtigen. In diesem Falle ist der Impulswarmewiderstand 7y, 6 = f (t)
mit einem spannungsabhéangigen Korrekturfaktor K, zu multiplizieren. Dieser Faktor wird aus
dem Diagramm P, = f (T ) als das Verhéltnis P, zu P, ermittelt. P, ist die maximale zu-
iassige Gesamtveriustieistung, P ist die maximai zuidssige Impuisveriustieistung bei der im
Betrieb auftretenden Spannung Uce.

Der spannungsabhéangige Korrekturfaktor wird auf &hnliche Weise auch fiir statische Bela-
stung berechnet.

10 e e T Rinvawy = Ky Rwue = ";m Rinsa
SSHES | Do
m }i —Hit- | Thagu)y = Ky rinse = Pmt I'hia
| u
T 107 A\ !
Mit dem Diagramm »Zulassige Impulsbelastbar-
] keit« kann man eine maximale zuldssige Impuls-
&095 i verlustleistung Py errechnen.
02 O,UNW. \ Zuer§t wird ein Faktor m aus dgm Diagramm fir
02 = f = dés im Anwendungsfall vorliegende Tastver-
= ! { i héltnis v und Impulsdauer t abgelesen, hernach
005 VT _E;: wird Py aus dem Diagramm » Temperaturabhan-
TSN ’ le— 7] gigkeit der zulassigen Gesamtverlustleistung«
10 O ) ; T bei der Betriebsspannung ermittelt.
UCZ : Die maximal zuldssige Impulsverlustleistung
_0"5 N ! ergibt sich sodann aus der Formel P, = m -Py,.
w0t (L LT T

08 100 0t 0?02 7 10 10's
_._»1
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Vorwort

Ist der Impulsverlauf nicht rechteckig, so ist die volle Impulshéhe zu beriicksichtigen und fir
die Impulsdauer eine N&dherung einzusetzen, die sich aus der Impulsbreite bei 20% der Impuls-
héhe ergibt. Eine Umrechnung in ein flaichengleiches Rechteck istaus Griinden des komplexen
Warmewiderstandes nicht zuléssig.

Das Maximum der Sperrschichttemperatur kann dann berechnet werden nach der Formel:

Ti=(Py+vP1) (Ringu — Ky Rinua) + Po Ky Ringe + P1Ky rnus + Tu
[ —’
Rink

Wird hierbei die maximale zuléssige Sperrschichttemperatur Gberschritten, ist die Rechnung
mit einem groéReren Kihlkérper zu wiederholen.

Die einzelnen Beitrdge zur Erhéhung der Sperrschichttemperatur sind aus folgender Abbil-
dung ersichtlich.

R
( 1 Warme-
. koRenss Warmestrémung quelle
| — — — ~
] duberer | Innerer u
| Wérmewidersiand 1 Warmewiderstand ‘
Umgebung Gehéuse \J Sperrschicht
U T Rechenwert TJ
»l Rink
—= (B A) Ry Angg)=————Fky s ‘ ARy Fingg !
Dabei bedeutet:
P Scheitelwert der Verlustleistung (Impulsverlustleistung)
Py Gleichstromverlustleistung
vPy Uber die Dauer einer Periode gemittelte Impulsverlustleistung
t Dauer der Impulsverlustleistung
Lt
v Tastverhaltnis—
T
T Periode

rmia Impulswarmewiderstand

Ky Spannungsabhangiger Korrekturfaktor

Py maximale zuldssige Gesamtverlustleistung bei Uce
Rw  Warmewiderstand zwischen Gehause und Umgebung
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Vorwort

Verlustleistung im Transistor bei Betrieb als Schalter
| T - —
|
1 I
i | A
}/erlustle_lstung log? | A | Py
im Transistor
bei: T \
e |
Py
induktiver Last PS‘ i J _

JogP ’ -Ic | Py

Wahrend einer Schaltperiode wird
der Transistor durch Sperr-, Ein-
schalt-, DurchlaB- und Ausschalt-
verluste belastet. Die Zeitdiagramme
der dabei im Transistor auftreten-
den Verlustleistungen sind fiir in-
duktive, ohmsche und kapazitive
Last in den folgenden Abbildungen
dargestellt.

Ausgangs- u
impuls T

ohmscher Last

A
~

|
5

logP

T

kapazitiver Last !
—7 — U
Anstelle der kurvenformigen Verlaufe kann man hier beim Ein- und Ausschalten rechteckige
Impulsformen annehmen. Bei einer ohmschen oder tiberwiegend ohmschen Belastung kann
vereinfacht angenommen werden, daf3 der Ausschaltimpuls ohne Zwischenpause dem Ein-
schaltimpuls folgt. Dann gilt folgende Tabelle:

Last Impulsdauer t Impulsverlust- Uber die Dauer einer Periode
leistung gemittelte Verlustleistung

L taus Pa Ps+Pe+Pp

R tein+taus EE:PA PS+PD

c tein Pe Ps+Pp+Pa

P Sperrverlustleistung

Pe Scheitelwert der Einschaltverlustleistung

Py DurchlaRverlustleistung

Pa Scheitelwert der Ausschaltverlustleistung
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Vorwort

2.6. Erlaubter Arbeitsbereich im Kennlinienfeld

Zulassiger Betriebsbereich

Bei fast allen Transistortypen wird im Io/Uce-Kennlinienfeld ein zulassiger Betriebsbereich
(SOAR-Kurve) gemaR dem untenstehenden Bild angegeben. Innerhalb dieses Bereiches sind
alle Werte von I und U¢e erlaubt.

Es ist darauf zu achten, daB die im Kennlinienfeld angegebene Verweilzeit nicht (iberschritten
wird.

Die dort dargestellten Kurvenscharen beinhalten sowohl die Spannungsabhangigkeit
(Pwr=f (Tg)-Kurve) als auch die Stromabhangigkeit. Ferner ist auch die Folgefrequenz der
maximal méglichen Beanspruchung angegeben.

Die Unstetigkeiten der Kurvenscharen sind auf die unterschiedlichen Grenzdaten zuriick-
zufihren, wie maximale Sperrschichttemperatur, Strombelastbarkeit und Einflu der Span-
nungsabhéngigkeit (Sekundarer Durchbruch).

A
10' e eEL n,;]EU;:Ec:
I \\ NN 001
\ 0,021
\ \*\HH
\ 0,05t
\ \ ‘\\ ]
0 \ \ 1000
A ¥}
A\ 500
\
NN 300
o7t 200
ro=50C ||\
- ~ 100
10 v=0,01 \ X TN
Ik
A\VA YAV
3‘ 10k %0
‘\1 30
- oc gy 20
10 H 10
10° oo 10? 0%
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2.7. Warmeableitung bei Transistoren

Leistungstransistoren werden zur Erzielung besserer Warmeableitung auf Chassisbleche
montiert. In diesem Falle ist anstelle von Ry, y (vorheriger Abschnitt) der Warmewiderstand
zwischen Sperrschicht Uber das Chassisblech zur Umgebung Ry, anzusetzen.

R =Rinc +Rinsa

Der Warmewiderstand des Chassisbleches R,,c wird nach der folgenden N&herungsformel
(glltig fur Kiahlblech — nicht fur Kiihlkérper) berechnet:

3,3 650
Rinc = Vi co 4+ A c
A Warmeleitwert des Chassisbleches in W/K cm
Material | A (W/K cm)
Aluminium 2,1
Kupfer 3,8
Messing 1,1
Stahl 0,46
d Dicke des Chassisbleches in mm
A Flache des Chassisbleches in cm?
c Korrekturfaktor fiir die Lage und die Oberflaichenbeschaffenheit des Chassisbleches
Oberflache blank geschwarzt
Lage
senkrecht ‘ 0,85 ‘ 0,43
waagrecht 1 0,5

Die Formel gilt fiir annahernd quadratisch geformte Chassisbleche, wenn der Transistor in
der Mitte des Kiihlbleches montiert, die einzige Warmequelle am Chassisblech darstellt. Die
Werte der Konstanten A und C gelten in ruhender Luft bis zu einer Umgebungstemperatur
von etwa 45 °C, wenn keine heien, warmestrahlenden Teile in der Nahe sind.

Warmeubergangswiderstand einer Glimmerscheibe Ry, (K/W)
Dicke der Scheibe trocken beidseitig eingefettete Scheibe

Gehause 50 u | 100 u reduziert den Widerstand um:
TO-3 1,25 1.5 0,9 K/'W
TO-41 ahnl. 1,25 1,6 0,9 k/'W
SOT-9 25 3,0 1,5 K/'W
SOT-32 8,0 10,0 4,0 K/W
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2.8. Schaltzeiten von Transistoren

Beim Einsatz von Transistoren als Schalter wird der Ausgangsimpuls gegentiber dem Ein-
gangsimpuls verformt und verzdgert.
Folgendes Bild zeigt das Schaltverhalten eines Transistors in Emitterschaltung:

Ig . . R

Eingangsimpuls Rs Ugg

! th
s —h
=

L -

[ £

| /— i

| ! // —T 1

I | / Ugg=0

| [ Ig |
L | , ! [

|Ausgangsimpuls ] T I

| 1 I RN

7 S

| | NGAL

| | LA AN

i | .- fl

| | = /] \\ .

| | ‘ A

f f 1 Uee
—4@ *fr"> ! ‘fs"k'ff" f — UCE

Anhand des obigen Bildes definiert man folgende Zeiten:

Einschaltzeit t.;, =t,+1,

Die Einschaltzeit ist die Zeit, in der der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) nach Einschalten
des Steuerstromes (Basisstrom) auf 90% seines Maximalwertes ansteigt. Sie setzt sich
zusammen aus der Verzégerungszeit t, und der Anstiegszeit t. Die Verzégerungszeit ist die
Zeit, in der nach Einschalten des Steuerimpulses der Kollektorstrom auf 10% seines Endwertes
angestiegen ist. Die Anstiegszeit ist jene Zeit, in der der Kollektorstrom von 10% auf 90%
seines Endwertes ansteigt.

Ausschaltzeit ¢, =t +1;

Die Ausschaltzeit ist die Zeit, in der nach Abschalten des Steuerimpulses der Ausgangsstrom
auf 10% seines Maximalwertes absinkt.

Sie setzt sich zusammen aus der Speicherzeit t; und der Abfallzeit ¢;.

Die Speicherzeit ist die Zeit, in der nach Abschalten des Steuerstromes (Basisstrom) der
Ausgangsstrom (Kollektorstrom) auf 90% seines Maximalwertes absinkt.

Die Abfallzeit ist die Zeit, in der der Ausgangsstrom (Kollektorstrom) von 90% auf 10% seines
Maximalwertes absinkt.
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Die kiirzesten Schaltzeiten lassen sich wegen der hohen Steuerstrome in Basisschaltung
erreichen, wahrend die Ausschaltzeit bei Kollektorstufen wegen fehlender Sattigung beson-
ders gering ist.

Die anschlieRende Diskussion der Schaltzeiten gilt bei geséttigtem Betrieb in Emitterschal-
tung. Dabei ist

Igo der Basisstrom, der den Transistor bis zur Ubersteuerungsgrenze durchsteuert
Ig, >1Ig, der Einschaltbasisstrom

Ig, S Iy, der Ausrdumbasisstrom

a) Verzogerungszeit ¢,

Nach dem Anlegen eines Steuersignals vergeht eine Zeitt,, bis die Emitterbasissperrschicht-
kapazitat Ceg umgeladen und die Emitterdiode in FluRrichtung gepolt ist. t4 verkirzt sich bei
zunehmendem Steuerstrom Ig,. Bei Leistungstransistoren ist haufig ¢4 <t,.

b) Anstiegszeit t,
Wahrend ¢, muR Gber den Steuerstrom die Steuerladung in der Basis aufgebaut werden. Nach
Definition ist

Ig1/150—0,1

Ig/1g5—0,9
Der Bauelementefaktor 7. (Zeitkonstante bei Stromsteuerung) ist von der Gré6Benordnung
der Tragerlebensdauer, d.h. typisch 1-10 us bei Leistungstransistoren und 1-2 GréRenord-
nungen geringer bei schnellen Schaltern. Der Arbeitspunktfaktor zeigt, daR ¢, bei groBen
Steuerstromen Ig; > I, sehr klein wird. Wegen der Abhéngigkeit von der Stromverstarkung
erhoht sich ¢, mit zunehmendem .. .

t,=Tcln

c) Speicherzeit ts
Nach Erreichen der Ubersteuerungsgrenze wird der Basisstromanteil /g, > I5, zum Aufbau
einer Sattigungsspeicherladung verwendet.
Beim Abschalten muB wahrend ¢, zunichst diese Speicherladung abgebaut werden, bevor
I sich verringern kann. Dabei ist

Ig2/Iso+1s1/180 o
te=T¢lIn Tos/loat1 +t(90% Ic)
Der 2. Term, der definitionsgemaR die Abnahme von I auf 90% beschreibt, ist gegen den
ersten Ausdruck i.a. zu vernachlassigen. Die Speicherzeitkonstante 75 ist ebenfalls mit der
Tragerlebensdauer vergleichbar, siehe b). Der Arbeitspunktfaktor 1aRt erkennen, da3 kurze
Speicherzeit bei kleinem I, aber groBem Ausraumstrom /g, zu erreichen ist. Entsprechend der
Abnahme von B — Zunahme von Iz, — zu hohen Kollektorstromen nimmt die Speicherzeit
zu hohen Kollektorstromen hin ab.

d) Abfallzeit ¢,
In der Abfallzeit nimmt die Basissteuerladung zusammen mit/ theoretisch gemaR folgender
Beziehung ab:

Ig,/15,+0,9

Tgo/1g,+0,1
Diese Gleichung, die eine Abnahme von ¢; bei gréBerem Ausrdumstrom voraussagt, gilt
in der Praxis nur flr Transistoren ohne Kollektorspeicherladung, d.h. fur Epibasis- und ein-
fachdiffundierte Transistoren, oder fur die niedersperrenden Planartransistoren. Bei hoch-
sperrenden dreifachdiffundierten Typen wird t; dagegen davon beeinfluRt, wie beim Ab-
schalten die Kollektorrestladung tber die Basis aus dem Transistor entfernt werden kann. In
der Praxis resultiert daraus oft eine Zunahme von t; mit Iy, und /.. Auch eine in obiger Glei-
chung nicht ausgedrickte Zunahme mit I, wird haufig beobachtet.

t;=T¢cIn
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NPN-Transistoren fiir NF-Vorstufen und BCW 60
Schalteranwendung BCX 70

BCW 60 und BCX 70 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren mit Plastikumhtillung
23A3 DIN 41869 (TO-236) fiir NF-Vorstufen und Schalteranwendungen. Sie eignen sich
besonders fiir Dick- und Dinnfilmschaltungen. Beide Typen BCW 60 und BCX70 werden durch
den Buchstaben »A« gekennzeichnet, der danebenstehende Buchstabe (A, B, C oder D fir
den Typ BCW60 und G, H, J oder K fiir den Typ BCX70) gibt die jeweilige Stromverstarkung
des Transistors an. Die Komplementéartransistoren dazu sind BCW 61 und BCX71. Auf Wunsch
ist BCW60 besonders rauscharm (F<2dB) unter der Bezeichnung BCWG60F mit der Be-
stempelung »AF« und »AN« lieferbar. Die Transistoren BCW 60 und BCX 70 sind auf Wunsch
mit geénderter AnschluRfolge (»E« und »B« vertauscht) unter der Bezeichnung BCW60R
(Stempel »AO« bis »AS«) sowie BCX70R (Stempel »AU« bis »AY«) lieferbar.

Typ Stempel | Bestellnummer Typ Stempel | Bestellnummer
BCWG60A AA Q62702-C331 BCWG60RA | AO Q62702-C1054
BCW60B AB Q62702-C332 BCWG60RB | AP Q62702-C1055
BCW60C AC Q62702-C333 BCWG60RC | AR Q62702-C1056
BCW60D AD Q62702-C334 BCWG60RD | AS Q62702-C1057
BCX70G AG Q62702-C423 BCWG60FF | AF Q62702-C1052
BCX70H AH Q62702-C424 BCWG60FN | AN Q62702-C1053
ook | Ak oar2 e BCX70RG | AU Q62702-C901
BCX70RH | AW Q62702-C900
1£0,051+005 010015 BCX70RJ | AX Q62702-C899
fo ot ) -~ BCX70RK | AY Q62702-C888
[JE | B i ) !
I I T s 3
T E
| - &
C | S
é 0'1"0'2945— MaRe in mm
0k200 12-035 Gewicht etwa 0,02 g
3.5
Grenzdaten BCW60 BCX70
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 32 45 Vv
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 32 45 Y,
Emitter-Basis-Spannung Uego 5 5 \%
Kollektorstrom Ic 200 200 mA
Basisstrom Ig 50 50 mA
Sperrschichttemperatur T 150 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +125 | —55 bis +125 |°C
Gesamtverlustleistung (7, =45 °C)
auf Glassubstrat (7 X7 x 1 mm) P 150) 150") mwW
Wirmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Umgebung bei Montage auf:
Glassubstrat (7 x7 X1 mm) Rusu =700 =700 K/W
Keramik (30 x 12 x 1 mm) Rinsu =450 =450 K/W
Glasfaser (30 x 12 x 1,5 mm) Rinsu =450 =450 K/W

') Die zuldssige Gesamtverlustleistung ist durch den jeweiligen, einbaubedingten Warmewiderstand gegeben,
Timax = Tu

mit P,y = ————

= R(NJU
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BCW60
BCX70

Statistische Kenndaten (7, = 25 °C)

Die Transistoren BCW 60 und BCX70 werden nach der statischen Stromverstérkung B grup-
piert und mit Buchstaben gekennzeichnet.

B-Gruppe

fiir BCW 60 A B Cc D BCW60

fur BCX70 G H J K BCX70

U Ic B B B B Uge

Y mA I/l Ic/1g I/l Ic/lg Y

5 0,01 |78 145 (>20) 220 (>40) 300 (>100) 0,52

5 2 170 250 350 500 0,65
(120 bis 220)* | (180 bis 310)* | (250 bis 460)* | (380 bis 630)*| (0,55 bis

0,75)*

1 50 >50 >70 >90 >100 0,78

Sattigungsspannungen Ucgsat (V) | Uggsat (V)

Ic=10 mA; I3 =0,25 mA 0,12 (0,05 bis 0,35) 0,7 (0,6 bis 0,85)

I.=50 mA; Iz=1,256 mA 0,2 (0,1 bis 0,55) 0,83 (0,7 bis 1,05)

BCW 60 BCX70

Kollektor-Emitter-Reststrom .

(Ucgs=32 V) Ices <20 - nA¥*

(Uces=45V) Ices - <20 nA*

Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uces=32 V; Ty =150 °C) Ices <20 - uA

(Uces=45V; Ty =150 °C) Ices - <20 uA

Emitter-Basis-Reststrom

(Uggo=4 V) Icgo <20 <20 nA*

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Iceo =2 MA) U gryceo >32 >45 V¥

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(eso =1 uA) U srjeso >5 >b V*

*) AQL =0,65%
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BCW60

BCX70
Dynamische Kenndaten (7, =25 °C) BCW 60 BCX70
Transitfrequenz (Ic =10 mA;
Uce=5V; f=100 MHz) fr 250 (>125) | 250 (>125) | MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
(Ucgo=10V; f=1 MHz) Cceo <4,5 <4,5 pF
Emitter-Basis-Kapazitat
(Uggo=0,5V; f=1 MHz) Cero 8 8 pF
Rauschmal (I =0,2 mA;
Uee=5V; Rg=2 kQ;
f=1 kHz; Af =200 Hz) F 2 (<6) 2 (<6) dB
Vierpoldaten: (Ic =2 mA; Uce=5V; f=1 kHz)
B-Gruppe |A; G | B; H |C;J | D; K |
I 2P 2,7 3,6 4,5 7,5 KQ
(1,6 bis 4,5) (2,5 bis 6) (3,2 bis 8,5) (4,5 bis 12)

hi2e 1,5 2 2 3 10~
Aare | 200 260 330 520 -

‘ (125 bis 250) (175 bis 350) (250 bis 500) (350 bis 700)
Pze 18 (<30) 24 (<50) 30 (<60) 50 (<100) S

Schaltzeiten:

Arbeitspunkt:

Ic:lg :=Igp=10:1:1mA

ty 35 ns
' 50 ‘ ns
tein 85 (<150) ns

Mef3schaltung fiir Schaltzeiten:

1us

AV
T <5ns
v<0,01
Ri=50Q

m

50Q

Ry =5kQ; R, =5kQ; -Ugg =3,6V; R =990 Q

ts 400 ns
t; 80 ns
taus 480 (<800) ns
~Usp +10V(lUge)
<bns
ZNBAY83 100k

()
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BCW60
BCX70

Temperaturabhangigkeit der Zulassige Impulsbelastbarkeit
ieci G '

1 verlustleistung K fiir Glassubstrat 7 x 7 x 1 mm
mW P =f (Ty) VSS Fiae =f (t); v =Parameter
WO T T T T T T T T TTT Ve giss
1T 1-Glassubstrat 7x7x1mm _4 505 L =
1 2=Keramiksubstrat 30x12x1mm | | i
T 3=6lasfasersubstrat 30x12=x15mm — | 02 ot 5
ARim—
10 r 08 V
Prot N hie e
N | A 5 L0
| e \ \ Ao,oz_J; i
g%
100 101 0‘91 ‘Jl// 1
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BRI J4i
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‘\\\\
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Abhingigkeit des Warmewider- Zulassige Impulsbelastbarkeit fir
K standes von der Substratflache X Keramiksubstrat 30 x 12 X 1,5 mm
W Ry =F (F) 10WS Fensa =F (f); v=Parameter
o m m == 3
H—H H
8 ‘\\\\\ °Lop HE :
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8 1T
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\\ 2 | 51005
i i ! A Eorg? ¥ 7
10' 44’0'0] 74
1=Glassubstrat 1mm i 5 %" “ !
2=Keramiksubstrat 1mm V4
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BCW60

BCX70
Stromverstarkung B =f (I) Stromverstiirkung 8 =f (I)
Uge=1V; Ty =Parameter Uce=1V; Ty=Parameter
BCW60 A ’ BCW60 B
BCX70 G BCX70 H
w0 7 10 =gy S
T ?
5 5 i
B B -
i [ 100°C =
-t ~~ N
T TUDTE’_ —T :,——- —~\ T = T :,—-— \:\:\
o Tz T TN ]| | e e~
=1 i = = R e
5 50T . P fillisar: |
L~ A A L LTI
et [ 11
‘ [/ ﬂ
1 | ‘ JJ”‘JY |
K | o SEiEsia e
i T IR
5 o AL 5 it I
I - ] i —— Mittelwerte
T — — Streuwert bei 7y=25°C — — Streuwert bei 7=25°C
Ll; ’ i |
100 1 W 100 L1 ] an “ ‘ il L_J_\J |
0% 50" 5w 5 5 10fmA 0 50" 5100 500 5 10%ma
1 — I
Stromverstarkung B =f (1) Stromverstéirkung B =f (/)
Ugeg=1V; Ty =Parameter Uce=1V; Ty =Parameter
BCW60 C BCW60 D
\ BCX70 J BCX70 K
3 _
10 E T l “x Hx T 17T 1%7 T 10 R 7_,:7 I AT
—1 11 1 I
5 - H R 5 [-100°CH—== =a
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102 =50 ] 10°
b 1] il 5
10" 107
I 1 i I
I I I |
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BCW60

BCX70
Ausgangskennlinien /¢ =f (Ucg) Ausgangskennlinien I =f (Uce)
mA  Ig=Parameter (Emitterschaltung) mA Iy =Parameter (Emitterschaltung)
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BCW60

BCX70
Ausgangskennlinien /¢ =f (Ucg) Ausgangskennlinien I =f (Ucg)
UA Ie= Parameter (Emitterschaltung) ‘u,A Ugg =Parameter (Emitterschaltung)
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BCW60
BCX70

Sattigungsspannung Uggeo =1 (Ic)
B =40; T, =Parameter

Sattigungsspannung Uceg. =7 ([¢)
B = 40; T, =Parameter
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BCW60

BCX70
Stromabhangigkeit der Spannungsabhéngigkeit der
h-Parameter h-Parameter
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BCW61
BCX71

PNP-Transistoren fiir NF-Vorstufen und
Schalteranwendung

BCW 61 und BCX 71 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren mit Plastikumhillung
23A3 DIN 41869 (TO-236) fur NF-Vorstufen und Schalteranwendungen. Sie eignen sich be-
sonders fiir Dick- und Diinnfilmschaltungen. Beide Typen BCW61 und BCX71 werden durch
den Buchstaben »B« gekennzeichnet, der danebenstehende Buchstabe (A, B, C oder D fiir
den Typ BCW61 und G, H, J oder K fiir den Typ BCX71) gibt die jeweilige Stromverstérkung
des Transistors an. Die Komplementértransistoren dazu sind BCW 60 und BCX70. Auf Wunsch
ist BCW 61 besonders rauscharm (F <2 dB) unter der Bezeichnung BCW61F mit der Bestem-
pelung »BF« und »BN« lieferbar. Die Transistoren BCW61 und BCX71 sind auf Wunsch mit
geédnderter AnschluBfolge (»E« und »B« vertauscht) unter der Bezeichnung BCWG61R
(Stempel »BO« bis »BS«) sowie BCX71R (Stempel »BU« bis »BY«) lieferbar.

Bestellnummer

Q62702-C335
Q62702-C336
Q62702-C337
Q62702-C338
Q62702-C427
Q62702-C428
Q62702-C429
Q62702-C430

Stempel Bestellnummer

Q62702-C897
Q62702-C896
Q62702-C895
Q62702-C890
Q62702-C1058
Q62702-C1059
Q62702-C906
Q62702-C893
Q62702-C892
Q62702-C889

Typ Stempel

BCW61RA | BO
BCWG61RB | BP
BCW61RC | BR
BCWG61RD |BS
BCWG61FF | BF
BCW61FN | BN
BCX71RG |BU
BCX71RH
BCX71RJ |BX
BCX71RK |BY

Typ

BCW61A BA
BCwWe61B BB
BCW61C BC
BCW61D BD
BCX71G BG
BCX71H BH
BCX71J BJ
BCX71K BK

1£005120,05

i 010015
E | B[
| S 3
a E
| P
C | &
o
042003 01.025  MaRe in mm
3. g5 12-035 Gewicht etwa 0,02 g

Grenzdaten BCW61 BCX71
Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 32 45 \
Kollektor-Emitter-Spannung ~Uceo 32 45 Y
Emitter-Basis-Spannung —~Uggo 5 5 \Y
Kollektorstrom =I¢ 200 200 mA
Basisstrom ~Ig 50 50 mA
Sperrschichttemperatur T 150 150 °C
Lagertemperatur T, -55 bis +1256 | —55 bis +125 °C
Gesamtverlustleistung (7, =45 °C)

auf Glassubstrat (7 X7 x 1 mm) Piot 150") 150") mw
Wirmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Umgebung bei Montage auf:

Glassubstrat (7 X7 X1 mm) Rinsu =700 | =700 K/W
Keramik (30 x 12 1 mm) Ruwu | =450 l =450 K/W
Glasfaser (30 x12x 1,56 mm) Rinu =450 =450 K/W

') Die zulassige Gesamtverlustleistung ist durch den jeweiligen einbaubedingten Warmewiderstand gegeben, mit

Timax = Tu

Po=
Rnsu

a7



BCW61
BCX71

Statische Kenndaten (7, =25°C)

Die Transistoren werden nach der statischen Stromverstarkung B gruppiert und mit Buch-

staben gekennzeichnet.

B-Gruppe

far BCW61 A B C D BCW61

far BCX71 G H J K BCX71

Uee -Ic |B B B B —Uge

v mA 1/l I /1y Ic/lg /g \

5 0,01 140 200 (>30) 270 (>40) 340 (>100) 0,55

5 2 170 250 350 500 0,65
(120 bis 220)* | (140 bis 310)* | (250 bis 460)* | (380 bis 630)* | (0,6 bis

0,75)*

1 50 >60 >80 >100 >110 0,72

Sattigungsspannungen —Ucgsar (V) | Vsesar (V)

—Ic=10 mA; -I[g=0,25 mA 0,12 (0,06 bis 0,25) (0,6 bis 0,85)

—Ic=50 mA; -Ig=1,25 mA

Kollektor-Emitter-Reststrom
(-Uces=32V)

(‘chs =45V)
Kollektor-Emitter-Reststrom
(~Uces=32V; Ty=150°C)
(~Uces=45V; Ty,=150°C)
Emitter-Basis-Reststrom
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(~{ceo=2 mMA)
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(1eso =1 pA)

* AQL =0,656%

48

0,25 (3,12 bis 0,55)

7
8

(0,68 bis 1,05)

BCW61 BCX71
—Ices <20 - nA*
—Iogs - <20 nA*
—lces <20 - A
—Ices - <20 HA
~Ieso <20 <20 nA*
—U sRriceo >32 >45 Vv
~Uereso >5 >5 v



BCWé1

BCX71
Dynamische Kenndaten (7, =25 °C) BCW 61 BCX71
Transitfrequenz (Ic =10 mA;
—Uce=5V; f=100 MHz) fr 180 180 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
(~Ucgo=10V; f=1 MHz) Cceo <6 <6 pF
Emitter-Basis-Kapazitat
(~Uggo=0,5V; f=1 MHz) Cero 11 11 pF
Rauschmald (-I=0,2 mA);
~Uce=5V; Rc=2 kQ;
f=1kHz; 4f=200 Hz) F 2 (<6) 2 (<6) dB
Vierpoldaten: (/o =2 mA; Uce=5V; f=1 kHz)
B-Gruppe ‘ A; G l B; H | C;J |D; K [
Pire 2,7 3,6 4,5 7,5 KQ
(1,6 bis 4,5) (2,5 bis 6) (3,2 bis 8,5) (4,5 bis 12)
A1z 1,5 2 2 3 1074
hzie 200 260 330 520 -
(125 bis 250) (175 bis 350) (250 bis 500) (350 bis 700)
hose 18 (<30) 24 (<50) 30 (<60) 50 (<100) us
Schaltzeiten:
Arbeitspunkt:
—Ic:—dg :Iga=10:1:1mA; Ry =5k®Q; R,=5kQ; Ugs=3,6; R_=990 Q
ty 35 ns ts 400 ns
t, 50 ns t; 80 ns
tein 85 (<150) ns taus 480 (<800) ns
MeRschaltung fiir Schaltzeiten
+Upp =10V(Ugg)
1us
q‘jr-mv
Osz.
g:gno: h<5ms
Ai-502 22100k

'__
/
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BCW61

BCX71
Temperaturabhingigkeit der Zulissige Impulsbelastbarkeit
zulassigen G lustlei g K fiir Glassubstrat 7 X7 x 1 mm
mw  Pot=F(Ty) Wa g =f (t); v =Parameter
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BCwé1

BCX71
Stromverstiarkung B =f (/) Stromverstirkung B =1 ([¢)
Uece=1V; Ty =Parameter Uge=1V; T, =Parameter
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BCX71 G BCX 71 H
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BCW61
BCX71

A/G

52

Ausgangskennlinien Ic =f (Uce)
mA Ig =Parameter
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Ausgangskennlinien /¢ =f (Ucg)

MA  Uge = Parameter
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BCWé61

BCX71
Ausgangskennlinien 7. =7 (Ugg) Ausgangskennlinien /. =7 (Ucg)
UA I =Parameter MUA Uge =Parameter
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BCW61
BCX71

Sittigungsspannung Uge... =1 (I¢)
mA B =40; T, =Parameter

Sattigungsspannung Ucesa =1 ([c)
mA B =40; T, =Parameter
e == 0 = —
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BCW61

BCX71
Stromabhéngigkeit der Sp gsabhéngigkeit der
h-Parameter h-Parameter
he (lc) he (Uce)
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NPN-Transistoren fiir NF-Treiberstufen und
Schalteranwendungen

BCW65
BCWE66

BCW65 und BCW66 sind epitaktische NPN-Silizium-Transistoren mit Plastikumhillung
23A3 DIN 41869 (T0O-236) fiir NF-Treiberstufen und Schalteranwendungen sowie univer-
sellem Einsatz. Sie eignen sich besonders fiir Dick- und Dunnfilmschaltungen. Beide Typen
BCW 65 und BCW 66 werden durch den Buchstaben »E« gekennzeichnet, der danebenstehende
Buchstabe (A, B oder C fiir den Typ BCW65 und F, G, H, fiir den Typ BCW66) gibt die
jeweilige Stromverstérkung des Transistors an. Die Komplementértransistoren dazu sind
BCW67 und BCW68. Auf Wunsch sind diese Transistoren mit geanderter AnschluRfolge
(»E« und »B« vertauscht) unter der Bezeichnung BCW65R und der Bestempelung »ET«, »EU«
und »EW«, sowie BCW66R und der Bestempelung »EX«, »EY« und »EZ« lieferbar.

Typ ] Stempel | Bestellnummer Typ | Stempel | Bestellnummer
BCWG65A EA Q62702-C457 BCW65RA | ET Q62702-C925
BCW65B EB Q62702-C458 BCW65RB | EU Q62702-C926
BCW65C EC Q62702-C489 BCW65RC | EW Q62702-C927
BCWG66F EF Q62702-C460 BCW66RF | EX Q62702-C928
BCW66 G EG Q62702-C461 BCW66RG | EY Q62702-C929
BCW66H EH Q62702-C462 BCWG66RH | EZ Q62702-C918
1£0,051+0,05
Baning 0140015
I.Jt;i ‘I BLT v 1
. S B
| ual i‘
C S |
q—l \
o
0,4+0,03 01..0,25 Mafe in mm
" )
305 12-035  Gewicht etwa 0,02 g
Grenzdaten BCW65 BCW66
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 60 75 \%
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 32 45 \
Emitter-Basis-Spannung Uggo 5 5 \%
Kollektorstrom Ic 800 800 mA
Kollektro-Spitzenstrom (¢ <10 ms) Icm 1 1 A
Basisstrom Ig 100 100 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +150 |-55 bis +1560 | °C
Gesamtverlustleistung (7, =25 °C)
auf Glasfasersubstrat (30 x 12 x 1,5 mm)
oder Keramiksubstrat (30 X 12X 1 mm) Py 350") 3507) mw
Waiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Umgebung bei Montage auf:
Keramiksubstrat (30 X 12 x 1 mm) Rinsu =358 =358 K/W
Glasfasersubstrat (30X 12 x 1,5 mm) Risu =358 =358 K/W

') Die zuldssige Gesamtverlustleistung ist durch den jeweils einbaubedingten Warmewiderstand gegeben, mit

Ty

p = _ Timax—
ul T o

Rinsu
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BCWe65
BCW66

Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Die Transistoren BCW 65 und BCW 66 werden nach der statischen Stromverstarkung B grup-

piert und mit Buchstaben gekennzeichnet.

B-Gruppe
fir BCW65 A B C
fur BCW66 F H
Uce I B B B
v mA 1c/lg 1/1g Ic/1g
10 0,1 >35 >50 >80
1 10 >75 >110 >180
1 100 >160 250 350

(100 bis 250)* (160 bis 400)* (250 bis 630)*
2 500 >35 >60 >100
Sattigungsspannungen Ucesat (V) | Usesar (V)
Ic=100 mA; Iz =10 mA 0,3 -
1.=500 mA; Iz=50 mA 0,7 <2

BCW65 BCW66

Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uce=32V) ITces <20 - nA*
(Uce =45V) Iceg - <20 nA*
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uces=32V; Ty=150 °C) Iees <20 - uA
(Uces=45V; Ty=150 °C) Ices - <20 uA
Emitter-Basis-Reststrom
(UEBO = 4 V) IEBO <20 <20 nA*
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
({ceo =10 mA) U @ryceo >32 >45 V*
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(Teso =10 pA) U srjeso >6 >b V*
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Ic =10 uA) Ueryces >60 >75 \

* AQL =0,65%
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BCW65

BCW66
Dynamische Kenndaten (7, =25 °C) BCW65 BCW66
Transitfrequenz (I =20 mA;
Uce=10V; f=100 MHz) fr >100 >100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
(Ucgo=10V; f=1 MHz) Ccro 8 (<12) 8 (<12) pF
Emitter-Basis-Kapazitat
(Uggo=0,5V; f=1 MHz) Ceso <80 <80 pF
Rauschmal (Ic=0,2 mA; Ue=5V;
Rs=1kQ; f=1 kHz) F 2 (<10) 2 (<10) dB
Schaltzeiten:
(Ic=150 mA; Ig; =—1g,=15 MA; tein <100 <100 ns
R_=150 Q) taus <400 <400 ns
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BCWe65
BCW66
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BCWe65

BCW66
Stromverstarkung 8 =f (/) Stromverstérkung B =f ()
Uce=1V; T, =Parameter Uce=1V; Ty =Parameter
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BCWé65
BCW66
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BCWe65
BCW66

Sattigungsspannung Uceoo =F (I¢)
mA B =10; T, =Parameter
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PNP-Transistoren fiir NF-Treiberstufen und BCW 67
Schalteranwendungen BCW 68

BCW 67 und BCW 68 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren mit Plastikumhillung
23A3 DIN 41869 (TO-236) fiir NF-Treiberstufen und Schalteranwendungen. Sie eignen sich
besonders fiir Dick- und Dinnfilmschaltungen. Beide Typen BCW 67 und BCW 68 werden
durch den Buchstaben »D« gekennzeichnet, der danebenstehende Buchstabe (A, B, C fur den
Typ BCW 67 und F, G, H fiir den Typ BCW 68) gibt die jeweilige Stromverstérkung des Tran-
sistors an. Die Komplementértransistoren dazu sind BCW 65 und BCW 66. Auf Wunsch sind
diese Transistoren mit gednderter AnschluBBfolge (»E« und »B« vertauscht) unter der Bezeich-
nung BCW67R (Stempel »DT«, »DU« und »Dw«), sowie BCW68R (Stempel »DX«, »DY« und
»DZ«) lieferbar.

Typ | Stempel | Bestellnummer Typ | Stempel | Bestellnummer
BCW67 A DA Q62702-C463 BCW67RA | DT Q62702-C921
BCW67B DB Q62702-C464 BCW67EB | DU Q62702-C919
BCW67C DC Q62702-C465 BCW67RC | DW Q62702-C1060
BCWG68F DF Q62702-C466 BCWG68BRF | DX Q62702-C922
BCW68G DG Q62702-C467 BCW68RG | DY Q62702-C923
BCW68H DH Q62701-C468 BCW68RH | DZ Q62702-C924
1£0,0512005 Gewicht etwa 0,02 g

EI{;_T!;E 3 0120015

|
C

04003
3. g5

MaRe in mm

Grenzdaten BCW 67 BCW 68
Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 45 60 \
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 32 45 \"
Emitter-Basis-Spannung —Uggo 5 5 \
Kollektorstrom —Ic 800 800 mA
Kollektorspitzenstrom —Icm 1000 1000 mA
Basisstrom —1Ig 100 100 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 150 °C
Lagertemperatur Ts -55 bis +150 | —55 bis +150 | °C
Gesamtverlustleistung (7, =25 °C)

auf Glasfasersubstrat (30 X 12 X 1,5 mm)

oder Keramiksubstrat (30 X 12x 1 mm) Py 3507) 3507) mwW

Wirmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Umgebung bei Montage auf:

Glasfasersubstrat (30 X 12 X 1,5 mm) Rinsu = 358 = 358 K/W
Keramiksubstrat (30 X 12X 1 mm) Rinsu = 358 = 358 K/W
) Die zulassige Gesamtverlustleistung ist durch den jeweiligen, einbaubedingten Warmewiderstand gegeben, mit
po_ Timu=To

RINJU
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BCW 67
BCW 68

Statische Kenndaten (7, = 25 °C)

Die Transistoren BCW67 und BCW68 werden nach der statischen Stromverstirkung B
gruppiert und mit Buchstaben gekennzeichnet.

B-Gruppe
fur BCW67 A B C
fur BCW68 F G H
“Uce —c B B B
\Y% mA | I/l I/ Io/lg
1 10 >75 >120 >180
1 100 170 260 350

(100 bis 250)* (160 bis 400)* (250 bis 630)*
2 500 >35 >60 >100
Séattigungsspannungen ~Ucesar (V) | ~Ugg sat (V)
~Ic =100 mA; I = 10 mA <0,3 -
—Ic = 500 mA; —Ig = 50 mA 0,7 <2

BCW67 BCW68

Kollektor-Emitter-Reststrom
(~Uces = 32 V) —I ces <20 - nA*
(~Uces =45 V) —Ices - <20 nA*
Kollektor-Emitter-Reststrom
(_UCES =32 V, TU =150 OC) —ICES <10 - MA
(~Uces =45 V; Ty = 150 °C) —Ices - <10 uA
Emitter-Basis-Reststrom
(_UEBO =4 V) —IEBO <20 <20 nA*
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Iceo = 10 mA) —U@riceo >32 >45 A
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(Heso = 1 pA) U @rjeso >5 >5 \Ad
Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)
Transitfrequenz (I = 80 mA;
—Uce=10V; f =100 MHz) fr >100 >100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
(—Ucgo = 10V; f =1 MHz) Cego 12 (<18) 12 (<18) pF
Emitter-Basis-Kapazitat
(~Ugso =0,5V; f=1MHz) Ceso <80 <80 pF
RauschmaR (I = 0,2 mA; Uce =5 V;
Te =1kQ; f =1kHz; Af = 200 Hz) F 2 (<10) 2 (<10) dB

* AQL =0,65%
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BCW 67
BCW 68

K Zulissige Impulsbelastbarkeit

Temperaturabhangigkeit der
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BCWeé67

66

Stromverstirkung B8 =f (I¢)
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BCWeé67

BCW68
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BCW67
BCW68

Siattigungsspannung Uggea =1 (1)
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren BCX 41

BCX41 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse 23 A 3
DIN 41869 (TO-236).

Dieser Transistor ist besonders fir NF-Vor- und Treiberstufen, sowie fir universelle Anwen-
dungen bei héheren Sperrspannungen in Dinn- und Dickfilmschaltungen geeignet. Der
Transistor wird mit den Codebuchstaben »EK« gekennzeichnet.

Auf Wunsch wird der Transistor mit gednderter AnschluRfolge (E und B vertauscht) unter der
Bezeichnung BCX41R und der Bestempelung »ES« geliefert.

Typ | Stempel ] Bestellnummer 10051005
BCX 41 ‘ EK I Q62702-C946 EEE*; e S
BCX41R | ES Q62702-C1061 e e T
| i
C s ¥
0,4+0,03 d
—3. 55—
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm

Grenzdaten (7, = 25 °C)
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 125 \%
Kollektor-Basis-Spannung Ucsgo 125 \%
Emitter-Basis-Spannung Uego 5 \%
Kollektorstrom Ic 800 mA
Kollektorspitzenstrom (t <10 ms) Iem 1 1A
Basisstrom Ig 100 mA
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur T —55 bis +150 °C
Verlustleistung (7, =25 °C) Piot 350 mw
(Glasfasersubstrat 30 x 12 x 1,56 mm oder
Keramiksubstrat 30 x 12 X 1 mm
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Umgebung bei Montage auf:
Keramiksubstrat (30 x 12 x 1 mm) Rusu <358 K/W
Glasfasersubstrat (30 X 12 X 1,5 mm) Rinou <358 K/W
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren BCX 41
Statische Kenndaten (7, = 25 °C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Ic = 10 mA) Ugryceo | >125 \"
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Ic = 100 pA) Ugrices | >125 Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Ic = 100 pA) Uegreeo | >5 \Y
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic = 300 mA; Iz = 30 mA) Ucesat <0,9 \
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic =300 mA; Iz =30 mA) Ugesat <1,4 \"
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uce = 100 V) Ices <100 nA
(Uceg =100 V; T, =150 °C) Tees <10 uA
(Uce =100 V; Ty =85°C; Uge =0,2V) Lcex <10 pA
(Ucg =100 V; Ty =125°C; Ugeg = 0,2 V) T ex <75 uA
Emitter-Basis-Reststrom

(Ugg =4 V) Iego <100 nA
Stromverstarkung

(Ic =100 pA; Ucg =1 V) B >25 -
(Ic =100 MA; Uge = 1V) B >63 -
(Ic =200 mA; Uge =1V) B >40 -
Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)

Transitfrequenz

(Ic =10 mA; Uge =5V, f =20 MHz) fr 100 MHz
Leerlauf-Ausgangskapazitat

(Ucg =10V, I =0, f =1 MHz) Cop 12 pF
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NPN-Silizium Planar Transistor BCX 41

Temperaturabhingigkeit der Zulia'ssif?e; Implgsbelastbarkeit
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NPN-Silizium Planar Transistor

BCX 41

Ausgangskennlinien /¢ =f(Ucg)

mA Iy =Parameter (Emitterschaltung)
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NPN-Silizium Planar Transistor BCX 41

Temperaturabhingigkeit des Transitfrequenz f; =f(I¢)
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Ur maximal zulassige Sperrspannung z
10" : 7 10? i AR
v | ; v ]
— / i
lees /, fh -
)4
10? £ |
I 7 i
ya Vi |
/ 7 ==t
7 U5V 4%’ N
/ [ 1
02 / y 102 v
=7 7 Z,
7 y 4 [T
7
/ NI
/ i
] / — Mittelwert / [ m
10 H— —=Streuwert == T
= + I
- L
o 0 ‘L"i 1 B
0 20 40 60 80 100 120 140 160 °C 10 10 10 10°mA
=1y — L

Kollektorstrom I =f (Ugg)
mA
Ty =Parameter

10° '
irs0ec
! 11
R [Frsec.
I o2 !:-/U-sooc
I
:’
ik
0’ =
10"
0 1 2 3V

= Uge

73



PNP-Silizium-Planar-Transistor BCX 42

BCX42 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Transistor im Kunststoffgehduse 23 A 3 DIN 41869
(TO-236).

Dieser Transistor ist besonders fiir NF-Vor- und Treiberstufen sowie fur universelle Anwen-
dungen bei héheren Sperrspannungen in Dinn- und Dickfilmschaltungen geeignet. Der Tran-
sistor wird mit den Codebuchstaben »DK« gekennzeichnet. Auf Wunsch wird der Transistor
mit geanderter AnschluRfolge (E und B vertauscht) unter der Bezeichnung BCX42R und der
Bestempelung »DS« geliefert.

Typ ] Stempel |Bestellnummer 1200512005
*" ™ 0140015
BCX 42 l DK ' Q62702-C945 £ | 8L '
BCX42R DS Q62702-C1062 f
|
C
) 042003
3. g5
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten (7, = 25°C)
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 125 \
Kollektor-Basis-Spannung —Ucgo 125 Y
Emitter-Basis-Spannung —Uggo 5 \
Kollektorstrom —I¢ 0,8 A
Kollektorspitzenstrom (t <10 ms) —Icm 1 A
Basisstrom —Ig 100 mA
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur T, -55 bis +150 |°C
Gesamtverlustleistung (7, =25 °C)
(Glasfasersubstrat 30 X 12x 1,5 mm oder
Keramiksubstrat 30 X 12 X1 mm) P ot 350 mW
Waiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Umgebung bei Montage auf:
Keramiksubstrat (30X 12 x 1 mm) Ruuu <358 K/W
Glasfasersubstrat (30 x12x 1,5 mm) Runuu <358 K/W
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BCX 42

Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(~Ic =10 mA) —Ugriceo >125 \Y
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(=Ic=100 pA) —~U grices >125 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(—Ic =100 PA) _U(BR)EBO >5 \%
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(<1 c=300 mA; -1z =30 mA) —Ucesat <0,9 \"
Basis-Emitter-Sattigungsspannung

(—Uce =300 mA; —13 =30 mA) —Usggsat <14 \Y
Kollektor-Emitter-Reststrom

(~Uce=100V) —Ices <100 nA
(=Uce =100 V; T, =150 °C) ~I ces <10 A
(~Uce=100V; Ty=85°C; Ug=0,2V) ~I cex <10 uA
(~Uce=100V; Ty=125°C; —Ugeg =0,2 V) ~I cex <75 A
Emitter-Basis-Reststrom

(Ugg=4V) ~Iego <100 nA
Stromverstarkung

(1c=100 pA; -Uce=1V) B >30 -
(1c=100 mA; Uce=1V) B >63 -
(<Ic=200 mA; -Uge=1V) B >40 -

Dynamische Kenndaten

Transitfrequenz

(<Ic=10 mA; -Uge =5 V; f =20 MHz) fr 100 MHz
Leerlauf-Ausgangskapazitat
(~Ucg=10V; I¢=0,f =1 MHz) Cop 12 pF
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PNP-Silizium-Planar-Transistor

BCX 42

Temperaturabhingigkeit der Zulassige Impulsbelastbarkeit
zuldssige tverlustlei: g K I'naa =f (t); v =Parameter
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BCX 42

Transitfrequenz 7, =7 (/)

Temperaturabhingigkeit des
Reststromes /g5 =7 (T ) Ucg = Parameter; fy, =20 MHz; 7, =25°C
nA  fir maximal zuldssige Sperrspannung ]03 T T T 1T
0t = | 7 ’ R
| 4
- - e h
CES yd
T
| 10° T = |
- / Uee 5V 28 ----.<
i ;"/(UCE’W
/ 10 /
102 /L / 7
[ II 7,
7 /4
/
— Mittelwert L
10! ,.4/ — = Streuwert =
V4
7 i
/ “ m'} I |
10° 10’ 10’ 103 10 mA
0 20 40 60 80 100 120 140 160 °C —

]

Kollektorstrom I =f(Uge)
mA Ty =Parameter

103 T
—H £
e
-/ 1]
N II,I
T 102 Y e
SRR =—
1 -
|
G
Lk
00 =
0’
2 3V

77



PNP-Silizium-Planar-Transistor BCX 42

Ausgangskennlinien /¢ =f (Ucg) Ausgangskennlinien Ic =f (Ucg)
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren BCX 51
BCX 52
BCX 53

BCX 51, BCX52 und BCX 53 sind epitaktische PNP-Silizium-Planar-Transistoren im Kunststoff-
gehause (SOT-89).

Diese Transistoren eignen sich besonders fiir NF-, Vor- und Treiberstufen kleinerer und
mittlerer Leistung in Dinn- und Dickfilmschaltungen. Komplementartransistoren dazu
BCX54, BCX55 und BCX56.

Die Transistoren werden mit den folgenden Codebuchstaben gekennzeichnet:

Typ Stempel | Bestellnummer fe——i,6max —=
BCX51 AA Q62702-C951 18maxi=—
BCX51-6 | AB Q62702-C1063 I }
BCX51-10 | AC Q62702-C1064 £ S x5
BCX51-16 AD Q62702-C1065 == B L;E 5
BCX52 AE Q62702-C950 b
BCX52-6 AF Q62702-C1066
BCX52-10 | AG Q62702-C1067 re—

0
BCX53 | AH Q62702-C952 T o
BCX53-6 AJ Q62702-C1068 ' 10
BCX53-10 | AK Q62702-C1069 Gewicht stwa 0,1 g MaBe in mm
Grenzdaten (7, =25 °C) BCX51 BCX52 BCX53
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo |45 60 80 \Y
Kollektor-Basis-Spannung —Ucgo | 45 60 100 \
Emitter-Basis-Spannung —Uggo |5 5 5 \
Kollektorstrom —Ic 1 1 1 A
Kollektorspitzenstrom —lem 1,5 1,5 15 A
Basisstrom ~Ig 100 100 100 mA
Basisspitzenstrom —Igm 200 200 200 mA
Sperrschichttemperatur T 150 150 150 °C
Lagertemperatur T, —65 bis 150 | —65 bis 150 | —65 bis 150 | °C
Verlustleistung (7sg =60 °C)
(Keramiksubstrat
0,7 mm mit 2,6 cm? Flache) Pt 3 3 3 w
Wirmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Substratriickseite
(Keramiksubstrat
0,7 mm mit 2,6 cm? Flache) Rinysr! 30 30 30 K/W
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PNP-Silizium-Planar-Transistoren BCX 51
BCX 52
BCX 53

Statische Kenndaten (7, =25 °C) BCX51 BCX52 BCX53

Kollektor-Emitter-

Sattigungsspannung

(¢ =500 mA; I3 =50 mA) —Uceea =0,5 =05 =0,5 v

Basisspannung

(~Uce =2 V; —Ic =500 mA) “Uge | =1 =1 =1 v

Kollektor-Basis-Reststrom

(~Ucs=30V) —Iceo | =100 =100 =100 nA

(~Uce=30V; Ty=125°C) —lego | =10 =10 =10 uA

Stromverstarkung

(Uce=2V; -Ic=5mA) B >25 >25 >25 -

(Uce=2V; —Ic =150 mA) B 40 bis 250 | 40 bis 160 | 40 bis 160 | —

~Uce=2V; - =500 mA) B 25 25 25 -

Dynamische Kenndaten

Transitfrequenz

(~Uge=5V; —I. =10 mA;

fm=235 MHz) fr 50 50 50 MHz

80




PNP-Silizium-Planar-Transistoren BCX51

BCX52
BCX53
Temperaturabhangigkeit der Zulissige Impulsbelastbarkeit
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BCX51

PNP-Silizium-Planar-Transistoren
BCX52
BCX53
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren

BCX54
BCX55

BCX56

BCX54, BCX55 und BCX56 sind epitaktische NPN-Silizium-Transistoren im Kunststoff-
gehause (SOT-89).
Diese Transistoren eignen sich besonders fiir NF-, Vor- und Treiberstufen kleinerer und
mittlerer Leistung in Diinn- und Dickfilmschaltungen. Komplementértransistoren dazu
BCX51, BCX52 und BCX53.
Die Transistoren werden mit den folgenden Codebuchstaben gekennzeichnet:

Typ Stempel | Bestellnummer a—/ Bmax ——=
BCX 54 BA Q62702-C954 18maxj<—
BCX54-6 BB Q62702-C1070 )
BCX54-10 BC Q62702-C1071 £ é %
BCX54-16 |BD Q62702-C1072 pas3 EK/)8B |2 &
BCX55 BE Q62702-C955 1 R
BCX55-6 BF Q62702-C1073
BCX55-10 BG Q62702-C1074 re—
BCX 56 BH Q62702-C953 0'1'8"'“1 e
BCX56-6 BJ Q62702-C1075 ' 30
BCX56-10 BK Q62702-C1076 . '

Gewicht etwa 0,1 g MaBe in mm
Grenzdaten (7, =25 °C) BCX54 BCX 55 BCX56
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo |45 60 80 \%
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo |45 60 100 \%
Emitter-Basis-Spannung Uego 5 5 5 \)
Kollektorstrom Ic 1 1 1 A
Kollektorspitzenstrom Icm 1,5 1,5 1,5 A
Basisstrom Ig 100 100 100 mA
Basisspitzenstrom Igm 200 200 200 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 150 150 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis 150 | —65 bis 150 | —65 bis 150 | °C
Verlustleistung (7sg =60 °C)
(Keramiksubstrat
0,7 mm mit 2,56 cm? Flache) Piot 3 3 3 w
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht-
Substratriickseite (Keramiksubstrat
0,7 mm mit 2,6 cm? Fliche) wasr | 30 30 30 K/W
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren BCX54
BCX55
BCX56

Statische Kenndaten (T, =25°C) BCX54 BCX55 BCX56

Kollektor-Emitter-

Sattigungsspannung

(Ic =500 mA; Iz=50 mA) Ucgsat | =0,6 =0,5 =0,6 Y

Basisspannung

(Uce=2V; I.=500 mA) Uge =1 =1 =1 Y

Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucg=30V) Icgo =100 =100 =100 nA

(Ucg=30V; Ty=125°C) Tcpo =10 =10 =10 nA

Stromverstarkung

(Ucg=2V; Ic =5 mA) B >25 >25 >25 -

(Uce=2V; I. =150 mA) B 40 bis 250 | 40 bis 160 | 40 bis 160 | —

(Uce =2V, I. =500 mA) B 25 25 25 -

Dynamische Kenndaten

Transitfrequenz

(Uge=5bV; Ic =10 mA;

fm =35 MHz) fr 50 50 50 MHz
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren BCX54

BCX55
BCX56
Temperaturabhingigkeit der Zulassige Impulsbelastbarkeit
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NPN-Silizium-Planar-Transistoren

BCX54
BCX55
BCX56

Koliektorstrom /¢ =1 (Uge)
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NPN-Silizium-Planar-Transistor

BCX68

BCX68 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehause (SOT-89),
als Komplementartyp zum BCX69. Er eignet sich besonders fir universelle Anwendungen
kleinerer und mittlerer Leistung. Der Transistor wird mit nachfolgenden Codebuchstaben

gekennzeichnet.

Typ | Stempel | Bestellnummer

BCX 68 CA | @62702-c958

BCX68-10 | CB Q62702-C1077
BCX68-16 | CC Q62702-C1078
BCX68-25 | CD Q62702-C1079

Grenzdaten (7,=25°C)
Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisstrom
Basisspitzenstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung (7¢g =60 °C)

(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Flache)

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Substratriickseite

(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Flache)

Lomax —-ﬂ
l—

—-11‘6mux#<-7 ——11,8mux

0,8min

4,25max —»

|-{,6mu>e—

048max 0,53max

15 be—

30

Gewicht etwa 0,1 g

RthJ SR

25

20

5

1

2

100

200

150

—65 bis +150
3

<30

MaRe in mm

K/W
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BCX 68
Statische Kenndaten (T, =25 °C)

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic=1A; I3 =100 mA) U cesat 0,5 \Y
Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucg=25V) Icgo <100 nA
(Ucg=25V; T;=150°C) Icgo <10 pA
Emitter-Basis-Reststrom

(Ugg=5V) ITego <10 MA
Basis-Emitter-Spannung

(Uce=10V; Ic=5 mA) Uge <0,6 \"
(Uce=1V;Ic=1A) Uee <1 \Y
Stromverstarkung

Uce=10V; Ic=5 mA B >50 -
Uce=1V;I.=05A B 85 bis 375 -
Ucke=1V;Ic=1A B >60 -
Dynamische Kenndaten (7,=25 °C)

Transitfrequenz

(Uce=5V; Ic=10 mA; f=20 MHz) fr 65 MHz
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NPN-Silizium-Planar-Transistor

BCX68
Temperaturabhiangigkeit der zulassig Zulassige Impulsbelastbarkeit
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NPN-Silizium-Planar-Transistor

BCX68

Kollektorstrom /¢ = f (Ugg)
Uge =1V; Ty = 25°C

N

0 05 10 15V
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BCX69

BCX69 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse (SOT-89),
als Komplementartyp zum BCX68. Er eignet sich besonders flir universelle Anwendungen
kleinerer und mittlerer Leistung. Der Transistor wird mit nachfolgenden Codebuchstaben
gekennzeichnet.

Typ | Stempel| Bestellnummer —LGmax —]
BCX69 | CE | Q62702-c957 —{lfnad=— —{18max -
BCX69-10 | CF Q62702-C1080 H ¥ ¥
BCX69-16 | CG Q62702-C1081 £ 5
BCX69-25 | CH Q62702-C1082 = E &

L

048max 0,53max
15

3.0

Gewicht etwa 0,1 g MaRe in mm
Grenzdaten (7, = 25 °C)
Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 25 \Y
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 20 \
Emitter-Basis-Spannung —Uego 5 \
Kollektorstrom —Ic 1 A
Kollektorspitzenstrom —Iem 2 A
Basisstrom g 100 mA
Basisspitzenstrom —Igym 200 mA
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur T, —65 bis +150 | °C
Gesamtverlustleistung (7sg = 60 °C) P ot 3 w
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,6 cm? Flache)
Wirmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Substratrickseite
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Flache) Rinusr <30 K/W
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BCX69
Statische Kenndaten (7 = 25 °C)

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(e =1A; =Ig = 100 mA) —Uceeat | <0,6 \Y
Kollektor-Basis-Reststrom

(—Ucg =25 V) —Icpo <100 nA
(<Ucg = 25V; T; = 150°C) —Icgo <10 A
Emitter-Basis-Reststrom

(~Ugg = 5 V) —Iepo <10 HA
Basis-Emitter-Spannung

(Uce = 10V, I = 5 mA) —Uge <0,6 \Y
(~-Uce =1V, —Ic =1A) —Uge <1 \Y
Stromverstéarkung

—Uce =10V, -l =5 mA B >50 -
~Ueeg=1V,-I.=05A B 85 bis 375 -
~Uce =1V, -Ic =1A B >60 -
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Transitfrequenz

(~-Uce =5V, =Ic =10 mA; f = 20 MHz2) fr 65 MHz
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BCX69
Temperaturabhingigkeit der zulissigen Zulassige Impulsbelastbarkeit
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PNP-Silizium-Planar-Transistor

BCX69

Kollektorstrom I = f (Uge)
Uce = 1V; Ty =25 °C
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF550

BF550 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse 23 A 3
DIN 41869 (TO-236). Der Transistor ist besonders geeignet fiir den Einsatz in AM-Stufen,
AM-FM-ZF-Stufen, UKW-Tunern und FS-VHF-Mischstufen in Emitterschaltung fiir Schicht-
schaltungen. Der Transistor wird mit dem Codebuchstaben »LA« am Gehduse gekenn-
zeichnet.

Typ | Stempel | Bestellnummer 1200512005
H + i [ —
BF550  |LA | Q62702-F547 [EE | ol ¢
| :

071+0015

C
0,46+0,03
r—3_ g5
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung —-Uceo 40 \
Kollektor-Basis-Spannung —Ucgo 40 Y
Emitter-Basis-Spannung —Ukso 4 Y,
Kollektorstrom —Ic 25 mA
Basisstrom —~Ig 5 mA
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +150 | °C
Gesamtverlustleistung (7,=45 °C) Proy 110 mwW
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Luft, befestigt auf:
5x5x 1 mm Glassubstrat Riu <900 K/W
24 x12 x 1,5 mm Glasfasersubstrat Rnsu <500 K/W
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF550

Statische Kenndaten (7, = 25 °C)

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

(Hc=10 MA) _U(BH)CBO >40 v

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(¢ =2 mA) —U@gRriceo >40 Vv

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Ilg = 10 pA) —Ugrjeso >4 Vv

Kollektor-Basis-Sperrstrom

(~Ucg =30V) —Icgo <50 nA

Stromverstarkung

(Ic = 1TmA; -Uge = 10V) B >50 -

Basis-Emitter-DurchlaRspannung

(~lc =1 mA; ~-Uce = 10V) —Uge 0,72 \Y

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)

Transitfrequenz

(~Ic =1 mA; -Ucg =10 V; f = 100 MHz) fr 375 MHz

Rickwirkungskapazitét

(e =1 mA; =Uce = 10V; f =1 MHz) —Ci2e 0,35 pF

Ausgangsleitwert

(~Ic =1 mA; -Ucge =10V;

f = 450 kHz) G2ze <8 usS

f =10 MHz G22e <10 usS

RauschmalR

(e =1 mA; -Uce = 10 V; f = 100 kHz;

Rg = 300 Ohm) F 2 dB

(<Ic =2 mA; -Ugg = 10 V; f = 100 kHz;

Rs = 60 Ohm) F 3.4 dB

Vierpoldaten

(<Ic =1 mA; Uce =10V)

f = 0,45 bis 10 MHz Giie 0,55 mS
Ciie 17 pF
Yaie 35 mS
G22e 5 HS
C22e 1,3 pF
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF550

Temperaturabhingigkeit der Eingangskennlinie [, = f (Ug)
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 550
Transitfrequenz fr =f{l¢) Ausgangsleitwert g, =7 ()
Uce = Parameter; f = 100 MHz Uce=10V; f =500 kHz
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T ~.
o0 7 N 10 ] /
N \
; N\ ] /|
300 H 10 1
Ueg=2V
e / — Mittelwert
/ - = Streuwert
200 /
c
100 /
0 0
0 2.5 5 75 10 125 15mA 0 1 2 3 b 5mA
4, —
KurzschluBvorwartssteilheit (Y ,,.) =7 (/) Vorwirtssteilheit (Y,,.)
Ucge = Parameter; f =10,7 MHz ~Uge =10V
mS —— Vel
400 ‘ 0 50 100 150 200 mS
| 450KHz
|
|Y21e| )\ 107MHz
300 Z
U/c£=5 v 35MHz

200 /

100 74
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NPN-Silizium-Planar-Transistor

BF 554

BF 554 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Hochfrequenz-Transistor im Kunststoff-
gehduse 23 A 3 DIN 41869 (TO-236). Der Transistor eignet sich fiir den Einsatz in AM-FM-ZF-
Verstéarkern, sowie in Eingangsstufen im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich und VHF-FS-
Mischstufen fiir Schichtschaltungen. Der Transistor wird mit dem Codebuchstaben »CC« am

Gehéause gekennzeichnet.

Typ ! Stempel |Bestellnummer
BF 554 lcc | 062702-F551
Grenzdaten

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung

Waiarmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Luft befestigt auf:

5 x5 x 1 mm Glassubstrat
24 x12x 1,5 mm Glasfasersubstrat

1£0,05120,05
i

0,4:20,03

—3.015

Gewicht etwa 0,02 g

RthJU
RthJU

30

20

5

30

125

—65 bis +125
110

<900
<500

010015

MaRe in mm

mA

°C
mw

K/wW
K/W
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NPN-Silizium-Planar-Transistor

BF 554

Statische Kenndaten (7, =25°C)

Basis-Emitterspannung
(Uce=10V; Ic=1 mA)

Stromverstarkung
(Uce=10V; Ic=1 mA)

Dynamische Kenndaten (7,=25°C)

Transitfrequenz
(Uce=10V; Ic=1 mA, f=100 MHz)

Rauschmalfl

(Uce=10V; Io=1 mA)

bei f =200 kHz, g,=2 mS’)
beif=1MHz, g,=15mS")
bei f=100 MHz, g,=10 mS’)

MischrauschmafR}
(Uce=10V; Ic =1 mA)

bei f =200 kHz; g,=0,6 mS")
beif=1 MHz; g,=1,2 mS")
Ruckwirkungskapazitat
(Uce=10V; Ic=1mA

f =450 kHz)

Ausgangsleitwert
(Ic=1mA, Uge=10V; f=0,5-10 MHz)

') go= Generatorleitwert (

1
")

100

UBE

fr

T

_C‘l 2e

922¢

0,68

115
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 569

BF 569 ist ein PNP-Si-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse 23 A3 DIN 41869 (TO-236). Der
Transistor eignet sich besonders in UHF-Misch- und Oszillatorstufen fiir Schichtschaltungen.
Der Transistor wird mit dem Codebuchstaben »LH« am Geh&duse gekennzeichnet.

Typ | Stempel | Bestellnummer 1200512005

BF 569 [LH | Q62702-F548 155 i - 01 20015

|
C

042003

3.5

Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung ~Uceo 35 \
Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo 40 \%
Emitter-Basis-Spannung —Ukgo 3 \
Kollektor-Strom —Ic 30 mA
Basisstrom —Ig 5 mA
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur T —55 bis 150 °C
Gesamtverlustleistung Pt 110 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Luft befestigt auf:
5x5x%x1 mm Glassubstrat Ringu <900 K/W
24 x12x%x 1,5 mm Glasfasersubstrat Rinou <500 K/W
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PNP-Silizium-Planar-Transistor

BF 569

Statische Kenndaten (7, =25°C)

Kollektor-Basis-Reststrom
(—cho =20V)

Stromverstarkung
(<Ic=3 MmA; =Ucg=10V)
Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Transitfrequenz
(~Ic=3 mA; -Uce=10 V; f=100 MHz)

Kollektor-Basis-Kapazitat

(Uce=10V; f=1 MHz)

Rauschzahl

(Ic=3 mA; Ucg=10V; Rg=60 Ohm;
f =800 MHz)

Leistungsverstéarkung in Basisschaltung
(Lc=3 mA; -Ucg=10V; f=800 MHz;
R =500 Ohm)}
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 579

BF 579 ist ein PNP-Si-UHF-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse 23 A 3 DIN 41869 (TO-236).
Der Transistor eignet sich besonders fir nichtgeregelte kreuzmodulationsarme UHF- und
VHF-Vorstufen in Schichtschaltungen. Der Transistor wird mit dem Codebuchstaben »LJ«
am Gehé&use gekennzeichnet.

Typ | Stempel ] Bestellnummer 1£0,051£005
BF579  |LJ | 062702-F552 i O x00rs
EE | BOT vy 4
! 5 g
| > &
(.. s
@A
(=]
04003 01..0,25
—3.015—" 1,2-035
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Luft befestigt auf:
5x5x1 mm Glassubstrat
24 x 12 x 1,5 mm Glasfasersubstrat

RthJU
RthJU

20

25

3

30

150

-55 bis 150
110

<900
<500

mA
°C
°C
mw

K/W
K/W
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 579

Statische Kenndaten (7,=25°C)

Kollektor-Basis-Reststrom

(~Ucso=20V) —Icpo <100 nA
Stromverstarkung
(=10 mA; -Uce=10V) B >20 -

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Transitfrequenz

(<Ic =10 mA; —Uce=10 V; f =100 MHz) fr 1600 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

(~Uce=10V; f=1 MHz) Cceo 0,55 pF
Rauschzahl

(<Ic=10 mA; -Ucg =10 V; f =200 MHz;

Rg =60 Ohm) F 2,9 dB
Rauschzahl

(Ic =10 mA; -Ucg=10V; f =800 MHz);

Rs=60 Ohm) F 4,2 dB

Leistungsverstarkung
(<1c=10 mA; —Ucg =10 V; f =800 MHz;

R_=500 Ohm) Vb 16 dB
Stérspannung’)

(e =10 mA; Ugg=10 V; fyy =200 MHz;

Rs=75 Ohm) Uswrio 1230 mV

") Usisr1o, ist der Effektivwert der halben EMK eines 100% sinusmodulierten Fernsehtragers mit Rg =75 Ohm, der auf dem
Nutztrager 1% AM verursacht.
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BF 599

BF599 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse 23A
3 DIN 41869 (TO-236). Der Transistor ist durch kleine Riickwirkungskapazitat gekennzeichnet
und eignet sich vor allem zum Einsatz in nichtgeregelten VHF-Verstarkerstufen in Emitter-
schaltung fir Schichtschaltungen. Der Transistor wird mit dem Codebuchstaben »NB«am Ge-
hause gekennzeichnet.

Typ | Stempel | Bestellnummer 1200512005
BF599 NB Q62702-F550 Eg . 01 20015
| | S
| :
C
| 042003
3055

Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 25 \
Kollektor-Basis-Spannung Uceo 40 \
Basis-Emitter-Spannung Ugso 4 \%
Kollektorstrom Ic 25 mA
Basisstrom Iy 2 mA
Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +150 °C
Gesamtverlustleistung Piot 110 mWw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Luft befestigt auf:
5x5x1 mm Glassubstrat Rinsu <900 K/W
24 x 12 x 1,5 mm Glasfasersubstrat Rinu <500 K/W
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BF 599
Statische Kenndaten (7, =25°C)

Kollektor-Basis-Reststrom

(Ugg =40 V) Tcgo <100 nA
Stromverstérkung

(Uce=10V; I =7 mA) B 85 (>38) -
Basis-Emitterspannung

(Uce=10V; Ic=7 mA) Use 0,78 v
Dynamische Kenndaten (7,=25°C)

Transitfrequenz

(Uce=10V; Ic=5 mA; f=100 MHz) fr 550 MHz
Ruckwirkungskapzitat

(Uceg=10V; Ic=1mA; f=1MHz) —Ci2e 0,35 pF
Erzielbare Leistungsverstarkung

(Uce=10V; Ic=7 mA; f =35 Mhz) Voeopt” | 43 dB
Steilheit

(Ic=7 mA, Uce=10V; f=35 MHz) ['Ya1e| 200 mS

[Yaio|®

1
) Voeop =
peopt 49116 * 922e
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BF 622

BF 622 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse (SOT-89) als
Komplementartyp zu BF623.

Er eignet sich besonders fiir Video-B-Endstufen in Dinn- und Dickfilmschaltungen. Der
Transistor wird mit dem Codebuchstaben »DA« gekennzeichnet.

Typ | Stempel ] Bestellnummer rlﬂﬁmax——
BF 622 | DA | 062702-F568 ‘ﬁﬁmﬂxr‘ 18maxi=—
1

g !

& E o

= | eE\K/)B |38 &

ol g
048max (, 37n?1x
15 e
3.0
Gewicht etwa 0,1 g MaRe in mm

Grenzdaten (7, =35°C)
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 250 \Y
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 250 \%
Emitter-Basis-Spannung Uego 5 Y
Kollektorstrom I 20 mA
Kollektorspitzenstrom Icm 100 mA
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis 150 °C
Gesamtverlustleistung (7sg =60°C)") Prot 2 w
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Flache)
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Substratrickseite
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,6 cm? Flache) Ring sr 45 K/W

') Tsr=die Temperatur der Substratriickseite unterhalb des Transistors. Bei Klebung des Substrates auf Kiihlkdrper ist
T sr mit der Kiihikérpertemperatur identisch.
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BF 622

Statische Kenndaten (7 = 25°C)

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung U @ryceo >250 \%
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung U gryceo >250 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung U grjeso >5 \%
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucg=200V Tcgo <100 nA
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Rge =10 kOhm, Uce=200V; T, =150 °C) Icer <50 nA
Emitter-Basis-Reststrom
(Ugg=5V) Tgpo <10 A
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=25 mA; T;=150°C) U cesatir 20 Y
Stromverstarkung
(Ic=25 mA; Ucg=20V) B >50 -
Dynamische Kenndaten (7, =25°C)
Transitfrequenz
(Uce=10V; I =10 mA) f+ >60 [ MHz
Ruckwirkungskapazitat
(Ucg=30V) —Ci2e <1,6 pF
Rickwirkungszeitkonstante
(Ucg=20V; I =10 mA; f=10,7 MHz) To6:Chbr <70 ps
Temperaturabhéngigkeit der Zuliassige Impulsbelastbarkeit ., 55 = f ()
zulissigen G 1 ctlal g v = Parameter
Prot =f (Tgr) L
W w
2 \ 10?
5
Piot \ Tin sk =5 I
\ 0, _.-—l—“'—-"
T \thJSR-L’S Kiw —FT 1%
0,2 111
10' 2
.1
\ 5 ot
1 \‘ |
\ 7
0%
3
\ 5
AY
\
\-
\
0 107 l
0 50 100 150 °C 10

— TR
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PNP-Silizium-Planar-Transistor

BF 623

BF 623 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse (SOT-89) als

Komplementartyp zu BF622.

Er eignet sich besonders fiir Video-B-Endstufen in Dinn- und Dickfilmschaltungen. Der Tran-
sistor wird mit dem Codebuchstaben »DB« gekennzeichnet.

Typ |Stempe| |Bestellnummer
BF623 | DB |Q62702-F567

Grenzdaten (7,=25°C)

Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Kollektorspitzenstrom
Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Gesamtverlustleistung (7 sg =60°C)")
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Flache)

Wiarmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Substratriickseite
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Flache)

LEmax —»

‘—>11,6mux{<— ——-11,8 max
-]
.

—

0,8min

4,25max —»

'-—Z,Smme—

048max 377\_ux

1,5 be—

3,0
Gewicht etwa 0,1 g

~Ucso | 250
—Uceo | 250
—Ueso |5
—Ic 20
—Iem 100
T 150
T, —65 bis 150
Ptot 2
RthJSR 45

MaRe in mm

mA
mA
°C
°C

K/W

') Tsr=die Temperatur der Substratriickseite unterhalb des Transistors. Bei Klebung des Substrates auf Kihlkérper ist

Tsr mit der Kiihlkérpertemperatur identisch.
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 623
Statische Kenndaten (7,=25°C)

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung —U griceo >250 \%
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung —Ugriceo >250 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung —U @rjEeso >5 \'
Kollektor-Basis-Reststrom

(~Ucs =200 V) —Icro <100 nA
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Rge =10 kOhm, —Uce =200 V; T;=150°C) —Icen <50 uA
Emitter-Basis-Reststrom

(~Uge=5V) —Iego <10 uA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(=25 mA; 7;=150°C) —U cesathF 20 Y
Stromverstarkung

(Ic=25 mA; -Uc=20V) B >50 -
Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Transitfrequenz

(~Uce=10V; -I.=10 mA) fr >60 | MHz
Rickwirkungskapzitat

(Uecg=30V) —C12e <1,6 pF
Ruckwirkungszeitkonstante

(~Ucg=20V; I =10 mA; f=10,7 MHz) T'oo,Cobs <70 ps

Temperaturabhangigkeit der
lissigen G NP g

Pt =F (Tsr)

W
2

\
\R,h Jsr =5 KIW

L=

4=

0 50 100

— TR

110

150 °C

TthisR

3 ==

Impulsbelastbarkeit ., sr = (t)
v =Parameter

wi

10°¢ 10°




PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 660

BF660 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse 23A
3 DIN 41869 (TO-236). Der Transistor eignet sich fir VHF-Oszillatorstufen, speziell zur An-
steuerung von MOS-FET-Mischstufen, sowie fiir nichtgeregelte VHF-Verstéarkerstufen in
Schichtschaltungen. Der Transistor wird mit dem Codebuchstaben »LE« am Geh&use ge-
kennzeichnet.

Typ ] Stempel | Bestellnummer 1f°ff1:°'°5
+ + [ ] - -
.\ 0,140,015
BF 660 ILE | 062702-F549 [ibE | BT 4k
|
C
0,4:+0,03

r—3.g5—*1

Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung —-Uceo 30 \Y
Kollektor-Basis-Spannung —Ucgo 40 \Y
Emitter-Basis-Spannung —Uggo 4 \Y
Kollektorstrom —Ic 25 mA
Emitterstrom —Ie 30 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Ts —b5 bis 150 °C
Gesamtverlustleistung Piot 110 mw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Luft befestigt auf:
5x5x1 mm Glassubstrat Rinsu <900 K/W
24 x 12 x 1,5 mm Glasfasersubstrat Riuu <500 K/W
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 660
Statische Kenndaten (7, =25°C)

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

(<Ic=10 pA) ~U griceo >40 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(<Ic=2 mA) —Ugriceo >30 \"
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(=le=10 pA) _U(BR)EBO >4 v
Kollektor-Basis-Reststrom

(~Ucs=20V) —Icgo <50 nA
Stromverstarkung

(~Ic =3 mA; -Uce=10V) B >30 -
Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Transitfrequenz

(~Ic=5 mA; -Uce=10V; f=100 MHz) fr 650 MHz
KurzschluB-Ruckwirkungskapazitat

(~Uce=10V; -Ic=1mA; f=1 MHz) —Ci2e 0,65 pF
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PNP-Silizium-Planar-Transistor

BF 767

BF767 ist ein PNP-Silizium-Planar-Transistor mit passivierter Oberflaiche im Kunststoffge-
h&use 23 A 3 DIN 41869 (TO-236). Der Transistor ist besonders geeignet zur Verwendung
in rauscharmen, geregelten VHF- und UHF-Vorstufen fiir Schichtschaltungen. Der Transistor
wird mit dem Codebuchstaben »LG« am Gehiuse gekennzeichnet.

Typ | Stempel | Bestellnummer
BF767 | LG | Q62702-F553
Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basis-Strom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Luft, befestigt auf:
5x5x 1 mm Glassubstrat
24 x12 x 1,5 mm Glasfasersubstrat

10,051 10,05

0,1+0015

. -~ g
| oo
C .
0,4+003 o 01..0,25
3. g5 1,2-035
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
—Uceo 30 \
—Ucgo 30 \'%
—Ueso 3 \Y
-Ic 20 mA
~lg 5 mA
T, 150 °C
Te —55 bis +150 | °C
Pt 110 mw
Reou | <900 K/W
Resu | <500 K/W
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 767

Statische Kenndaten (7, =25°C)

Kollektor-Basis-Reststrom

(_UCBO =15 V) _ICBO <100 nA
Stromverstarkung
(~Uce=10V; —-Ic =3 mA) B 60 (>15) -

Emitter-Basis-Reststrom
(—lc=0; -Ugg=3V) —lepo <10 uA

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Transitfrequenz
(~lc=3 mA; -Ucg=10V; f =100 MHz) fr 950 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
(—Ucg=10V; f=1 MHz) Ccso 0,32 pF

Leistungsverstarkung in Basisschaltung
(~Ic=3 mA; —Ucg=10V; f =800 MHz,
R, =500 Ohm) Voo 13 dB

Kollektorstrom fur 30 dB Abregelung
(f =800 MHz, Ucc =12 V, Rc =1 kOhm

R,=60 Ohm, R, =500 Ohm) Ic 7 mA
Rauschzahl

(c=3 mA; ~Ucg =10 V; Rg =60 Ohm

f =800 MHz) F 37 dB
(e=3 mA, —-Ucg=10V; Rz =60 Ohm

f =200 MHz) F 2,9 dB
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BFN 20

BFN 20 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse (SOT-89)
als Komplementartyp zu BFN 21

Er eignet sich besonders fiir Video-B-Endstufen in Diinn- und Dickfilmschaltungen. Der Tran-
sistor wird mit dem Codebuchstaben »DC« gekennzeichnet.

Typ | Stempel ] Bestellnummer
BFN20 | DC | Q62702-F584 —={1max= —{l8mox

4,25max —»

048max 053max

15 b
3,0
Gewicht etwa 0,1 g MaRe in mm
Grenzdaten (7, =25°C)
Kollektor-Emitterspannung (Rge =2,7 k) Ucer 300 \Y
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 300 \
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 300 \
Emitter-Basis-Spannung EBO 5 \%
Kollektorstrom 1 20 mA
Kollektorspitzenstrom Icwm 100 mA
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis 150 °C
Gesamtverlustleistung (Tsg = 60 °C)") Pt 2 w
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Flache)
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Substratriickseite
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Flache) Runusr 45 K/W

') Tsp = die Temperatur der Substratriickseite unterhalb des Transistors. Bei Klebung des Substrates auf Kiihlkérper ist
T sr mit der Kihlkérpertemperatur identisch.
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BFN 20
Statische Kenndaten (7, = 25°C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (Rge = 2,7 kQ)  Uggrycen >300 \'
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung U sryceo >300 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung U griceo >300 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung U gryeso >5 \%
Kollektor-Basis-Reststrom

(Ueg = 250 V Icgo <100 nA
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ree =2,7 kOhm, Uce =300 V; 7; =150 °C) Icer <50 uA
(Ree =2,7 kOhm, Uce=300V; Ty =25"°C) Icer <1 A
Emitter-Basis-Reststrom

(Ugg =5 V) Ieo <10 HA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic=25 mA; T,=150°C) Ucesar 20 v
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic=10 mA; Ig=1 mA) Ucesat <0,5 Y
Kollektor-Basis-Sattigungsspannung

(Ic=10 mA; Ig=1 mA) Uggsat <1 \
Stromverstarkung

(Ic=25 mA; Uee=20V) B >40 -
Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Transitfrequenz

(Uce=10V; Ic=10 mA) fr >60 MHz
Ruckwirkungskapazitat

(Ucg=30V) —C12e <1,6 pF
Ruckwirkungszeitkonstante

(Ucg=20V; I =10 mA; f=10,7 MHz) oo, Cobs <70 ps
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BFN 20

Impulsbelastbarkeit 55 = (t)

Temperaturabhangigkeit der
v = Parameter

zuldssigen Gesamtverlustleistung

Pror=F (Tsr)

Pfo? \ T sk B ol

\

\th Jsr=b5 KIW

3 ==

W
2

v
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PNP-Silizium-Planar-Transistor

BFN 21

BFN 21 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehause (SOT-89)

als Komplementéartyp zu BFN 20.

Er eignet sich besonders fiir Video-B-Endstufen in Diinn- und Dickfilmschaltungen.
Der Transistor wird mit den Codebuchstaben »DF« gekennzeichnet.

Typ | Stempel | Bestellnummer
BFN 21 | DF | 062702-F585

Grenzdaten (7,=25°C)

Kollektor-Emitter-Spannung (Rge =2,7 kQ)
Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Kollektorspitzenstrom
Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Gesamtverlustleistung (Tgg =60°C)")
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Flache)

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Substratriickseite
(Keramiksubstrat 0,7 mm mit 2,5 cm? Flache)

') Tsg =die Temperatur der Substratriickseite unterhalb des Transistors.

Tsr mit der Kiihlkérpertemperatur identisch.
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BFN 21
Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (Rge =2,7 kQ)  —U(gr)cer >300 \Y
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung —U gricBo >300 \%
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung —U Rr)ceo >300 \%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung ~U @grjeso >5 \
Kollektor-Basis-Reststrom

(-UCB=250 V) _ICBO <100 nA
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Rge =2,7 kOhm, —Ucg =300 V; T; =150 °C) ~Icer <50 A
(Rge =2,7 kOhm, —Ug =300 V; T,=25°C) ~I cer <1 uA
Emitter-Basis-Reststrom

(Uge=5V) —Iepo <10 uA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(~Ic =25 mA; T; =150 °C) —U cesatrr 20 Vv
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(~Ic=10 mA; —-Ig=1 mA) —Ucesat <1 \
Kollektor-Basis-Sattigungsspannung —Upggsat <1 \
(/=10 mA)

Stromverstarkung

(de=25mA; —Uce =20 V) B >40 -
Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Transitfrequenz

(<Uce=10V; =Ic =10 mA) fr >60 MHz
Riickwirkungskapazitat

(-Ucg=30V) —Cize <1,6 pF
Rickwirkungszeitkonstante

(~Ueg=20V; Ig=10 mA; f=10,7 MHz) Tob:Cobr <70 ps
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BFN 21

Temperaturabhéngigkeit der Impulsbelastbarkeit r,, 55 =7 (t)
lassigen G 1 istung v =Parameter
Piot =T (Tsr) K
W W
2 \ 10
5
Pot \ finsR v M
\ e
\th | or=b5 KIW i s
0,2 | 41T
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor BFQ 17

BFQ17 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehduse
(SOT-89) fur aligemeine Anwendungen bis in GHz-Bereich.

Dieser Transistor ist fir Schichtschaltungsanwendungen besonders geeignet.

Der Transistor wird mit den Codebuchstaben »FA« gekennzeichnet.

Typ | Stempel | Bestellnummer I‘*‘nﬁmﬂxﬁ
BFQ17 | FA | 062702-F526 —16mag= —Hfi8mad=-
]
¥ 5
048max 0, 3‘m71x
15 ke—
3.0
Gewicht etwa 0,1 g MaRe in mm
Grenzdaten (7,=25°C)
Kollektor-Basis-Spannung Ucego 40 \
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge = 50 Q) Ucer 40 \
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 25 Y
Emitter-Basis-Spannung Ueeo 2 \Y
Kollektorstrom I 150 mA
Kollektorspitzenstrom (f = 1 MHz) Icm 300 mA
Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagertemperatur Te —65 bis 150 °C
Gesamtverlustleistung (7, = 25 °C) Pio') 1 w
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rinsu 125 K/W
Kollektorsperrschicht-Substratriickseite') Rinssr 60 K/W

) Keramik-Substrat 0,7 mm mit 2,5 cm?2 Flache.
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor

BFQ 17

Statische Kenndaten (7, =25°C)

Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucgo=20V; T,=150°C)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic =100 mA)

Stromverstarkung

(Ic =50 mA; Uce=5V)

(Ic=150 mA; Ugeg=5V)

Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Transitfrequenz

(Ic =150 mA; U =15 V; f=500 MHz)
Rauschzahl

(Ic=30mA; Ucg=15V; f=200 MHz; R;=75 Q)
Kollektor-Basis-Kapazitat

(Ucgo=15V; f=1 MHz)

Ruckwirkungskapazitat
(Ic=10mA; Uce=15V; f=1 MHz)

ICBO

1
UCEsat )

B
B

fr

CCBO

_C1 2e

1A
o

1A
A

') Fur die Kennlinie die bei /5 = konst. durch den Kennlinienpunkt /c =110 mA; Uce =1V verléuft.
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor BFQ 17

Temperaturabhangigkeit der

Zulassige Impuisbelastbarkeit
zulassigen Gesamtverlustleistung

ruwse =f (t) v =Parameter

Ptct:f(ru) K
W W
1 10° =t
5 ==
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T LA
T \ T 02 7%
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— o874
oOpk
02
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B 10°
5
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0 50 100 150 °C 0% 10° 10* 107 102 107 10°s

-t
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor BFQ 19

BFQ 19 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehiduse (SOT-89)
zur Anwendung in Breitband- und Antennenverstéarkern bis in den GHz-Bereich.

Dieser Transistor ist besonders fiir Schichtschaltungsanwendungen geeignet.

Der Transistor wird mit den Codebuchstaben »FB« gekennzeichnet.

Typ ‘ Stempel | Bestellnummer LEmax —
BFQ19 | FB | 062702-F575 -

- Lj

- R

048max (Q, 377\—ux
15 b
30
Gewicht etwa 0,1 g MaBe in mm

Grenzdaten (7,=25°C)
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 20 \
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 Y
Emitter-Basis-Spannung Uggo 2 Vv
Kollektorstrom Ic 75 mA
Kollektorspitzenstrom (f =1 MHz) Icw 150 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +150 | °C
Gesamtverlustleistung (T, =87,5 °C) Pui') 500 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Umgebung Rnou 125 K/W
Kollektorsperrschicht-Substratriickseite') Rinasr 90 K/W

') Keramik-Substrat 0,7 mm stark mit 2,5 cm? Flache.

124



NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor BFQ 19

Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Kollektor-Basis-Reststrom

(UCBO = 10 V) ICBQ é 100 nA
Stromverstarkung
(Ic=50 mA; Uce =10 V) B 50 -

Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Transitfrequenz

(Ic =50 mA; Ugg=10V; f =500 MHz) fr 5 GHz
(Ic=75 mA; Ucg=10 V; f =500 MHz) fr 5,5 GHz
Rauschzahl

(Ic=50 mA; Uceg=10V; f=500 MHz) F 3,3 dB
Kollektor-Basis-Kapazitat

(Ucgo=10V; f=1 MHz) Cceo 1,3 pF
Rickwirkungskapazitat

(Ic=10mA; Uce=10V; f=1 MHz) —C12 0,8 pF
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor BFQ 19

Temperaturabhangigkeit der Zuiassige Impuilsbelastbarkeit
zulissigen G lustlei g riwgsr =1 (t) v = Parameter
Piot= f (TU)

X
W W
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NPN-Silizium-Mikrowellentransistor BFQ 28

BFQ28 ist ein rauscharmer NPN-Silizium-Mikrowellentransistor flir Kleinsignalstufen bis
4 GHz. Das Keramik-Bandleitungsgehause ist der Diinn- und Dickschichttechnik besonders
angepaldt. Der Transistor wird mit der vollen Typenbezeichnung bestempelt.

Typ i Bestellnummer M
-Emitter
BFQ28 | Q62702-F527 605 o -
= r P S
Z 7 ) =
SN = ;:A N\ ® 3
" Basis Kollektor !
_/Emltter ™ W.H-_u,a
—.. j— *ms
10 0’1—0,03
Gewicht etwa 0,3 g
Grenzdaten (7, =25 °C)
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 \%
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 20 \%
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 20 \
Emitter-Basis-Spannung Uggo 1,5
Kollektor-Strom Ic 15 mA
Kollektor-Spitzenstrom (¢ =10 us) Icm 20 mA
Lagertemperatur Ts —65 bis +200 | °C
Maximale Sperrschichttemperatur T 175 °C
Gesamtverlustleistung (75=25 °C) Prot 200 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Gehause Riuve | =250 | K/W
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NPN-Silizium-Mikrowellentransistor BFQ 28

Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucgo=10V) Icgo =1 uA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Ic=1 mA) U gr)ceo =15 \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

(Ic=0,1 mA) U gricso =20 Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Ie =0,1 mA) U grjeso =15 \"
Stromverstarkung

(Ic=10 mA; Uge=10V) B =20 -
Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Kurzschlu3stromverstarkung

(Ic=10 mA; Uce=10V; f=1 kHz) Bo 60 -
KurzschluB-Ruckwirkungskapazitat

(Ic=1mA; Uge=10V; f=1MHz) —Cize 0,25 pF
Rauschzahl

(Ic=3mA; Uce=10V; =2 GHz; Zg=2Z¢ opt) F min 3 dB

Leistungsverstarkung

(Ic=15 MA; Uceg=10V; f=2 GHz;
Z =2, opt/ Zg=2Zq opt) Vpe opt 14 dB
Einfligungsverstarkung

(Ic=10 mA; Uce=10V; f=2 GHz;

Zg=2Z =50 Q) 1S21ef? 9,5 (>8) dB
Verstiarkung bei Rauschanpassung Einfligungsverstarkung
Vo =fle); Fon=Ff Ic) [Sa1el? =F (Ic); Uce = Parameter;
dB Uce=10V; Ff=2GHz dB Z5=2Z, =50 Q; f=2GHz
12 12
V. fain o ~~ 2 5 v
10 1Szl 10 =
T A = 18V
7 LV
) T Zaganll
8 8 N t
i \i v
) A . N\
6 6 — N
/
/ Uee=1V|
4 4
~ F'_”_——-——‘"_— \
2 2 \
0 0
0 2 &4 6 8 10 1 1% 16mA 0 2 & 6 8 10 12 1% 16mA
—_— Ic - I(
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NPN-Silizium-Mikrowellentransistor BFQ 28

flektionsfaktor S, = ()

Eingangsreflektionsfaktor S, =7 (f)

A
Zo=50 Q; Uge =10 V; Ic =10 mA Zo=50 Q; Uee=10V; Ic =10 mA

Riickwartsiibertragungsfaktor S;,. =7 (f) Vorwirtsiibertragungsfaktor S, =7 (f)
Zo=50Q; Ucg=10V; Ic =10 mA Zo=50Q; Uce=10V; Ic =10 mA
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NPN-Silizium-Breitbandtransistor BFQ 29

BFQ29 ist ein extrem rauscharmer, epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im
Kunststoffgehduse 23 A 3 DIN 41869 (TO-236) fur Vorstufenanwendungen und Breitband-
verstarker. Der Transistor ist fir den Einsatz in Schichtschaltungen, bis in den GHz-Bereich,
besonders geeignet.

Typenkennzeichnung des Transistors durch Stempelung: »KB«.

Typ | Stempel | Bestellnummer 1400512005
BFQ29 | kB | 062702-F515 [g **T_%__{ 01+001%
E i B[
! S g
| P
CH«—‘%}_[
Pl
0,4+003 01..0,25
3.5 41,2.0,3*5“
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten (7, =25°C)
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 \%
Kollektor-Basis-Spannung Ucego 20 \Y
Emitter-Basis-Spannung Uggo 2,5 \%
Kollektorstrom Ic 30 mA
Basisstrom Ig 4 mA
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +150 | °C
Gesamtverlustleistung (7, =50 °C) Prot 150 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Lotstelle
am KollektoranschluRR Rinor =330 K/W
Kollektorsperrschicht-Substratriickseite Rinssr =410 K/W

130



NPN-Silizium-Breitbandtransistor BFQ 29

Statische Kenndaten (7,=25°C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Iceo =500 uA) U ryceo >15 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Icgo =100 pA) U gryces >20 Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Iego =100 pA) U srjeBO >2,5 \
Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucgo=10V) Icpo <50 nA
Stromverstarkung

(Ic=10mA; Ueg=6V) B =30 -

Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

KurzschluB-Stromverstéarkung

(Ic=10 mA; Ugeg=6V; f=1 kHz) Bo 70 (>30) -
Transitfrequenz

(Ic=15 mA; Uce=6 V; f=200 MHz) fr 4 GHz
Kurzschlu-Rickwirkungskapazitat

(Ic=1mA; Ugeg=6V; f=1 MHz) —Ci2e 0,6 pF
Rauschzahl

(Ic=3mA; Ucg=6V; f=10 MHz; Rc=75 Q)
(Ic=4 mA; Uce=6V; f=800 MHz; Z5 =2 o)

=1 dB
dB

Rl
-
o}
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NPN-Silizium-Breitbandtransistor BFQ 29

Rauschzahl F =f (Rg)
Uce=6V;: F=10 MHz
dB

Rauschzahl £, =f (I.)
Uce=6V; Rg opi; f =10 MHz

dB
3 3
NF Fmin
T Y
I=10mA T
2 o 2 L/
y. | /
N1 A [6mA A
] e
N A /
1 \\____ ~] oA 1 LA
0 0
0 100 200 300 Q 0 10 20 30 mA
— R —_— 1,:
Transitfrequenz f; =f (/)
Uce=6V; f =200 MHz
GHz
5
f
Ty = R
/
/
/
2
1
0
0 10 20 30mA
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BFQ 29

NPN-Silizium-Breitbandtransistor

faktor Sy, =1 (f)
=10 mA

50 Q; Uge =10 V; I¢

re=Ff(f)
=10 mA

=10V; I

50 Q; Uece

Eingangsreflektionsfaktor S,

Zs

Zo

SN
A

=f(f)

Vorwirtsiibertragungsfaktor S,,,

Zo

=

=10 mA

=10V; I

50 Q; Uce

Riickwartsiibertragungsfaktor S,,,

Zo

10 mA
0

=10 V; I¢

50 Q; Uce
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor BFR 14A

BFR14A ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Mikrowelientransistor. Der Transistor
eignet sich durch seine kleine Rauschzahl, hohe Verstarkung und geringe Verzerrung fur
rauscharme Vorstufen, Breitband-, ZF- und Radarverstarker bis 4 GHz, sowie fur Oszillator-
schaltungen kleiner Leistung.

Das Keramik-Bandleitungsgehéduse ist der Dinn- und Dickschichttechnik besonders ange-
palRt und erlaubt den Einsatz in der Raumfahrttechnik. Der Emitteranschlu ist mit dem
Gehause verbunden. Der Transistortyp wird mit der vollen Typenbezeichnung am Gehéause
gekennzeichnet.

Typ | Bestellnummer D/Emmer
BFR14A | Q62702-F416 ~7 =
/ \ b
Basis Kollektor 15.
letter
2:[]'1 ——nﬂi
Gewichtetwa 0,3 g MaRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 12 \%
Kollektor-Basis-Spannung Uceo 20 \
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge =50 Ohm) Ucer 20 Y
Emitter-Basis-Spannung Ugso 2,5 \%
Kollektorstrom I 30 mA
Basisstrom Ig 4 mA
max. Sperrschichttemperatur T; 175 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 | °C
Gesamtverlustleistung (7 =25 °C) Piot 250 mw

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Umgebung Rinsu =250 K/W
bei Aufbau auf Al,0;-Keramik 16 x 25 x 0,6 mm bzw.
glasfaserverstarktes Teflon 40 x25x 1,5 mm
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor BFR 14 A

Statische Kenndaten (7, =25 °C

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Iceo =500 P-A) U(BR)CEO =12 \'%
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Icer=10 mA; Rgg =50 Ohm) Uricer =20 \"
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Teso =100 pA) U(BR)EBO =2,5 \%
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo =10 V) icgo <50 nA
(Ucgo=10V; T =150°C) Icgo <50 uA
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uce=20V; Uge=0) Ices <100 HA
Stromverstarkung

(Ic=5mA; Us=6V) B >30 -

Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Kurzschlu3-Stromverstarkung

(Ic= 5mA; Ugeg=6V,; f=1kHz) Bo 75 (=40) -

(Ic=20 mA; Uce=5V; f=1kHz) Bo 75 (=40) -

Transitfrequenz

(Ic=20 mA; Ugg=10V; f=200 MHz) fr 5 GHz

KurzschluB3-Rickwirkungskapazitat

(Ic=1mA; Ugeg=6V; f=1MHz) —C12 0,45 pF
(=0,65)

Rauschmaf3

(Ic=2mA; Usge=6V,;

f=200 MHz; Rz =100 Q) F 2 dB

(Ic=3mA; Ue=10V;

f=2GHz; Zg=2, o) F 3,8 (=5) dB

Leistungsverstarkung bei Anpassung

(Ic=15mA; Uce=10V; f =2 GHz) Ve opt 12 (=10) dB
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor

BFR 14A

Phase des Vorwirtsiiber-
tragungsfaktors Sy, =1 ()
Z,=50Q; Ue=10V
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bereich 1 bis 4 GHz

Phase des Riickwartsiuiber-
tragungsfaktors S;,. =7 (f)
Z,=50 Q; Uce=10V
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor BFR 14A

Streupa ter im Freq bereich 1 bis 4 GHz
Phase des Eingangsreflexions- Phase des Ausgangsreflexions-
faktors Sq1. =1 (f) faktors S, =1 ()
Z,=50Q; Ugg=10V Z,=50Q; Uceg=10V
+120° 20007
P
e L1400 i 400
+160° %29 -60°
+180° -80°
1600 -100°
- 14001 -120°
L
-12000 | . S14L00L L J
0 i 2 3 4 GHz 0 1 2 3 4 GHz
—f —f
Betrag des Eingangsrefiexions- Betrag des Ausgangsreflexions-
faktors Sy, =f (f) faktors S,y =7 (f)
Z,=50 Q? Uge=10V Z,=50Q; Uceg=10V
12 T 1,2
S N
[Strel 10 | [S22¢] 10
08 —oF — —— 08
I - L fes _—
- 3ImA //
06 | 3mA 08 7ma =
N ——
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[ 15mA T~
04 . — 04 —
|
| -
02 | 02
o L1 1 0 I L 1 }
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e f —f
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor

BFR14A

h

— o

138

Transitfrequenz 7; =7 (I¢)
Uge =10 V; f = 200 MHz

GHz
6

0 5 0 15 20 25mA
—
Ausgangsleistung P, =f (I)
bei 1 dB Verstarkungskompression
Uce=10V; f=2GHz
dBm
15
| /]
J/
10 /
/
/
5
0
0 10 20mA
— [

Maximale Verstirkung
vpeopt =f(Ic)
Uce=10V; f=2GHz
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor BFR 14A

Minimale Rauschzahl Aquivalenter Rauschwiderstand
Foin=F (Ic) bei Ys=Yop Rn=f(l¢) [Voe Vo2
Uge=10V; f=2GHz F=Fpin + Ry ——— 1
Re (Ys)
0 0 Uge=10V; f=2 GHz
10 30
Fmin /?n
—
: -
20 - ]
—
5 - —
| —
L
——— ‘
| 10 —
O R R B . oL 1 | L |
0 5 10 15 20mA 0 5 10 15 20mA
— [C —_— 1[:
Optimale Generatoradmittanz Intermodulationsdampfung
an::f(lc) fur F =F min dm=Flc); Uce=10V;
Yopt=Gopt +/ Bopts Uce =10V; f, =2 GHz; f, =2,003 GHz;
f=2GHz; Y,=20mS Y=Y, =20mS; Py =P, =0,23 mW
mS dB
10 70 r T
. 8 15 /—
JBopt / 1 ) LY
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor

BFR 14

BFR14B ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Mikrowelientransistor. Der Transistor
eignet sich durch seine kleine Rauschzahl, hohe Verstérkung und geringe Verzerrung fir
rauscharme Vorstufen, Breitband-, ZF- und Radarverstarker bis 4 GHz, sowie fiur Oszillator-

schaltungen kleiner Leistung bis 6 GHz.

Das Keramik-Bandleitungsgeh&use ist der Diinn- und Dickschichttechnik besonders an-
gepalt und erlaubt den Einsatz in der Raumfahrttechnik. Der Emitteranschluf? ist mit dem
Gehause verbunden. Der Transistortyp wird mit der Kurzbezeichnung »14B« am Gehause

gekennzeichnet.

Typ | Stempel | Bestellnummer
BFR14B | 14B |062702-F494
Gewicht ca. 0,3 g
MaRe in mm
Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Basis-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge =50 Ohm)
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Basisstrom

max. Sperrschichttemperatur
Gesamtverlustleistung (7 =25 °C)

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Umgebung

bei Aufbau auf Al,0,-Keramik

16 x 25 x 0,6 mm bzw. glasfaserverstarktes
Teflon 40 x25x 1,5 mm
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Piot 250
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor BFR 14B

Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Iceo =500 pA U(amceo =12 \Y
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(I cer =10 mA; Rge =50 Ohm) U gricer =20 \'%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Iego =100 pA) Ugrieso =2,5 Y
Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucso=10V) Iceo <50 nA
(Ucgo=10V; Ty=150°C) Icgo <50 uA
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ucg=20V; Ugeg=0) Ices <100 uA
Stromverstarkung

(Ic=5mA; Ucg=6V) B >30 -

Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Kurzschlu3-Stromverstarkung

(Ic=5mA; Usg=6V; f=1kHz) Bo 75 (=35) -
(Ic=20 mA; Uce =6 V; f =1 kHz) Bo 75 (=35) -
Transitfrequenz

(Ic=20 mA; Uce=6V; f=200 MHz) fr 6 GHz
KurzschluR-Ruckwirkungskapazitat

(Ic=1mA; Uce=6V;f=1MHz) —Ci2e 0,45 (=0,65) pF
Rauschmal

(Ic=2mA; Ugeg=10V;

f =200 MHz; Rz=100 Ohm) F 1,5 (=2) dB
(Ic=3mA; Uceg=10V;

f=2GHz; Z5=2Zg opt) F 3,2 (=4) dB
Leistungsverstarkung bei Anpassung

(Ic=15mA; Uce=10V;

f =2 GHz) Ve opt 12,5 (211) dB
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor

BFR14B

Betrag des Eingangsreflexions-
faktors Sy, =f (f)

Ze=50Q; Ugeg=10V
12
[Sng
T 10
0.8
— -
05 — 3mA_N
NN
1 mA R TSN T~
04 \ti\\
\%
0,2
0
0 1 2 3 4 GHz
B f

Phase des Eingangsreflexions-
faktors S, =1 (f)

Ze=50Q; Uge =10V
-60°
(pﬂe
-00° —1, =
T I 3mA
-140° —TmA
—15mA ™
‘\\\L‘\\\
£180° N \i\\
N
140° ™
N
\\
N
100°
60°
0 2 3
—— f
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor BFR14B
Betrag des Vorwirtsiiber- Betrag des Riickwartsiiber-
tragungsfaktors Sy, =7 (f) tragungsfaktors S, ,, = (f)

Ze=50 Q; Uge =10V Ze=50 Q; Uge =10V
6 1

- 012 7
- 15mA S 7
N 12
I 2191 sl 7mA e o1 ////
] \ ! W
4 \\ 008 — Ic= ////
I\ A\ s /L /]
/
3 N 0,06 — 7mA /
NN |__15mA
2 AN 004
\\ \
N

1 002
0 0

0 1 2 3 4 GHz 0 1 2 3 4 GHz

—f —f

Phase des Vorwirtsiiber- Phase des Riickwartsiiber-

tragungsfaktors S, =1 (f) tragungsfaktors S;,. =f (f)

Z:=50Q; Usg =10V Ze=50 Q; Uge =10V

100° T 100°

L IE‘3ITIA

P o TmA NN Pize 20°
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. AN .
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor BFR14B

Sperrspannung Uceg =1 (Rge) Transitfrequenz fr =1 (I¢)

Ic=10mA Uce=10V; f =200 MHz
v GHz
25 7
Ucer ho 6 L~ ]

N\ 5
N /

B N E L

/
0~ 3

100 0 10? 103 04Q 0 5 10 15 20 25mA

> Ryt

—_—

Minimale Rauschzahl Maximale Verstirkung

Foin=F (Ic) bei Ys=Y oy Ve opt =F (Ic)
Uce=10V; f=2HGz Uce=10V;f=2GHz
dB dB
10 15
Fmin VPe opt
_—
10
5
/

-"“/ 5

0 0
0 5 10 5] 20mA 0 5 10 15 20 25mA

— I
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor BFR14C

BFR14C ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Mikrowellentransistor, er zeichnet sich
besonders aus durch geringes Rauschen, groRe Verstarkung und niederem Klirrfaktor, er
findet Verwendung in rauscharmen HF-Vorstufen, Breitband-Zwischenfrequenz- und Radar-
Verstérkern bis 4 GHz und fur kleinere Oszillatorschaltungen bis 6 GHz.

Das Keramik-Bandgehause (200-Mil) eignet sich besonders fiir Diinn- und Dickfilmschal-
tungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Der Emitter ist elektrisch verbunden mit dem
Gehéuse. Der Transistortyp wird mit der Kurzbezeichnung »14C« am Geh&use gekenn-
zeichnet.

Typ | Stempel f Bestellnummer 0,5128
BFR14C | 14C | Q62702-F543 [T-eniter
M4
-— o~
N_ m
wm
T
_Emitter
0,0635 05 il
1,52 ol
0,25
Gewicht etwa 0,3 g MaRe in mm
Grenzdaten (7, =25°C)
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 \
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 27 \
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge =50 Q) Ucer 27 \
Emitter-Basis-Spannung Uggo 1,5 \"
Kollektorstrom Ie 35 mA
Basisstrom Ig 4 mA
Sperrschichttemperatur T 175 °C
Verlustleistung (7= 25 °C) Pt 700 mw
Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehéause Riua | =70 | K/IW
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor BFR14C
Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(ceo=1mA) U @riceo =20 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Icer=10 MA; Rge =50 Q) U grycer =27 \Y;
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Tego =100 MA) U(BR)EBO =15 \
Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucgo=10V) Icgo <50 nA
Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucgo=10V; T, =150 °C) Icgo <50 uA
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Ucgo=25V) Tces <100 uA
Stromverstarkung

(Ic=15mA; Uce=10V) B >30 -
Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

KurzschluRstromverstarkung

(Ic=15mA; Ugg=10V; f=1kHz) Bo 75 -
Transitfrequenz

(Ic=15 mA; Uce =10V; f =200 MHz) fr 4,3 GHz
Rickwirkungskapazitét

(Ic=1mA; Uege=10V; f=1MHz) —Ci2e 0,45 (=0,65) pF
Rauschzahl

(Ic=2mA; Ucg=10V; f=10 MHz; R =100 Q) F 1,5 (=2) dB
(Ic=5mMA; Uce=10V; f=2GHZ; Z5=2 opt) F 3,6 (=4,5) dB
Erzielbare Leistungsverstarkung

(Ic=15mA; Vce=10V; f=2 GHz) Vp opt. 11 dB
Einfigungsverstarkung

(Ic=15mA; Vcg=10V; f=2 GHz; Z=50 Q) [S216]2 8 (>6) dB
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NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor BFR14C

Einfiigungsverstirkung
[szvefz =f(I¢; Uce)
Zs=2, =50Q;f=2GHz

Maximale Verstirkung V=7 (I¢)
Verstirkung bei Rauschanpassung F =7 (/)

dB dB
15 10
[S2]* max. Leistungsverstiirkung| [Saf? |
]
~ N Y
T 10 A mee | N T /’/\ \\\‘\
pd ] N
Leistungsverstdrkung 6 5v Y
1 bei Rauschanpassung
=t ] \
Vo Fart TN . / \
y
s 41| > \
Rauschkurve _—"]
3 v
2
0 0
0 10 20 30 40 mA 0 10 20 30 40 mA

147



BFR14C

NPN-Silizium-Planar-Mikrowellen-Transistor

=f(f)
10 mA

faktor 8223

=f(f)
10 mA

Eingangsreflexionsfaktor S,

Zo

=10V; I¢

50 Q; Uce

Zo

=10V; I

50 Q; Uge

o Su

e

5 ‘-% Z ‘m-Wy/n"”-mW

I

IR

N
—/////QQ-%V/M/_?////H

>
o

=f(f)
10 mA

Vorwirtsiibertragungsfaktor S,

Zo

=f(f)

10 mA

Riickwartsiibertragungsfaktor S,

30°

60°

=10V; I¢

50 Q; Uce

120°

60°

=10V; I

50 Q; Uce

Zo

150°

120°

90°

90°
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NPN-Transistor fiir rauscharme HF-Verstarker BFR35A
und schnelle Schalteranwendungen

BFR35A ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-UHF-Transistor im Kunststoffgehiuse
23 A 3 DIN 41869 (TO-236) fiir den Einsatz in Schichtschaltungen bis in den GHz-Bereich,
z.B. fir Breitbandverstarker und ultraschnelle ungeséttigte Logikschaltungen. Kennzeichnung
des Transistors BFR35A durch Stempel »GB«. Der Transistor ist auf Wunsch mit geénderter
AnschiuRfolge (»E« und »B« vertauscht) unter der Bezeichnung BFR35AR (Stempel »GZ«)
lieferbar.

Typ | Stempel | Bestelilnummer 1200512005
BFR35A )GB ‘062702-F436 ETB e T
BFR35AR | GZ Q62702-F500 i [ S =

RS

3.015

Gewicht etwa 0,02 g MaBe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 12 \
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge =50 Q) Ucer 20 \Y
Emitter-Basis-Spannung Uego 2,5 \)
Kollektorstrom I 30 mA
Basisstrom ) Ig 4 mA
Sperrschichttemperatur T 125 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +125 | °C
Gesamtverlustleistung (7, =25 °C) Piot 200 mW

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft, bei Befestigung auf:

1. Glassubstrat 7x7 x 1 mm Rusu =800 K/W
2. Keramiksubstrat 30 X 12 x 1 mm Ry =500 K/W
3. Glasfaserepoxidsubstrat 30 x 12 x 1,5 mm Rinsu =500 K/W

149



NPN-Transistor fur rauscharme HP-Verstarker BFR35A
und schnelle Schalteranwendungen

Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Iceo =500 pA) Ugriceo >12 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Icer =10 MA; Rge =50 Q) U(BR)CER >20 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Iego =100 pA) U erieso >2,5 \%
Kollektor-Basis-Reststrom

(UCBO =10 V) [cgo <50 nA
Stromverstarkung

(Ic=5 bis 20 mA; Uge=6V) B >25 -
Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

KurzschluB-Stromverstarkung

(Ic=5mA; Ucg=6V; f=1kHz) Bo 70 -
Transitfrequenz

(Ic=20 mA; Uce =10V; f =200 MHz) fr 4,5 GHz
Kurzschiu3-Riuckwirkungskapazitat

(Ic=1mA; Uce=6V; f=1MHz) —Ci2e 0,38 pF
Kollektor-Basis-Kapazitat

(Ucgo=10V; f=1 MHz) Cceo 0,7 pF
Rauschzahl

(Ic=2mA; Ucg=6V; f=200 MHz;

Rs=100 Q) F 2 dB
(Ic=2mA; Ugeg=6V; f=800 MHz;

Rs=60 Q) F 2 dB
(Ic=3mA; Uceg=10V; f=2 GHz;

Ra=Ra opt) F 4 dB
Leistungsverstarkung

(Ic=15mA; Ucg=6V; f =800 MHz;

Ra=60Q); Z =2, o Ve 13 dB
S-Parameter bei Uge=06V; ic=15mA; Z,=50 Q

f =200 MHz f =800 MHz

Si1e= 0,33; Pr1e=— 90° S11e=0,2; Pr1e=—175°

SZZe = 0168; (/)2215 = 200 822e = 015; ([)22e =- 20°

Si2e= 0,028; Q126 =+ 70° S126=0,07; Qroe=+ 75°
S21e=15,5; P21e=+120° Sz1e=4,3; @21e=+ 80°
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NPN-Transistor fiir rauscharme HF-Verstarker BFR35 A
und schnelle Schalteranwendungen

Temperaturabhiangigkeit der Transitfrequenz 1 =f (I¢)
lassigen G verlustleistung Uce =10 V; f =500 MHz
Piot=F(Ty)
mW GHz
NEERER T b J T W
220 - - | — SN SN NN N (SN T
2 | [ | £ |
:‘ 200 T - : —
N | | | |
‘ 180 \ | | T r —
Rth =500 K/W | | g H
160 KT \\\Substrut 237 b ‘/ T
140 N\ N . N S -
N\ \ 1 * \
120 _ \ - 3 1
|
100 —+ N { | - S . : |
Substrat 1 \\ \\ ! b i
80 800 K/ NS 2 — —— T_ ------- -
i J N \ | J
i | |
40 ¢ T -\\ - —J~ 1 ‘,[' — T W
20 \ |
ol [ 1] A NEE ol I I
0 50 100 1500C 0 5 10 15 20mA
— [y [
Rauschzahl F =f (I¢)
Rc=60Q; Uce =6V, =800 MHz
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P
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1
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NPN-Transistor fiir rauscharme HF-Verstarker BFR 92
und schnelle Schalteranwendungen

BFR92 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-UHF-Transistor im Kunststoffgehause
23 A3 DIN 41869 (T0O-236) fiir den Einsatz in Schichtschaltungen bis in den GHz-Bereich,
z.B. fiir Breitbandverstérker. Kennzeichnung des Transistors durch Stempelung »P 1«.

Typ ] Stempel |Bestel|nummer 1200512005

- 010015
BFR92 | P1 | 068000-A1103 £l B '

T E
| P
C | S
0403 |
3.5
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm

Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spanniing Uceo 15 \Y
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge =50 Q) Ucer 20 \
Emitter-Basis-Spannung Uggo 2,5 \%
Kollektorstrom Ic 30 mA
Basisstrom Ig 4 mA
Sperrschichttemperatur T; 125 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +125 | °C
Gesamtverlustleistung (7, =25 °C) Pt 200 mW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft, bei Befestigung auf:
1. Glassubstrat 7 X7 x 1 mm Rinsu =800 K/W
2. Keramiksubstrat 30 X 12 x 1 mm Rinsu =500 K/W
3. Glasfaserepoxidsubstrat 30 X 12x 1,5 mm Rnu =500 K/W
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NPN-Transistor fiir rauscharme HF-Verstarker BFR 92
und schnelle Schalteranwendungen

Statische Kenndaten (7,=25°C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(I ceo =500 pA) U gryceo >15 \Y
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Icer =10 mA; Rge =50 Q) U sricer >20 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

{Teso = 100 pA) Ugrieso >2,6 \
Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucgo=10V) Icso <50 nA
Stromverstarkung

(Ic="5 bis 20 mA; Ucg=6V) B >25 -

Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Kurzschluf3-Stromverstarkung

Ic=5mA; Uce=6V; f =1 kHz) Bo 70 -
Transitfrequenz

(Ic=20mA; Uce =10V; f=200 MHz) fr 4,5 GHz
KurzschluR-Ruckwirkungskapazitat c

(Ic=1mA; Ugeg=6V;f=1MHz) Ttz 0,38 pF
Kollektor-Basis-Kapazitat

(Ucgo=10V; f=1 MHz) Ccro 0,7 pF
Rauschzahl

Ic=2mA; Ugeg=6V;

f=200 MHz; Rs=100 Q) F 2 dB
(Ic=2mA; Uee=6V;

f=800 MHz; Rz =60 Q) F 2 dB
(Ic=3mA; Ueg=10V;

f=2GHz; Ra=Ra opt F 4 dB
Leistungsverstarkung

(Ic=15mA; Ucg=6V; f =800 MHz;

Rs=60Q;Z =Z ,,) Ve 13 dB
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor BFR 93

BFR93 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehduse
23 A3 DIN 41869 (TO-236) zum Einsatz in Schichtschaltungen fiir rauscharme Vor- und
Zwischenstufen in Hf-Verstérkern bis in den GHz-Bereich, insbesondere fir hochwertige
Antennen- und Breitbandverstarker. Kennzeichnung des Transistors durch Stempelung
»R1«.

Typ | Stempel| Bestellnummer 1£00512005
R ning 010015
BFR93 | R1 | Q62702-F561 3\; { BET—ﬁ
< B
| iy
C =
ot
0htom | ©
f+—3. 05—
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 15 \%
Kollektor-Emitter-Sperrspannung (Rge =50 Q) Ucer 20 \
Koiiektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 20 \%
Basis-Emitter-Sperrspannung Uego 25 \
Kollektor-Strom Ic 50 mA
Basis-Strom Ig 10 mA
Lagertemperatur Ts —55 bis +125 | °C
Maximale Sperrschichttemperatur T; 125 °C
Gesamtverlustleistung (7, =25 °C) Piot 200 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Lotstelle
am Kollektoranschlul3 RinoL ‘ =330 I K/W
Kollektorsperrschicht — Substratriickseite Rinusr <410 K/W
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor BFR 93
Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucg=10V) Iceo =50 nA
(Ucg=10V; Ty=60°C) Iceo =0,6 uA
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uce=20V; Uge =0) Ices =100 A
Emitter-Basis-Reststrom

(UEBZZV) [EBO =10 MA
Stromverstarkung

(Ic=25mA; Uce=8V) B >30 -
(Ic=50 mA; Uce=5V) B >30 -
Dynamische Kenndaten (7 =25 °C)

KurzschluBstromverstarkung

(Ic=25mA; Uce=8V; f=1KHz) Bo 80 -
Transitfrequenz

(Ic=25mA; Uce=8V; f=200 MHz) fr 4,6 GHz
(Ic=50mA; Ucg=5V; f=200 MHz) fr 4,3 GHz
Leerlauf-Ausgangskapazitét

(Ucg =8V, Ig=0) Cob 0,8 pF
Leerlauf-Eingangskapazitat

(Uegg=0,5V; Ig=0) Ci 2,1 pF
Kurzschlu3-Rickwirkungskapazitat

(Ic=1mA; U,e=8V) —Ci2e 0,65 pF
Rauschzahl

(Ic=10mA; Uce=8V; f=800 MHz; R; =60 Q) F 2,8 dB
(Ic=3mA; Uce=8V; f=500 MHz; Rg o) Fopt 1,9 dB
Optimale Leistungsverstarkung

(Ic=25mA; Uce =8 V; f =800 MHz) Vi opt 13 dB
(Ic=25mA; Uce=8V; f=500 MHz) Vi opt 16 dB
Intermodulationsabstand

(Ic=25mA; Ugg=8V; Uy=300 mV;

f=800 MHz;

3-Sender-Methode B nach DIN 45004) dim —60 dB
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor

BFS 17

BFS 17 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehiuse 23 A3

DIN 41869 (TO-236) fiir den Einsatz in Schichtschaltungen bis in den GHz-Bereich.

Kennzeichnung des Transistors BFS 17 durch Stempel »MA«. Der Transistor ist auf Wunsch
mit gednderter Anschlul3folge (Emitter- und BasisanschluB vertauscht) unter der Bezeich-

nung BFS 17R (Stempel »MZ«) lieferbar.

Typ | Stempel [ Bestellnummer
BFS17 ' MA ‘ Q62702-F337
BFS17R MZ Q62702-F586

1£0,051+0,05

1 l - %
! S E
| B
o~ o~
C | =
A
o
0,4+0,03
3. g5

Gewicht etwa 0,02 g

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 25
Emitter-Basis-Spannung Ugso 2,5
Kollektorstrom I 25
Kollektorspitzenstrom Icwm 50
Lagertemperatur Ts —65 bis +125
Sperrschichttemperatur T 125
Verlustleistung (7, =25 °C) Piot 110
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung bei Montage auf:

Glassubstrat 5 x5 x1 mm Rinsu <900
Glasfasersubstrat 24 x 12 x 1,6 mm Rnu <500
Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo =10 V) Icgo <50
(Ucgo=10V; T;=100°C) Icgo <10
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Iceo =10 MA) Ugriceo >15
Stromverstarkung

(Ic= 2mA; Uge=1V) B 20 bis 150
(Ic=25mA; Uge=1V) B =20
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor

BFS 17

Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Transitfrequenz

(Ic= 2mA; Uge=5V; f=500 MHz) fr
(Ic=25mA; Uce=5V; f =500 MHz) fr
Rickwirkungskapazitat

(Ic=2mA; Uce=5V; f=1MHz) —C12e
Kollektor-Basis-Kapazitat

(Ucgo=10V; f=1 MHz) Ccgo
Rauschzahl

(Ic=2mA; Uge=5V,;

Rs=50 Q; f =500 MHz) F

Temperaturabhéngigkeit der

Gesamtverlust g
P =F (Ty)
mW
]50 S —
Pt 1T H 1T .
100 M*,)\\ Rinjy =500 K7W
L \ \
REERY \
Ry = 900K/ W \
| \
501 1|1
| N
L \\
HEEE N\ |
A\EN J(‘
’ [ ]
0 50 100 150°C
>y

GHz
GHz

pF

pF

dB
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistoren BFS 18
BFS 19

BFS 18 und BFS 19 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Gehause 23 A3
DIN 41869 (TO-236). Die Transistoren wurden speziell fir HF-Schaltungen in Dick- und Dinn-
filmtechnik geschaffen. Zur Kennzeichnung des Typs werden die Transistoren wie folgt
bestempelt: BFS 18 =»CA«; BFS 19 =»CB«. Die Transistoren sind auf Wunsch mit geédnderter
AnschluRfolge (Emitter- und BasisanschluR vertauscht) unter der Bezeichnung BFS18R
(Stempel »CY«) und BFS 19R (Stempel »CZ«) lieferbar.

Typ | Stempel | Bestellnummer 1200512005
BFS18 CcA Q62702-F348 [E ETE;E 0] <0015
BFS 19 CB Q62702-F349 — S %
BFS18R (3% Q62702-F587 | - 51
BFS19R Ccz Q62702-F588 C =\
0,4+003 d

e P

Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten BFS18 BFS19
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 \
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 30 \%
Emitter-Basis-Spannung Uggo 5 \
Kollektorstrom Ic 30 mA
Sperrschichttemperatur T; 125 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +1256 | °C
Verlustleistung (7, <25 °C) P ot 110 mwW
Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung bei Montage auf:
Glassubstrat 5 x5x 1 mm Rinau <900 K/W
Glasfasersubstrat 24 x12x 1,5 mm Rinsu <500 K/W
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistoren BFS 18
BFS 19

Statische Kenndaten (7, =25°C) BFS18 BFS 19

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(I ceo =2 MA) Ugrceo | >20 >20 v

Kollektor-Basis-Reststrom

(Ucgo=20V) Icgo <100 <100 nA

(Ucpo=20V; T;=100°C) Iceo <10 <10 A

Basis-Emitter-Spannung

(Uce=10V; Ic=1mA) Uge 650 bis 740 | 650 bis 740 | mV

Stromverstarkung

(Uce=10V; Ic=1mA) B 35 bis 125 | 65 bis 225 |—

Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Transitfrequenz

Uce=10V; Ic=1 mA; f=100 MHz) fr 200 260 MHz

Rickwirkungskapazitat

(Uce=10V; Ic=1mA; f=1MHz) —C12e 0,85 0,85 pF

Kollektor-Basis-Kapazitat

(Ucg=10V; f=1 MHz) Cceo 1 1 pF

Rauschmal}

(Vece=10V; Ic=1mA;

Rs=100 Q; f=100 MHz F 4 4 dB
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor BFS 20

BFS 20 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor im Kunststoffgehduse 23 A3
DIN 41869 (TO-236), fur den Einsatz in Schichtschaltungen.

Kennzeichnung des Transistors BFS20 durch Stempel »NA«. Der Transistor ist auf Wunsch
mit geanderter AnschlulRfolge (Emitter- und BasisanschluB vertauscht) unter der Bezeichnung
BFS 20R (Stempel »NZ«) lieferbar.

Typ ’ Stempel | Bestelilnummer 1400512005
BFS 20 l NA \ 62702-F350 [&T&_—ﬁ Q100
BFS20R NZ Q62702-F589 I — :
| |8
C
042003
e—3. 05—
Gewicht etwa 0,02 g MaBe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo | 20 | V
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 30 \
Emitter-Basis-Spannung Uggo 4 \
Kollektorstrom I 25 mA
Sperrschichttemperatur T; 125 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +125 | °C
Verlustleistung Piot 110") mw

Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung bei Montage auf:
Glassubstrat 5 x5 x1 mm Rinsu =900 K/W
Glasfasersubstrat 24 x 12 x 1,5 mm Rinsu =500 K/W

') Die zuldssige Gesamtverlustleistung ist durch den jeweiligen einbaubedingten Wirmewiderstand gegeben, mit
i max— Ty

Rinau

Pau =
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NPN-Silizium-Planar-HF-Transistor BFS 20

Statische Kenndaten (7,=25°C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Iceo =2 mMA) U riceo =20 \Y
Kollektor-Basis-Reststrom (Ucgo =20 V) Icgo <100 nA
(Ucgo=20V; T;=100°C) Icso <10 uA
Basis-Emitter-Spannung

(Uge=10V; Ic=7 mA) Uge 740 (=900) mV
Stromverstarkung (Ucg =10 V; I =7 mA) B | 85 (>40) | —

Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Transitfrequenz

(Uce =10V, I =5 mA; f =100 MHz) fr 450 (>275) MHz
Rickwirkungskap azitat

(Uce=10V; Ic=1mA; f=1MHz) —Cy0 0,35 pF
Kollektor-Basis-Kapazitat

(Ucg=10V; f=1 MHz) Ceso 0,8 pF

Temperaturabhingigkeit der
zuldssigen Gesamtverlustleistung
le =f(Ty)

mW

150 ’

|
|
|

Por

\ T\ Py =500 KW

T T e e S S
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NPN-Silizium-HF-Transistor

BFT 75

Vorlaufige Daten

BFT75 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Hochfrequenztransistor im Gehause 23 A3
Din 41869 (TO-236). Besonders geeignet als Transistor fiir rauscharme Vor- und Zwischen-
stufen in HF-Verstarkern bis in den GHz-Bereich, insbesonders fur hochwertige Antennen-
und Breitbandverstarker in Schichtschaltungstechnik. Kennzeichnung des Transistors durch

Stempel »KA«.

Typ | Stempel | Bestellnummer
BFT75 | KA | 062702-F513
Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge=50 Q)
Kollektor-Basis-Spannung
Basis-Emitter-Spannung
Kollektor-Strom

Basis-Strom

Lagertemperatur

maximale Sperrschichttemperatur
Gesamtverlustleistung (7,=25 °C)

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht-Umgebung bei Montage auf:
Glassubstrat 7x7 x1 mm

Keramiksubstrat 30 x 12 x 1 mm
Glasfaserverstarkte Epoxidplatte 30 X 12X 1,56 mm
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1£0,051£005

Raning 0120015
E | B[
to 5
| m
| -~ o~
g
Ohsom | ©

F—3.g5*

Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Uceo 15 \Y;
Ucer 20 \%
Uceo 20 \
Ueso 2,5 \

Ic 50 mA
Ig 10 mA
Ts —b55 bis 125 °C
T 125 °C
Piot 200 mW
Rinsu =800 K/W
Ruuu =500 K/W
Ry | =500 K/W




NPN-Silizium-HF-Transistor BFT 75
Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Kollektor-Basis-Reststrom (Ucg =10 V) Icgo =50 nA
(Ueg=10V; Ty =60 °C) Icgo =0,5 UA
Kollektor-Emitter-Reststrom (Ucg =20 V; Uge =0) Ices =100 uA
Emitter-Basis-Reststrom (Ugg =2 V) Iego =10 uA
Stromverstarkung

(Ic=25mA; Ue=8YV) B =30 -
(Ic=50mA; Uce=5V) B =30 -
Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

KurzschiuBstromverstéarkung

(Ic=25mA; Uce=8V; f=1kHz) Bo 80 -
Transitfrequenz

(Ic=25mA; Uce =8V, f=200 MHz) fr 4,6 GHz
(Ic =50 mA; Uce=5V; f=200 MHz) fr 4,3 GHz
Leerlauf-Ausgangskapazitat

(Ucg=8V; Ig=0) Cob 0,8 pF
Leerlauf-Eingangskapazitat

(Ugg=0,5V; Ig=0) Ci 2,1 pF
KurzschluB-Rickwirkungskapazitat

(IC =1 mA; UCE =8 V) —C129 0,65 pF
Rauschzahl

(Ic=10mA; Uceg=8YV; f=800 MHz; Rz =60 Q) F 2,8 dB
(Ic=3 mA; Uce =8 V; f =500 MHz; R, Fopt 1,9 dB
Optimale Leistungsverstarkung

(Ic =25 mA; Uce =8V, f=800 MHz) Vpopt 13 dB
(lc =25 mA; Uce=8V; f =500 MHz) Vioopt 16 dB
Intermodulationsabstand

(Ic=25mA; Ucg=8V; U,=300 mV; f =800 MHz;

3-Sender-Verfahren B nach DIN 45004) dim —60 dB

163




PNP-Silizium-Planar-Transistor BSS 63

BSS63 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse 23 A3
DIN 41869 (TO-236) fur NF-Anwendungen in Dinn- und Dickfilmschaltungen mittierer
Leistung.

Der Transistor wird mit den Codebuchstaben »BM« gekennzeichnet.

Typ | Stempel | Bestellnummer 10051 +005
g 0140015

M - d !

BSS63 | B | 062702-5401 x| e
|
C
0,4+0,03 <
L_B-OJS“J
Gewicht etwa 0,02 g Mafe in mm

Grenzdaten (7, =25 °C)
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 100 \"
Kollektor-Basis-Spannung —Ucgo 110 \%
Emitter-Basis-Spannung —Ucgpo 6 \"
Kollektorstrom —Ic 100 mA
Kollektorspitzenstrom (¢ <10 ms) —lcm 200 mA
Basisspitzenstrom (t <10 ms) —Igm 100 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Te —55 bis +150 | °C
Gesamtverlustleistung (7, =25 °C) Piot 200 mW
(Keramiksubstrat 7 x5 x0,5 mm)
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Umgebung bei Montage auf:
Keramiksubstrat (7 x 5 x 0,56 mm) Rinuu | <620 | K/w
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BSS 63

Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(<c=10 mA) =U@riceo >100 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(I =10 yA) ~Ugrjgso | >6 v
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

(~Ic="10 pA) -U sr)ceo >110 \Y
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(=25 mA; -Ig=2,5 mA) —Ucgsat <0,25 \Y
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(~Ic=75 mA; -Ig=7,5 mA) —Ucesat <0,9 \'
Kollektor-Emitter-Reststrom

(~Uce=110V; Ty=70°C) ~Ices <10 uA
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uce=110V; Rge =10 kQ —Icer <10 A
Emitter-Basis-Reststrom

(~Uge=6V) Tego <10 uA
Stromverstarkung

(~Uce=5V; -Ic=10 mA) B >30 -
(Uce=5bV; =1 =20 mA) B >30 -

Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Transitfrequenz
(~Ic=25mA; -Uc=5V; f=35 MHz) fr >50 MHz
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BSS 63

Stromverstirkung B =7 (/)

Temperaturabhingigkeit der
lissi G lustlei: Uce=5V; Ty=25°C

Pt =f(Ty)
mW
300 100 ﬂf
P, tot B8 /’_-w\
/
)
200 /
/ \
\ /
N 50
\ 1
\
100
\\ lm
0 \ 0 il
0 100 200°C 102 101 10° 10 102 mA
—Ty —-I
Temperaturabhéngigkeit
des Reststromes /g0 =1 (Ty)
Ucg =100V
nA
10° 7
y 4
/
o /
T 10 >
ra
4
/
i0 7
4 i
7
/
/
10 /
V4
7
A
107
0 50 100 150 °C
— TU
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BSS 63

Kollektor-Basis-Kapazitat Transitfrequenz fr =1 (I¢)
Cea=f (Ucso) Uce=5V; f=35MHz; T, =25°C
pF MHz
10 100
T
y.dih
CCB fT / \
T ) /
. T /
/!
/|
5 \ 50 /
N
/
\\ | I
\‘h /
0 0
0 10 20V 107 10° 10' 102 mA
— -Ucso —c
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BSS 64

BSS64 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse 23 A 3
DIN 41869 (TO-236) fur NF-Anwendungen in Dinn- und Dickfilmschaltungen mittlerer
Leistung.

Der Transistor wird mit den Codebuchstaben » AM« gekennzeichnet.

Typ [ Stempel | Bestellnummer 100514005
BSS64 | AM | Q62702-S394 [g M 0] 0015

E B

2 | %;. {
-
C =
044003 <
3
Gewicht etwa 0,02 g MafRe in mm

Grenzdaten (7, =25 °C)
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 80 \Y
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 120 \
Emitter-Basis-Spannung Ueso 5 \Y
Koiiekiorstrom Ic 100 mA
Kollektorspitzenstrom (t <10 ms) Tem 250 mA
Basisspitzenstrom (t <10 ms) Igm 100 mA
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +150 | °C
Gesamtverlustleistung (7, =25 °C) Pior 200 mW
(Keramiksubstrat 7 x5 x 0,5 mm)
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Umgebung bei Montage auf:
Keramiksubstrat (7 x5 x 0,5 mm) Ruw | <620 | K/w

168



NPN-Silizium-Planar-Transistor BSS 64
Statische Kenndaten (7, =25 °C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(IC = 4 mA) U(BR}CEO >80 V
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Ig =100 pA) U grjeso >5 Vv
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

(I =100 pA) Ugricso >120 \Y
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(IC = 4 mA; IB = 400 MA) UCEsat <0,7 V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic =50 mA; Ig=15 mA) Ucesat <3 v
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uce=80V; Ty=70°C) Ices <20 uA
Emitter-Basis-Reststrom

(Ugg =4 V) Iego <200 nA
Stromverstarkung

(Uce=1V; Ic=1mA) B 60 -
(Uce=1V; Ic=4 mA) B 80 (>20) -
(Uceg=1V,; Ic=10 mA) B 82 -
(Uce=1V; Ic=20 mA) B 55 -
Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Transitfrequenz

(Ic=4 mA; Uceg=10V; f=35 MHz) fr >50 MHz
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BSS 64

Temperaturabhingigkeit der Stromverstiarkung 8 =71 (/)
Gesamtverlustleistung Uee=5V; Ty=25°C
Ptm =f (Tu)

mwW

300 100 m

T H
Prot B AT \ ‘
T 1 / i HH
/ I !
| / | |

100 | |l

0 100 200°C 10°2 101 100 10! 102mA
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nA
10° Bt o &7
= — i —
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T 101 = l/
s s 7 f
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BSS 64

Kollektor-Basis-Kapazitit Transitfrequenz fr =f (/)
Ces =f (Ucgo) Uge=5V;f=35MHz; T, =25°C
pF MHz
10 100 N
N
/L 1IN
Ces fr / \
T T '
I i }’
/
/
5 \ 50 //
N
/
~— || /
\‘ﬁi /
0 0
0 10 20V 107 10° 10° 10% mA
— Ucso — I
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BSS 79

BSS79 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse 23 A 3
DIN 41869 (TO-236). Dieser Transistor eignet sich besonders fiir schnelle Schalt- und all-
gemeine NF-Anwendungen mittlerer Leistung in DUnn- und Dickfilmschaltungen. Der
Transistor wird mit folgenden Codebuchstaben (Stempel) gekennzeichnet:

Typ | Stempel ' Bestellnummer 1400512005
BSS79B ' CE 1 Q62702-5403 EgETBET‘h O =o0rs
BSS79C CF Q62702-S402 (— o =

H T E

| = &

C | S
u’w‘.f
O4tom | < 01..0,25
F—3._ 05— 1.2-035
Gewicht etwa 0,02 g MafRe in mm

Grenzdaten (7, =25°C)
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 40 \
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 75 \
Emitter-Basis-Spannung Ueso 6 \Y
Koiiektorstrom ic 800 mA
Basisstrom Ig 100 mA
Lagertemperatur Ts -55 bis 150 °C
Verlustleistung (7, =25°C) Piot 350 mw
(Keramiksubstrat 30 x 12 x 1 mm oder
Glassubstrat 30 x 12 x 1,5 mm)
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Umgebung bei Montage auf:
Keramiksubstrat (30 X 12x 1 mm) oder
Glasfasersubstrat (30 x12x 1,5 mm) Ry <358 K/W
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BSS 79
Statische Kenndaten (7, =25°C)
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
(Ic=10 pA) U griceo >75 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Ic=10 mA) U griceo >40 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(Ie =10 pA) Ugreso >6 \
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ig =15 mA; I =150 mA) Ucesat <0,3 \"
(Ig =50 mA; Ic =500 mA) Ucesat <1,0 \Y
Emitter-Basis-Reststrom
(UBE=3 V) ]EBO 10 nA
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucg=60V) Icgo <10 nA
(Ueg=60V; Ty,=150°C) Icgo <10 A
Stromverstarkung
(Ic =150 mA; Uce=10V) Gruppe B: B 40 bis 120 | -
(Ic =150 mA; Ucg=10V) Gruppe C: B 100 bis 300 | —
Dynamische Kenndaten (7, =25°C)
Transitfrequenz
(Uce=20V; 1c=20 mA; f=100 MHz) fr >250 MHz
Schaltzeiten:
(Ucc=30V; Ic=150 mA;
Iy ~Ig~15 mA)
Verzégerungszeit ty <10 ns
Anstiegszeit t, <10 ns
Speicherzeit te <225 ns
Abfallzeit t, <60 ns
Kollektorkapazitat
(Ucg=10V; f=1 MHz) Cceo <8 pF
MeBschaltung fiir Schaltzeitenmessung

30V 30V

l ~100ps I'

2008
16,2V,

99V 0
0==-=05v

Osz.:
R>100k
C<12pF
f<5ns

Osz.

R >100k
C <12pF
£ < 5ns
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NPN-Silizium-Planar-Transistor

BSS 79

Transitfrequenz f; =f(I¢)
Uge =20V, Ty =25°C
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Kollektor-Basis-Kapazitat
pf Ces=F{Ucs); Ty=25°C
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NPN-Silizium-Planar-Transistor BSS 79

Einschaltzeit t;, =1 (/) Speicherzeit t, =7(I)
B =10; Ty=25°C; Ugc =30V Abfallzeit t,=f(I.); T, =25°C
Uge = Parameter
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B =10 \
\ ~—_ T~ s
\ f’L TR 6010
10° \Use=5V 107 X A—
\C NN X RN
T2 NN N N
BE =
Ulg30[
fr f\d \ t¢
HIINN 2o NI Il
”H \“ \ 810 | N
uas-ov/ﬁ\;,..f. 4 N
L L NS
10° 10’ 10? 10’ mA 10° 102 10° mA

175



PNP-Silizium-Planar-Transistoren

BSS 80

BSS 80 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse 23 A 3 DIN

41869 (TO-236).

Dieser Transistor eignet sich besonders fiir schnelle Schalt- und allgemeine NF-Anwendungen
mittlerer Leistung in Dinn- und Dickfilmschaltungen. Der Transistor wird mit folgenden

Codebuchstaben (Stempel) gekennzeichnet:

Typ | Stempel | Bestellnummer 120:1:0105
BSS80B | CH Q62702-S398 EEE BT
BSS80C } cJ ‘ Q62702-S399 ' 3

042003

3. g5

Gewicht etwa 0,02 g

Grenzdaten (7, =25°C)

Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo
Kollektor-Basis-Spannung —Ucgo
Emitter-Basis-Spannung —Uggo
Kollektorstrom —Ic
Basisstrom —Ig
Sperrschichttemperatur T
Lagertemperatur T
Verlustleistung (7, =25°C) Piot

(Keramiksubstrat 30 X 12 X1 mm oder
Glasfasersubstrat 30 x 12 X 1,5 mm)

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Umgebung bei Monatage auf:
Keramiksubstrat (30 x 12x 1 mm) oder
Glasfasersubstrat (30 X 12 x 1,5 mm) Rinsu
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BSS 80

Statische Kenndaten (7, =25°C)

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

(~Ic =10 pA) —U gr)cso >60 Y
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

('—IC =10 mA) "U(BR)CEO >40 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Ie =10 uA) _U(BR)EBO >5 \
Koliektor-Emitter-Sattigungsspannung

(<Ig =15 mA; —I. =150 mA) —Ucgsat <04 \"
(<{g=50 mA; —I. =500 mA) —Ucgsat <1,6 \
Emitter-Basis-Reststrom

(~Uge =3 V) —Iepo <10 nA
Kollektor-Basis-Reststrom

(-Ucg=50V) —Iceo <10 nA
(-Ucg=50V; Ty=150°C) —Icgo <10 uA
Stromverstarkung

(<Ic =150 mA; -Uce =10 V) Gruppe B: B 40 bis 120 | —
(¢ =150 mA; —Uce =10 V) Gruppe C: B 100 bis 300| —

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Transitfrequenz
(Uce=20V; -I;=50 mA; f =100 MHz) fr >200 MHz
Schaltzeiten:

(Uee=30V; I =150 mA;
Igy ~Ig;~15 mA)

Verzdégerungszeit ty <10 ns
Anstiegszeit t, <40 ns
Speicherzeit ts <80 ns
Abfallzeit t; <30 ns
Kollektorkapazitat

(Ueg=10V; f=1 MHz) Ccso <8 pF

[V I S e

T P
g Tur Scnaiiz

Eingang Eingang

Z,=50 Q Zy=50Q

t. <2ns t <2ns
0 0

200ns 200ns
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PNP-Silizium-Planar-Transistor

BSS 80

Transitfrequenz fr =f(I¢)
Uge=20V; Ty=25C
MHz
3

10
fr
T //‘
v
A
2 //
10 y4
/
10'
10" 10° 10’ 10> mA
——]
Stromverstiarkung 8 =f(/¢)
Uce=1V, Uce=10V; Ty=25°C
101 T
I
B U= 10V]
T ———Ug=1V |
1
175 °C
1 il
AT
10° i atlli P caniin N
75 IR
TN,
L= HATIT-55°C
10"
10" 10° 10' 10° 10°mA
——'—"IC
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Kollektor-Basis-Kapazitat
Cop=Ff(Ucs); Tu=25°C

pf
10°
Ces
10 N
N
10°
10" 10° 10’ 102y
———>-ch
Sattigungsspannungen
UBEsat = f(Ic): UCEsat = f(lc)
B =10; T, =25°C
10°
‘] C L '/,
T 10 Uee Uge
f y
I
II
10
1° {
1
10"
0 02 04 06 08 10 12 14 16V

——>UgesatiUce sat



PNP-Silizium-Planar-Transistor BSS 80

Einschaltzeit ¢, =7 (I ) Speicherzeit ts =1 (/)
B =10,T,=25°, Uec =30V Ty=25°C
Uge =Parameter
ns ns
3
10 -
fita —— Upe=0V,Uce=10V I fs
- == Use =20V, U= 30T T
|

—

fy
Rh \\
\
10° TN 107
=
ALY
\ B=10 ns
\ ' N
A\ A\ y’ \
'\ N B=20
N f N
\\\ N 1. /’: y
NN T
10 ) 10'
10° 10’ 10° 10% mA 10° 10’ 102 10> mA
—-]c — -
Abfallzeit t,=f (/)
Ucc =30 V; B =Parameter
ns
10°
f;
Ucc=30V
T i
T IENOIN o T
\ \B-zo
\
, =10\ |\
10 \
A\
\
A\
NHIN
\ h
A\
10°
10° 10’ 10? 103 mA
—_— 1(
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PNP-Silizium-Planar-Transistor

BSS 82

BSS82 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse 23 A 3

DIN 41869 (TO-236).

Dieser Transistor eignet sich besondersfiir schnelle Schalt- und allgemeine NF-Anwendungen
mittlerer Leistung in Dinn- und Dickfilmschaltungen. Der Transistor wird mit folgenden

Codebuchstaben (Stempel) gekennzeichnet:

Typ | Stempel | Bestellnummer
BSS82B l cL ’ Q62702-S409
BSS82C | CM Q62702-S408

Grenzdaten (T, =25°C)

Kollektor-Emitter-Spannung
Koiiektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung
Kollektorstrom

Basisstrom

Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Verlustleistung (T, =25°C)
(Keramiksubstrat 30 X 12 X1 mm oder
Glasfasersubstrat 30 X 12 x 1,5 mm)

Warmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Umgebung bei Montage auf:
Keramiksubstrat (30 x 12x 1 mm) oder
Glasfasersubstrat (30 X 12 x 1,5 mm)
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Gewicht etwa 0,02 g

~Ucgo | 60
~Ucgo | 60
—Ukso 5
g 800
Iy 100
T, 150
T, —55 bis +150
Pt 350
Ruysu | <358
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MaRe in mm

mA
mA
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BSS 82
Statische Kenndaten (7, =25°C)
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
(=10 pA) —U@rycso >60 \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(¢ =10 mA) —U @riceo >60 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(~-le=10 pA) —U grjeso >5 \Y
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(~Ig =15 mA; = =150 mA) —Ucesat <0,4 \%
(~Ig =50 mA; —I. =500 mA) —Ucgsat <1,6 \Y
Emitter-Basis-Reststrom
(Uge=3V) —Iego <10 nA
Kollektor-Basis-Reststrom
(-Ucg=50V) —Icgo <10 nA
(-Ueg=50V; Ty, =150°C) —IcBo <10 uA
Stromverstarkung
(<Ic=150 mA; -Uce =10 V) Gruppe B: B 40 bis 120 | —
(~Ic =150 mA; -Uce =10 V) Gruppe C: B 100 bis 300| —
Dynamische Kenndaten (7, =25°C)
Transitfrequenz
(~Uce =20 V; I =50 mA; f =100 MHz) fr >200 MHz
Schaitzeiten:
(Uce=30V; I =150 mA;
Igy~Ig,~15 mA)
Verzégerungszeit ty <10 ns
Anstiegszeit t, <40 ns
Speicherzeit tg <80 ns
Abfallzeit t; <30 ns
Kollektorkapazitat
(Uces =10 V; f=1 MHz) Ccro <8 pF
MeRschaltung fiir Schaltzeitenmessung

Eingang Eingang

Z,=50Q Z=50Q

. <2ns t. <2ns

0
16V -@I
f—
200ns

200ns

181




PNP-Silizium-Planar-Transistor

BSS 82

Einschaltzeit ., =f (I¢)
B =10; Ty=25°C; Usc =30 V
Ugg = Parameter

ns
103
ftg ——— U =0V, Tee=10v I
| —— Ugg =20V, Ucc=30V[TTT]
|
\
A
N
\
2 A\ Y
10 TN\
\
X,
\
\\ \ N
\ \\ \' P
NS
NN
101 N
10 10’ 102 103 mA
—-Ic
Abfallzeit ¢, =f(Ic)
Uec =30 V; B =Parameter
ns
10°
s il
Ucc=30V

10 \
\
] ANl
NI
N N A
N
10°
10° 10’ 102 10°mA
— I
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Speicherzeit ts =7(I)

Ty=25°C
ns
0’
fs
10%
=10 .
7 TN
dly” W
[8-20 \
10’
10° 10' 10?
——>—[c
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PNP-Silizium-Planar-Transistor BSS 82
Transitfrequenz fr =f(I) Kollektor-Basis-Kapazitat
Uce=20V; Ty= 25°C Ceg =f(Ucg); Ty=25°C

MHz pf
10° 10’
fr Ce
T L T B
—‘//
A L
// ™~ .,ﬁ\
107 / 10’ AN
7
™
™~
10 10°
10" 10° 10’ 107 mA 10" 10° 10’ 102y
__._.».]c ——>'UCB
Stromverstarkung B =f(I) Sittigungsspannungen
Uce=1V,Ue=10V; Ty=25°C Uggsar =F(Ic), Ucesar =F(lc)
B=10; T,=25°C
10 10’
B ——— U= 10V, -1 = L
T _—_UCE= 1V T
|11 Uce Uge
102
A / ya
175 o ]
jipm=ast
1T TN [
10° T N N 10
I 25 °CTTIN \
il /| \\_ |
s CERSs e W
0 =
h
K\L.JL -
10" 'ﬂ 10"
10" 10° 10’ 107 10°mA 0 02 04 06 08 10 12 1 16V
_’.1(

Uk satiUcE sat
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NPN-Transistor fiir Schalteranwendungen BSV 65

BSV65 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Schalt-Transistor im Geh&iuse 23 A 3
DIN 41869 (TO-236) fiir Dick- und Diinnfilmschaltungen.

Er eignet sich besonders fur Logikanwendungen bei rumlich gedréangtem Aufbau von mikro-
elektronischen Schaltungen und in Hybrid-Baugruppen.

Der Typ BSV 65 wird durch den Buchstaben »F« gekennzeichnet. Die danebenstehenden
Buchstaben (A und B) geben die Stromverstarkungsgruppe an. Der Transistor ist auf Wunsch
mit gednderter Anschlu3folge (Emitter- und Basisanschluf3 vertauscht) unter der Bezeich-
nung BSV65R (Stempel »FY« und »FZ«) lieferbar.

Typ | Stempel | Bestellnummer 1200512005
BSV6SA | FA Q62702-5347 | ETBE]—ﬁ 04 =005
BSV65B FB Q62702-S348 [ — =
BSV65RA | FY Q62702-S407 l at
BSV65RB | FZ Q62702-S406 C I |
0o | <

‘*3-0,15"1

Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten (7,=25°C)
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 Vv
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 20 \
Emitter-Basis-Spannung Uggo 5 \%
Kollektorstrom I 150 mA
Basisstrom Ig 30 mA
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +125 | °C
Gesamtverlustleistung (7, =45°C)
auf Glassubstrat (7 x7 x1 mm) Piot 150") mwW

Warmewiderstand

Sperrschicht — Umgebung bei Montage auf:

Glassubstrat (7 X7 X1 mm) Riuu =700 K/W
Keramiksubstrat (30 X 12 X 1 mm) Rinau =450 K/W
Glasfasersubstrat (30 X 12 x 1,5 mm) Rinsu =450 K/W

') Die zuldssige Gesamtverlustleistung ist durch den jeweiligen, einbaubedingten Warmewiderstand gegeben, mit

Tjmax— T
Poy= —m Y

Rinsu

184



NPN-Transistor fiir Schalteranwendungen BSV 65

Statische Kenndaten (7, =25°C)

Stromverstarkung

(Uce=0,35V; I =10 mA) Gruppe A (FA) B 40 bis 300 |-

(Uce=0,35V; I =10 mA) Gruppe B (FB) B 75 bis 300 |-

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic=10 mA; Ig=1 mA) Ucesat <0,3 \%

Basis-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic=10 mA; Ig=1 mA) Ugesat <0,9 Y,

Kollektor-Basis-Reststrom (Uggo =15 V) Iceo <500 nA
(UCBO=15 V, TU=12500) [cao <3O MA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung (Icgo =10 mA) U ggrceo >15 \'

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung (Icgo =1 pA) U ericeo >20 \%

Emitter-Basis-Durchbruchspannung (/ggo =10 pA) Ugrjeso >5 \Y

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Transitfrequenz

(Uce=10V; I:=10 mA; f =100 MHz) fr >280 MHz
Kollektor-Basiskapazitat (Ucgo =5 V) Cceo <5 pF
Schaltzeiten (I =10 mA; Ig; =3 mA; tein <20 ns
—Ig,=1,5mA; R_=270 Q) taus <40 ns
Speicherzeit (Ic =1g, =10 mA;
Rce=1kQ) ts <20 ns
MeRschaltung zur Messung der Aus- und Einschaltzeit Tastverhéltnis <2%

>300ns 220Q 01uF

- —] " ° I

T,

R-502
fr<ins

Sampling-0sz.
50Q

[Joe

Ug
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NPN-Transistor fiir Schalteranwendungen BSV 65
MeRschaltung zur M g der Speich it (ts) Tastverhéltnis <2%
500 / 890Q _OJIuF %Q -
>300ms —Ipy >—L
ST V=0V 01uF 500Q Sampling - Osz.
50Q
R5=50Q \U
h<1ns 569 5009 BE H 91Q
Ugg-TV == l‘luF ucc=10v—T—ﬁ Tl TuF
o I | :
Temperaturabhingigkeit der Stromverstérkung B = (I)
zuldssigen Gesamtverlustleistung Uce=1V; Ty=Parameter
Pt =F(Ty) (Emitterschaltung)
o0 60 180
WO T TTTTTTIITT 0]
]L 1=Glassubstrat 771mm ] I ! H
I 2=Keramiksubstrat 30x12x1mm | | | 1100
1 8= Glasfasersubstram(l 12x1,5mm =7 5 A
150 LM
Pt ] A \ T 25°C
va gria 40120
L pd N
N i 38
100 \ V] © ©
| -50°C > >
1_A2.3 /”Hm N F.l.l (£ g
\ ]
20 60
/]
50 \ 1
\ \
1 N
0| L] k 00
0 80 100 160°C 10" 1° 10’ 10? 10°mA
-0 .
I
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NPN-Transistor fiir Schalteranwendungen BSV 65

Ausgangskennlinien I =f(Uc) Ausgangskennlinien /. =f(Ucg)
s = Parameter (Emitterschaltung) Iy = Parameter (Emitterschaltung)
mA mA
150 % w0 =02k
2 022
y Vs f2,0 // =
/ —18 I L -
0 16 ¢ U/ 020
/% ~14 P 018
T —y- 1, T ’ = !
510
100 g 0 —
h A Ok
//
08 " =012
P T
I/ 06 — ——
’ / 4
50 ’ / E——— 0,08
04 5 (/ —0,06
. | —T
% = —— el
’ IB=0,2mA /"'— IB=O,02mA
/ | | !,___._-——
) L1 N4
0 10 20V 0 10 20V
— U —
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Basis-Emitter-Sattigungsspannung
Ucesar =7 (Ic), Uggsar =F (1),
B =10; Ty, =Parameter B =10; Ty, =Parameter
mA mA
10% 10
5 il
&
Iy = L
I et T 10 pa
‘ 5 S Py A
/ 11
[ /
0 / 10’ - /
f F
5
5 [
i /
10°= 50k 256\ 100°C 10° 100° 25% 50°C
| — T I
: A 5 a5
T\ |
\ \\ |
10" \ 10 I
0 01 0,2 03 0,k 05V 0 0,5 1,0 19V
— UGE saf — UBE sat
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NPN-Transistor fiir Schalteranwendungen

BSV 65

Kollektor-Basis-Kapazitat

CN=f(cho)
10
5
L1 Copol(“eso)
Coo(dV)
. \-ﬁ___
10° I i——
5
107 n ,
107 5 10° 5 10 5 10y
— Uy
Kollektorstrom 7 =f(Ugg)
Uce =1V (Emitterschaltung)
mA
10°
5
Ic / 4
10 / /
5 II ,I’ I’
4
7
WaNs
10’ 100°CF25-50°C
5 i :r
N |
AN I
109 I
5 I
10"
0 04 0% 12
——> U
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Temperaturabhangigkeit
des Reststromes /o =f(T); Ucgo =25 V

J

nA
10°
7
o 7
105 p4
T yd
»
10°
7 y
'I
4 /
o )4
10! -
/ — Mittglwert  5—
4 — — Streuwert,  ——
- ]
0 100 200°C
—1y
Transitfrequenz fr =f(I¢)
Uce =10 V; f=100 MHz; T, =25°C
MHz
6
T A Pl
i
U
//
3
4
/
/
2
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0
10° 10' 5 10°mA
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Regelbaustein BZW 20

Dieses Bauelement, ein Transistor mit integriertem Basis-Emitterwiderstand und Z-Diode,
im Gehause 24 A 3 DIN 41869 (TO-236) ist besonders als Regelbaustein fiir die verschiedensten
professionellen und industriellen Elektronikschaltungen geeignet. Bei rdumlich gedrangten
Aufbau von mikroelektronischen Schaltungen besonders fiir die Hybrid-Baugruppen der
Dick- und Dinnschichttechnik geeignet.

Der Typ wird durch die Buchstaben »TZ« am Geh&use gekennzeichnet.

Typ | Stempel ] Bestellnummer 14005 120,05
1 0,1 0015
BzZw20 |7z [Q62702-21387 - L%; T —
Schaltbild o TIZ ? E
K 4
040,03 o
°F o =
‘——3-0,15——1
Gewicht etwa 0,02 g
MaRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 20 \%
Basis-Emitter-Spannung Uze 8,4 bis 9,5 \
Kollektor-Strom I 100 mA
Basis-Strom 1 10 mA
Lagertemperatur Ts —55 bis +125 °C
maximale Sperrschichttemperatur T 115 °C
Gesamtverlustleistung (7, =45°C) Piot 150 mw
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Luft bei Montage auf:
Glassubstrat (7x7 X1 mm) Rinsu <700 K/W
Glasfasersubstrat (30 x 12 x 1,5 mm) Riusu <450 K/W
Keramiksubstrat (30 X 12 X 1 mm) Riuu <450 K/W
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Regelbaustein BZW 20

Statische Kenndaten (7, =25°C)

Kollektor-Basis-Reststrom

(Uce=20V) Iceo <100 nA
(Uce=20V; Ty=125°C) Iceo <30 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Ic =100 pA) U griceo >20 v
Stromverstarkung
(Ic=50 mA; Uceg=1,5V) B >15 -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=18 mA; I;=2 mA) Ucesat <0,4 v
Differentielle Stromverstarkung Al ¢
[c=16 MA; Uce=15V) B = a1, | 250 -
Differentielle Steilheit Al
(Ic=18 MA; Uee =15 V) S=--"% 1700 mS
AUz
Temperaturabhéngigkeit der Abhéngigkeit des Wirmewider-
zulassigen Gesamtverlustlei g standes von der Substratfliche
Pw'zf(TU) RmJU =f(F)
LS
mw w
08— 0
WO T TTTITIITTTTT] T
1=Glassubstrat 7<7<1mm ] 8 N
1 2=Keramiksubsirat 30x12xImm | N
T 3=0blasfasersubstrat 30x12x%,5mm T Rinau N i
; 6 ]
150 N
Pot L \ \ T \\ i
T - A A
| N
100 ‘ ‘.a__
1_ N\Z.J 1=Glassubstrat Tmm
NLL 2=Keramiksubstrat 1mm
\ 3=Clasfasersubstrat 1,5mm
2 IR | 1 J—. ! .
50 ——
] \
L | ) \ [ |
0 ‘ ‘ | 1 ‘J 102 1 l
0 50 100 160°C 10! 5 102 5 103 mme
——>7’U ——F
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Regelbaustein BZW 20

Zulassige Impulsbelastbarkeit fiir Zulassige Impulsbelastbarkeit
Keramiksubstrat 30 x 12 X 1,5 mm fiir Glassubstrat 7 x 7 X 1 mm
Iwoe =f(t); v =Parameter e =1 (t); v =Parameter

K K
W w
10° = PR 5 0% == R
51 s fis s0; o
| P>
10 T
s~ g 5
T 5 70,05
=TT A
U,DZ,«? I
g 7
7
Wi
5;'}/{
Pyl
Vg tind ]
004
5 ! i
ot L Lo Lo LR Lo ot L Lol L ll LI
w8 % 1wt ow0d 0?1t 0% o8 0% w0t w0 w? o' 10

Differentielle Stromverstarkung Differentielle Steilheit

Mgy s= Mo 4y
ﬁ*Alzf(c) —E“Z‘E'—(c'
Uce=15V; f=1kHz Uge =15 V; f=1kHz
mS
300 800 /
8 5 700 //
T / T 600
200
// 500
/ 400 /
/ 300 /
100° /
| 200 /
! 100
0 0 L ]
0 4 8 12 16 20 22mA 0 4 8 12 16 20 22mA
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Dioden




Typeniibersicht Dioden
Schaltdioden
Typ Sperrspannung | DurchlaBspannung U | Schaltzeitt,, | Stempel | Seite
(V) Ug bei Ir=100 mA (V) (ns)
BAL74 50 1 4 JC 195
BAL99 70 1,3 6 JF 197
BAR 74 50 1 4 JB 202
BAR 99 70 1.3 6 JG 204
BAV70 707) 1 6 JH 209
BAV74 50") 1 4 JA 212
BAV 99 70") 1,3 6 JE 214
BAW56 70" 1,3 6 JD 219
Kapazitatsdioden
Typ Sperr- DurchlaRR- | Kapazitat bei 1 MHz und|Betr.-Temp. °C|Stempel | Seite
spannung | strom I |Ur=25V =3V
Ugr(V) (mA) C, (pF) C, (pF)
BBY31 |28 20 1,8bis2,8 11,5 —65 bis +100 | UG 226
BB503 | 28 20 1,9 bis 2,4 9 bis 14 —-55 bis +100 | UB 224
BB504 | 28 20 4,3 bis 6 26 bis 32 | —55 bis +100 | UD 225
Z-Dioden
Typ Nenn- Typ Nenn- Typ Nenn- Seite
spannung spannung spannung
Uz (V) Uz (V) Uz (V)
BZX84Cov8 | 0,78 BZX84C6V2 6,2 BZX84C18 18
BZX84C2v4 | 24 BZX84C6V8 6,8 BZX84C20 20
BZX84C2Vv7 | 2,7 BZX84C7V5 7,5 BZX84C22 22
BZX84C3V0 | 3,0 BZX84C8V2 8,2 BZX84C24 24
BZX84C3Vv3 | 3,3 BZX84C9V1 9,1 BZX84C27 27
BZX84C3V6 | 3,6 BZX84C10 10 BZX84C30 30 ¢ 227
BZX84C3V9 | 3,9 BZX84C11 1" BZX 84C33 33
BZX84C4V3 |43 BZX84C12 12 BZX84C36 36
BzZX84Cav7 | 4,7 BZX84C13 13 BZX84C39 39
BZX84C5V1 | 5,1 BZX84C15 15 BZX84C43 43
BZX84C5V6 | 5,6 BZX84C16 16 BZX84C47 47

') Doppeldiode (Werte gelten fiir Einzeldiode)
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Silizium-Planar-Diode BAL 74

Die Silizium-Planar-Diode BAL 74 im Kunststoffgehiuse 23 A3 DIN 41869 (TO-236) eignet sich
zum Einsatz als schnelle Schaltdiode in Schichtschaitungen. Die Diode wird mit den Code-
buchstaben »JC« gekennzeichnet.

Typ | Stempel I Bestellnummer 120,05 12005
’?‘ D1x0ms
BAL74 | JC | Q62702-A614 sh A[ AL T
| 1 T IE >
Siz x | F5
K K Fq:‘j—i,
0btomy | & 03,025
3 12938
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten (7, =25°C)
Sperrspannung Ugr 50 \%
Richtstrom (¢t,, =10 ms) Iy 70 mA
DurchlaBstrom Ie 150 mA
Spitzenstrom (t = 15 ms) fem 200 mA
StoRBstrom (t =1 ps) Tes 4,5 A
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +125 | °C
Gesamtverlustleistung Piot 180 mw
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung bei Aufbau auf:
Glassubstrat (7 +7 x 1 mm) Ry =700 K/W
Keramiksubstrat (30 X 12x 1 mm) Rinsu =450 K/W
Glasfasersubstrat (30 X 12 X 1,5 mm) Rinsu =450 K/W
Sperrschicht-Lotstelle RipoL =350 K/W
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Silizium-Planar-Diode BAL 74

Statische Kenndaten (Ty=25°C)

DurchlaBspannung (I = 100 mA) Ue =1 \Y
Sperrstrom (Ug =50 V) Ig =0,1 uA
Sperrstrom (Ug =50V, T;,=125°C) Ig =100 uA
Durchbruchspannung (Iz=5 pA) Ugr =51 \

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Kapazitat (Ug =0 V) Co =2 pF
Sperrverzégerungszeit
(I =Ig =10 mA, Erholung auf 1 mA) t, =4 ns

Sperrverzégerungszeit
(Ie=10 mA; Ug=6V; R_=100 Q;

bei Erholung auf 1 mA) t, =2 ns
Max. zuldssiger DurchlaBstrom Zulassiger Spitzenstrom
Ie als Funktion der Einschaltdauer
SR Ie=F(0)
o, ° A
150 10 o
I i
T¢ max . Ie 5 U;
T 0,01 \Q\
007Ny
0 N
100 \ \ 10" = =
5 0,1 s
\ 2\ 3 ] N NN
NI\
TN i ady
\\‘ 5 L M-
N T —»
e
0 1?2 LU LI L1
0 50 100 150 °C 108 0% w0 103 w02 0 10°s
— TL et f

Warmewiderstand:

1 Glassubstrat 7 X 7 X 1 mm?, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 x 12 x 1 mm?, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 x 12 X 1,5 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle Anschlufahnen sind
zu messen, bezogen auf die warmste, 350 K/W
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Silizium-Planar-Diode BAL 99

BAL99 ist eine epitaktische Silizium-Planar-Diode im Kunststoffgehduse 23 A3 DIN 41869
(TO-236).

Sie findet Anwendung als schneller Schalter speziell fir Dinn- und Dickfilmschaltungen.
Der Typ wird in Kurzform mit »JF« am Geh&use aufgestempelt.

Typ | Stempel | Bestellnummer 16005 1£005
i nlig
BAL99 JF Q62702-A611 ) 0,140,015
| | K K, [ . 1
| kB
! S B
A A‘El'“k"f”:]' "t
- - N [-
Ohe003 S 0 025
-~ 3y~ gz
MafRe in mm Gewicht etwa 0,02 g

Grenzdaten (7, =25°C)
(bezogen auf eine Diode)

Sperrspannung Ug 70 \%
DurchlaBstrom Ie 100 mA
Richtstrom (¢,, =10 ms) Io 70 mA
Stofdstrom (t = 1 us) Irs 4,5 A
Sperrschichttemperatur T 150") °C
Umgebungstemperatur Ty -55 bis +125 | °C
Gesamtverlustleistung im Bauelement (7, =85°C?) Piot 180 mW

Warmewiderstand

Sperrschicht-Lotstelle RinaL =350 K/W
Sperrschicht-Substratriickseite Rinsr =700 K/W
(Glasubstrat 7 x7 X 1 mm?3)

') Zulassig fur max. 500 Betriebsstunden
2) T_=Temperatur der wirmsten Lotstelle
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Silizium-Planar-Diode

BAL 99

Statische Kenndaten (7, =25°C)

DurchlaBspannung (I =1 mA)
DurchlaBspannung ([ =10 mA)
DurchlaBspannung (/- =50 mA)
DurchlaBspannung (I =100 mA)
Sperrstrom bei Ug =70 V

Sperrstrom bei Ug =70V und 7;=150°C
Sperrstrom bei Ur =25V und 7;=150°C

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Kapazitat (Ug =0, f=1 MHz)
Sperrverzogerungszeit

beim Umschalten von Ir=10 mA auf Ug=1V

mit R_ =100 Q gemessen bei Iz =1 mA
Sperrverzégerungsladung

beim Umschalten von I =10 mA auf Ug=5V

mit R, =500 Q
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Silizium-Planar-Diode

BAL 99

MefBschaltungen:

MeBschaltung fir Einschalt-Scheitelspannung:

I 1kQ

450Q

Oszillograf

, T
Priifling

Impulsgenerator: t,=120ns V7;=0,01

t,=20ns R;=50Q

MefBschaltung fir Sperrverzégerungszeit

U
90 %
Urn
|
Lgpoe N, [/
PR PERPRN t
Ostzillograf: R=50 Q
t,=0,35 ns
C=1pF

Prifling
A e il ol e R ‘
C NN, | % e
v | t
| l T[F Oszillograf . ﬂ
Uk 0% Ig=1mA
| ]
Impulsgenerator: t, =100 ns V;=0,05 Oszillograf: R =50 Q
t. =06ns R;=50Q t,=0,35 ns
Uy=Ugr+I:-R, C=1pF
MefBschaltung fir Sperrverzugsladung:
Prifling
(o) 3 UT Os=Uon~C
N 1A C
f RN AR ‘ \
[ | CP T I ¥, == | H]g Oszillograf Ugw \
T U ¥=
, ) ' ; !
Impulsgenerator: t, =400 ns V;=0,02

t. =2ns R; =500 Q
Upy=Ur+I:-R;

Oszillograf: R=10 MQ

C=7pF
D,: BAW 62

D,: sehr schnelle Diode
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Silizium-Planar-Diode BAL 99

Max. zuldssiger DurchlaBstrom zulédssiger Spitzenstrom
Ie — als Funktion der Einschaltd
Temax ) fe=fi)
o, A
150 1 0
I i
T¢ max Ie 5 wad 1

—_—
B
[’
N
1//
7
ys

0
100 10° 7

17,

I

X )
\ 2\ ; 0.2 NI
N . :

N T —
(R
0 10 LLLI _LJJJ“LLU.”M
0 50 100 150 °C 0% 105 10* 10 107 10" 100
— ] Ll

Warmewiderstand:

1 Glassubstrat 7 x 7 x 1 mm?, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 x 12 x 1 mm?, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 X 12 x 1,5 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle AnschluBfahnen sind
zu messen, bezogen auf die warmste, 350 K/W
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Silizium-Planar-Diode BAL 99

DurchlaBkennlinie DurchlaBspannung
Ir=Ff(Ug) als Funktion der Sperrschichttemp.
Ue=F(T)
mA v
100 10
L[] ] +
It — Mittelwert | U Ie=100mA | | T~
o0 ——- Streuwert | A i \\,TJ':...
, -~
N
h-25° | 10mA TN
/ [ ™
60 i |
-
N
05 1mA ™ N
i N
40 } 01 mA ™ 3
/ N
/ N
20 /
/
/
/7
0 4 0
0 05 10 15V 0 50 100 150°C
e —_ UF —_— ]'J

Sperrstrom als Funktion der

Sperrschichttemperatur
Ig=Ff(T)
nA
10° —
=
I oberer Y
[ _[==="Streuwert Ug =70V A
1[]" = Mittelwerte & 1/
VAWV 4
4"
-1
o v A/
i0 5
/
yAVA
y o]
10 ,/,/
’I
7/
V7
y /
o LA/
0 50 100 150 °C
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Silizium-Planar-Diode BAR 74

Die Silizium-Planar-Diode BAR74 im Kunststoffgehause 23 A 3 DIN 41869 (TO-236) eignet sich
zum Einsatz als schnelle Schaltdiode in Schichtschaltungen. Die Diode wird mit den Code-
buchstaben »JB« gekennzeichnet.

Typ | Stempel lBestelInummer 120,05 120,05
vf- -
R74 702-A61 [5 . - 01+0015
BA |JB | 062702-A615 R Y —
1 J [
B - B
\ 1 <
L
042003 E, 1.025
3> 1oz
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten (7, =25°C)
Sperrspannung Ug 50 Y
Richtstrom (¢,, =10 ms) Io 70 mA
Durchlaf3strom I 150 mA
Spitzenstrom (t =15 ms) Fem 200 mA
StoRstrom {t =1 us) ies 4,5 A
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +125 | °C
Gesamtverlustleistung Piot 180 mw
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung bei Aufbau auf:
Glassubstrat (7 x7 X 1 mm) Rinsu =700 K/W
Keramiksubstrat (30 X 12 X 1 mm) Rinsu =450 K/W
Glasfasersubstrat (30 x 12 x 1,5 mm) Rinsu =450 K/W
Sperrschicht-Lotstelle R =350 K/W
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Silizium-Planar-Diode BAR 74

Statische Kenndaten (7, =25°C)

DurchlaBspannung (/=100 mA) Ue = \
Sperrstrom (Ug =50 V) Ir =0,1 uA
Sperrstrom (Ug =50V, Ty=125°C) Ig =100 uA
Durchbruchspannung (/g =5 pA) Usg, =51 \
Dynamische Kenndaten (7, =25°C)
Kapazitat (Ug=0V) Co =2 pF
Sperrverzégerungszeit
(Ie=Ir =10 mA, Erholung auf 1 mA) t, =4 ns
Sperrverzégerungszeit
(Ie=10 mA; Ug=6 V; R, =100 Q;
bei Erholung auf 1 mA) t, =2 ns
Max. zuldssiger DurchlaBstrom 2Zulassiger Spitzenstrom
e als Funktion der Einschaltdauer
Tm: =f(T.) I =f(t)
% A
150 10"
1T
I i §
T¥ max I¢ 5 HO00;
T 00NN
002Ny
0 N
100 \ 10" = S
\ 5 —U,T
\ | i ™ -
0,2 ™~
\ 2\ 3 ™NN ~'\\
NS
\ NS
50 \ \\ t
\\ T —
Ly
0 12 LU H‘l!ll I 1
0 50 100 150 °C 0% 105 w0t 103 w2 1 10
— —f

Warmewiderstand:

1 Glassubstrat 7 x 7 x 1 mm?, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 x 12 x 1 mm?, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 x 12 X 1,5 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle AnschluBfahnen sind
zu messen, bezogen auf die warmste, 350 K/W
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Silizium-Planar-Diode

BAR 99

BAR99 ist eine epitaktische Silizium-Planar-Diode im Kunststoffgehduse 23 A3 DIN 41869

(TO-236).

Sie findet Anwendung als schneller Schalter speziell fir Diinn- und Dickfilmschaltungen.
Der Typ wird in Kurzform mit »nJG« am Geh&use aufgestempelt.

Typ ' Stempel'| Bestellnummer
BAR 99 |JG | 62702-A610

Grenzdaten (7, =25°C)

Sperrspannung

DurchlaRspannung

Richtstrom (¢t,, =10 ms)

StoRBstrom (t=1 us)

Sperrschichttemperatur

Umgebungstemperatur

Gesamtverlustleistung im Bauelement (7 =85°C?)

Warmewiderstand

Sperrschicht-Lotstelle
Sperrschicht-Substratriickseite
(Glassubstrat 7 x7 x 1 mm)

') Zulassig fir max. 500 Betriebsstunden
2) 7. =Temperatur der wirmsten Létstelle
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f

A I =91
16 o E
| ¥
I
04+0,03 uc—; 1.0
e 3.g 15— 12035
MaBe in mm Gewicht etwa 0,02 g
Ugr 70 \
Ie 100 mA
Io 70 [ mA
Ies 4,5 A
T 150") °C
Tu -55 bis +125 °C
Prot 180 mw
RinaL =350 K/W
Rinssr =700 K/W




Silizium-Planar-Diode BAR 99

Statische Kenndaten (7, =25°C)

DurchlaBspannung (Il =1 mA) Ue =715 mV

DurchlaBspannung (I =10 mA) Ue =855 mV

DurchlaBspannung (/r =50 mA) Ur =11 \

DurchlaBspannung (/g =100 mA) Ue =1,3 \%

Sperrstrom bei Ug=70V Iy =25 uA

Sperrstrom bei Ug=70 V und 7;=150°C Iy =50 uA
— 1

Sperrstrom bei Ug =25V und 7;=150°C Ig =30 uA

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Kapazitat (Ug =0, f=1 MHz) C 1,6 pF
Sperrverzégerungszeit

beim Umschalten von Ir =10 mA auf Ug =1V
mit R, =100 Q gemessen bei Ig=1 mA te =6 ns
Sperrverzégerungsladung

beim Umschalten von Iy =10 mA auf Ug=5V
mit R =500 Q Q¢ =45 pAs
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Silizium-Planar-Diode BAR 99

MeRschaltungen:

MeBschaltung fiir Einschalt-Scheitelspannung:

I 1k 4508

Y U
90 %
| I Oszillograf Urn
| - ! T 10%
Priifling b ety t
Impulsgenerator: t,=120ns V;=0,01 Oszillograf: R=50 Q
t.=20ns R;=50Q t,.=0,35 ns
C=1pF
MelBschaltung fiir Sperrverzégerungszeit:
Prifling
AN e Ll ol O f
] NN | o ]
¥ 1 t
I I T]F Oszillograf ﬂ
[ J Ug 0% Ig=1mA
Impulsgenerator: t, =100ns V;=0,05 Oszillograf: R =50 Q
t, =0,6ns R;=50Q t,=0,35 ns
U,=Ugr+I¢ "R, C=1pF

MelBschaltung fiir Sperrverzugsladung:

Prifling
el . yb OstUmeC
[ Izl AN 1 v
N ) - T
L] bie v, S==|[[& | osziograt Uew
T U Y2
L s + T ¢
t
Impulsgenerator: t, =400ns V;=0,02 Oszillograf: A= 10 MQ
t, =2ns R, =500 Q C=7 pF
U,=Ur+Ir "R, D,: BAW 62

D,: sehr schnelle Diode
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Silizium-Planar-Diode BAR 99

Max. zulassiger DurchiaRstrom zuldssiger Spitzenstrom
I als Funktion der Einschaltdauer
—— le=tt0)
N A
150 10" =g
I i
—— g
Tt max I 5 —_[LJ[L
N
T 0,01 Q\
0
100 X 10 = =
AN —DI R
\ 2\ 3 TN
NN
N , i
50 \ \ -
\\ a
N la— T —!
T I
. o L Hiant
0 50 100 150 °C 108 105 10t 0% 0?7 o 100s
— —_—

Warmewiderstand:

1 Glassubstrat 7 X 7 x 1 mm?, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 x 12 x 1 mm?, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 x 12 x 1,6 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle AnschluRfahnen sind
zu messen, bezogen auf die warmste, 350 K/W
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Silizium-Planar-Diode BAR 99
DurchiaBBkenniinie DurchlaBspannung
I =f(Ug) als Funktion der Sperrschichttemp.
Ur =£(T)
mA v
100 10
Ie —— Mittelwert ] Ue Te=100mA | | T~
%0 l——=— Streuwert | F \\\\
T ’ T 3
N
I=257C | 10mA TN
60 : / R
I / TN
I 05 1mA TN S
| N
40 1 01 mA S
/ \\ N
/ ™N
20 / ™
/
/
// 4
0 4 0
0 05 10 15V 0 50 100 150°C
—U; — ]
Sperrstrom als Funktion der
Sperrschichttemperatur
Ig=f(T)
nA
10° ——
- —
S
Iy oberer [ 7
| === Streuwert Ug =10V A
. ——— Mittelwerte ps A
10 /
= VAW 4
= d
=t
" v/ /
W
y,
yAVA
[ /5V
10 )74
’l
yAV 4
4
vird
101 //
0 50 100 150 °C
—_— "J
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAV 70

Die Silizium-Planar-Doppeldiode BAV70 im Kunststoffgehause 23 A 3 DIN 41869 (TO-236)
eignet sich zum Einsatz als schnelle Schaltdiode in Schichtschaltungen. Die Diode wird mit
den Codebuchstaben »JH« gekennzeichnet. Die angegebenen Daten gelten, sofern nicht
anders angegeben fiir jedes Diodensystem.

Typ | Stempel | Bestellnummer 12005 1:005
BAV70 | JH | Q68000-A3574 A1 A, TA 0120015
f T -
RS
K K t N_
§.‘f
04*0,03 o
A 3,015 —*
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten (7, =25 °C)
Sperrspannung Ug 70 \'
Richtstrom (t,, =10 ms) 1" 70 mA
DurchlaBstrom I") 150 mA
Spitzenstrom (t =15 ms) iem') 200 mA
StoRstrom (t =1 us) ies 4,5 A
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +150 | °C
Gesamtverlustleistung P 180 mwW
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung bei Aufbau auf:
Glassubstrat (7 X7 X1 mm) Rinu =700 K/W
Keramiksubstrat (30 X 12 X 1 mm) Rinsu =450 K/W
Glasfasersubstrat (30 X 12 x 1,5 mm) Rinsu =450 K/W
Sperrschicht-Lotstelle Rins =350 K/W

MeRschaltung fiir Sperrverzégerungszeit

Priifling
Fruiing

) e lnk e B
NG | 0% ) tre

—

l

| I Tl Oszillograf ﬂ
| | U 0% r=1mA

') Summe beider Diodenstréme
%) Py ist die gesamte Verlustleistung des Bauelementes, die zur Ersatzsperrschichttemperatur 7, fiihrt. Ry, gilt unabhangig
von der Aufteilung der elektrischen Belastung auf die beiden Diodensysteme.
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAV 70
Statische Kenndaten (7, =25 °C)
DurchlaBspannung (Ir=1 mA) Uk <715 mV
DurchlaBspannung (I =10 mA) Ue <855 mV
DurchlaBspannung (/=100 mA) Ue =1,3 Y
DurchlaBspannung (I =50 mA) Ue =11 \Y
Sperrstrom (Ug=70V) Ig =5 A
Sperrstrom (Ug =70V, T;=150°C) Ig =100 HA
Durchbruchspannung (Ig =5 pA) Ug, =70 Vv
Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)
Kapazitat (Ug =0, f=1 MHz)" Co =1,5 pF
Sperrverzogerungszeit (I =10 mA; Ug=1V; R =100 Q;
bei Erholung auf 1 mA) t, =6 ns
Max. zulassiger DurchlaBstrom Zuléssiger Spitzenstrom
Ie als Funktion der Einschaltdauer
= FAT) Ie =f (t)
o/o F max A
450 10! n
If i
0,004
Iqux Ig S N
001N
0.02([ ™
100 N \ 10° —Flﬁls'
\ 2\3 5 (10,

W

L L

T

V//4

\\\ 0,2
50 N \\\ 107 —
N =
N 1
0 o7 LLL
0 50 100 150 °C 108 10%

_.____’TL

Warmewiderstand:

1 Glassubstrat 7 x7 x 1 mm?, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 x 12 X 1 mm?, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 x 12 x 1,56 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle AnschluBfahnen sind
zu messen, bezogen auf die warmste, 3560 K/W
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Silizium-Planar-Doppeldiode

BAV70

mA
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T 80
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IR
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DurchlaRstrom I =f (Ug)
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAV 74

Die Silizium-Planar-Doppeldiode BAV74 im Kunststoffgehduse 23 A3 DIN 41869 (TO-236)
eignet sich zum Einsatz als schnelle Schaltdiode in Schichtschaltungen. Die Diode wird mit
den Codebuchstaben »JA« gekennzeichnet. Die angegebenen Daten gelten, sofern nicht
anders angegeben fiir jedes Diodensystem.

Typ | Stempel | Bestelilnummer 140,05 12005
BAV74 | JA | 062702-A498 Moo ’?'A.ZEJ_MV S
; T A x
1A & £
I T <
K K ]
= '
0,4%003 = 01.025
Ay g W3
Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten (7, =25 °C)
Sperrspannung Ur 50 \%
Richtstrom (t,, = 10 ms) 1.") 70 mA
DurchlaBstrom 1) 150 mA
Spitzenstrom {t = 15 ms) iem') 200 mA
StoRstrom (t =1 us) fes 4,5 A
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Umgebungstemperatur Tu —55 bis +125 | °C
Gesamtverlustleistung Poi?) 180 mw
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung bei Aufbau auf:
Glassubstrat (7 X7 x1 mm) Riusu =700 K/W
Keramiksubstrat (30 X 12x 1 mm) Rusu =450 K/W
Glasfasersubstrat (30 X 12x 1,5 mm) Rinsu =450 K/W
Sperrschicht-Lotstelle RinoL =350 K/wW

') Summe beider Diodenstrome
?) Py ist die gesamte Verlustleistung des Bauelementes, die zur Ersatzsperrschichttemperatur 7; fiihrt. R, gilt unabhéngig
von der Aufteilung der elektrischen Belastung auf die beiden Diodensysteme.
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Silizium-Planar-Doppeldiode

BAV 74

Statische Kenndaten (7, =25 °C)

DurchlaBspannung (I =100 mA)
Sperrstrom (Ug=50V)

Sperrstrom (Ug =50V, T, =125 °C)
Durchbruchspannung (Ig =5 uA)

Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Kapazitat (Ug=0V)
Sperrverzégerungszeit

(Ie=Ig =10 mA, Erholung auf 1 mA)
Sperrverzégerungszeit

(I, =10 mA; Ur=6V; R_.=100 Q;
bei Erholung auf 1 mA)

Max. zuléassiger DurchlaBstrom

Ie

= f(T)

F max

50 \

A\

N

0 50 100

PR— ]’L

Warmewiderstand:
1 Glassubstrat 7 x 7 x 1 mm?, 700 K/W

150 °C

2 Keramiksubstrat 30 X 12 X 1 mm?, 450 K/W

Glasfasersubstrat 30 x 12 x 1,56 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle AnschluR3fahnen sind

zu messen, bezogen auf die warmste, 350 K/W

Ig

Ue =1 \%
In =0,1 pA
Ir =100 nA
Ug, =50 \
Co =2 pF
t, =4 ns
te =2 ns
Zuléssiger Spitzenstrom
als Funktion der Einschaltdauer
Ir=f (t)
A
10"
T
il
5 0,004
N
0,01 Q\
002{] ™
100 LA
=005
5 0.1
0,2 B
NNUINN
\N::E
107 —
=y el
Lr]
e
12 LU LI £ o
0% 1% 1% 103 w0z e 100
—_—
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Silizium-Planar-Doppeldiode

BAV 99

Die epitaktische Silizium-Planar-Doppeldiode BAV99 besteht aus zwei in Reihe geschalteten
Einzeldioden. Die Diode im Kunststoffgeh&use 23 A3 DIN 41869 (T0O-236), findet Anwendung
als schneller Schalter speziell fiir Dinn- und Dickfilmschaltungen. Der Typ wird in Kurzform

mit »JE« am Gehause aufgestempelt.

Typ | Stempel ] Bestellnummer 120,05 1¢005

BAV99 | JE | a68000-A1185 hey [E TAZEIJ—;

' L 3
Ky Kz T =
Aq .T__’__i
04:003 | :-,
K1 — 3015 —]
MaBe in mm Gewicht etwa 0,02 g
Grenzdaten (7, =25°C)
(bezogen auf eine Diode)
Sperrspannung Ug 70
DurchlaBstrom I 100
Richtstrom (t,, =10 ms) Iy 70
StoRRstrom (t=1 us) Ieg 4,5
Sperrschichttemperatur T; 150")
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +125
Gesamtverlustleistung im Bauelement (7, =85 °C?) Pt 180
Wirmewiderstand
Sperrschicht-Lotstelle Riror =350
Sperrschicht-Substratriickseite Rinusr =700

(Glassubstrat 7 x7 x1 mm)

') Zulassig fir max. 500 Betriebsstunden
2) T, =Temperatur der wirmsten Létstelle
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAV 99
Statische Kenndaten (7, =25 °C)

DurchlaBspannung (/=1 mA) Ue =715 mV
DurchlaBspannung (I =10 mA) Uk =855 mV
DurchlaBspannung (I =50 mA) Ue =11 \
DurchlaBspannung (/g =100 mA) Ue =1,3 \
Sperrstrom bei Ug=70V I =25 uA
Sperrstrom bei Ug =70V und 7;=150°C Ig =50 pA
Sperrstrom bei Ug=25V und 7;=150°C Ig =30 pA
Dynamische Kenndaten (7, =25 °C)

Kapazitat (Ug =0, f =1 MHz) Co 1,5 pF
Sperrverzégerungszeit

beim Umschalten von I =10 mA auf Ug=1V

mit R =100 Q gemessen bei Ig=1mA t, =6 ns
Sperrverzégerungsladung

beim Umschalten von Ip=10 mA auf Ug=5V

mit R, =500 Q Qq =45 pAs
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAV 99

Mefschaltungen:
Melschaltung fir Einschalt-Scheitelspannung :

I 1k 4509

U
90 %
1 0szillograf Uy
T . I 10%
Priifling B ) DRI t
Impulsgenerator: t,=120 ns V;=0,01 Oszillograf: R =50 Q
t,=20ns R, =50Q t,=0,35ns
C=1pF
MeBschaltung fiir Sperrverzégerungszeit:
Prifling
A b
Q i T/ | 0% o frr
- - ¢ 1
L () T[F Oszillograf

Y
-90% /f
L I by 3 Ip=1mA

Impulsgenerator: ¢, =100 ns V10,05

Oszillograf: R =50 Q
t, =06ns R, =50Q t, =0,35ns
U,=Ug +I¢ - R; C=1pF

MelSschaltung fir Sperrverzugsladung:

Prifling
0 10/11 /.? Os=Uem<C
[ T 174} ° <t 1 "
N s <
L] b vo, S==I[]& | oslogrs Uew
5 U e
: S|y : ! N
t
Impulsgenerator: t, =400 ns V;=0,02 Oszillograf: R=10 MQ
t, =2ns R; =500 Q C=7 pF
U,=Ugr+I¢"R,; D,: BAW62

D,: sehr schnelle Diode
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAV 99

Max. zuldssiger DurchlaBstrom Zuldssiger Spitzenstrom

Ie als Funktion der Einschaltdauer
= f(T) Ir=F(8)

Te max
”, A
150 10'

+—0,00!
¥ max A

L ot
—
S
=2
Vi
VAV Y4

100 10°

\
N
N

y N

A
I
of <
i
7/
/
’I
7,
1474

17
1//4

™~

T
POt b
5 o2 LU L IIM

0 50 100 150 °C 0% 105 104 103 107 17 100

— —

Wiarmewiderstand:

1 Glassubstrat 7 x 7 X 1 mm?3, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 X 12 x 1 mm?, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 X 12 x 1,6 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle AnschluBRfahnen sind
zu messen, bezogen auf die wirmste, 350 K/W
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAV 99

DurchiaBBkennlinie 7. =f (U{) DurchiaBspannung als Funktion der
Sperrschichttemperatur U =f (T)

mA v
100 10
L[] | uy
Ie — Mittelwert | Us Te=100mA | | T~
80 ——— Streuwert 1 " T
T ’ T 3
NS
Ry =25 | 10mA TN

60 / [

/ N

05 1mA TN ™

| N

40 1 01mA SN
! \\ N
/ N
20 / ™
/
/ 2
V d
0 A/ 0
0 05 10 15V 0 50 100 150°C
— U — ]

Sperrstrom als Funktion der
Sperrschichttemperatur /=7 (7))

nA
10° —
1
Ix oberer 7
| _p==—=—Streuwert Ug =0V A
o = Mittelwerte P )%
= VAW 4
"
2 v A/
u
yAVA
L5V
10 )44
yAV 4
y
o LA/
0 50 100 150 °C
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAW 56

Die epitaktische Silizium-Planar-Doppeldiode BAW56 besteht aus zwei Einzeldioden mit
gemeinsamer Anode. Die Diode im Kunststoffgehduse 23 A3 DIN 41869 (TO-236) findet
Anwendung als schneller Schalter speziell fir Diinn- und Dickfilmschaltungen. Der Typ wird
in Kurzform mit »JD« am Gehé&use aufgestempelt.

Typ | Stempel ' Bestellnummer 120,05 120,05
T . e
AW56 - K ! o 01:0015
B | JD | 062702-A471 : m[%] I Kzﬂ,l 1
10 o £
| o~
A A !
(],1, £0,03 E J []25
Ky —3g— 12035
MaRe in mm Gewicht etwa 0,02 g
Grenzdaten (7, =25 °C) (bezogen auf eine Diode)
Sperrspannung Ugr 70 \)
DurchlaBstrom Ie 100 mA
Richtstrom (t,, = 10 ms) Iy 70 mA
StoRstrom (t=1 us) Ies 4,5 A
Sperrschichttemperatur T 1507) °C
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +125 | °C
Gesamtverlustleistung im Bauelement (7, =85 °C)?) Piot 180 mw
Wirmewiderstand
Sperrschicht-Lotstelle Rinar =350 K/W
Sperrschicht-Substratriickseite Rinusr =700 K/W

(Glassubstrat 7 x7 x 1 mm?)

') Zulassig fiir max. 500 Betriebsstunden
2) T, =Temperatur der wirmsten Lotstelle
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAW 56
Statische Kenndaten (7, =25 °C)

DurchlaBspannung (I =1 mA) Ue =715 mV
DurchlaRspannung (I = 10 mA) Ue =855 mV
DurchlaBspannung (I =50 mA) Ue =11 Y
Durchlaspannung (I =100 mA) Uk =13 \Y
Sperrstrom bei Ug=70V Ig =25 HA
Sperrstrom bei Ug=70 V und 7;=150°C Ig =50 uA
Sperrstrom bei Ug=25 V und 7;=150°C Ig =30 HA
Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Kapazitat (Ug =0, f=1 MHz) Co =2 pF
Sperrverzégerungszeit

beim Umschalten von I:=10 mA auf Ug=1V

mit R =100 Q, gemessen bei /g =1 mA te =6 ns
Sperrverzégerungsladung

beim Umschalten von Ir =10 mA auf Ug=5V

mit R, =500 Q Qs =45 pAs
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAW 56

Mefschaltungen:

MeBschaltung fiir Einschalt-Scheitelspannung:

I 1k 4509

90 % ! U—IM‘T
‘ LU% 1 - ¥ V

Prij‘fling te L_ to ~.l t t
Impulsgenerator: {,=120 ns V;=0,01 Oszillograf: R =50 Q
t,=20ns R;=50Q t, =035 ns
C=1pF
MeBschaltung fiir Sperrverzégerungszeit:
Prufling
o () el ek e I D
[ 1 \_/ | 10% i rr
v | 1 t
| I T/F Oszillograf ﬂ
[ ] Ug 0% Ir=1mA

Impulsgenerator: t, =100 ns V;=0,05

Oszillograf: R =50 Q
t, =0,6ns R; =50Q

t,=0,35 ns
Up,=Ugr+I: R, C=1pF
MeRBschaltung fir Sperrverzugsladung:

Prufling .

I ° @ ° K}’ 1 i UETMHS:UEM "t
N\ -] s i

| I T]F Yo, @ =] Oszillograf Uew
k. l
| - : * T

Impulsgenerator: t, =400 ns V;=0,02
t, =2ns R; =500 Q
U,=Ur+I: R, D,: BAW 62
D,: sehr schnelle Diode

Oszillograf: R=10 MQ
C=7pF
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAW 56

Max. zulassiger DurchlaBstrom Zuldssiger Spitzenstrom
Ie als Funktion der Einschaltdauer
Fmax =fird fe=fl)
N A
150 10
I, i
o
IF max o 50
N
T T 001NN
0 N
100 10 =i
5 H0,1 o
N G \
NN N
NRY
50 \\\ \ w0 — i
\B 5
N T —»
R
0 ‘]D‘Z ;__L J_llMLd_.UJ.m
0 50 100 150 °C L1 VI (I | R | S | 1L
—] —_—

Warmewiderstand:

1 Glassubstrat 7 x 7 x 1 mm?, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 x 12 x 1 mm?, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 x 12 X 1,5 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle AnschluBfahnen sind
zu messen, bezogen auf die warmste, 350 K/W
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAW 56

DurchlaBkennlinie I.=f (U}) . DurchlaBspannung als Funktion
der Sperrschichttemp. U, =f (T))
mA v
100 10
L] : il
I — Mittelwert ] Ur Te=100mA | | T~
——= Streuwert ] ™~
80
’ ~
! ™~
I = 25°C l 10 mA \\\
60 I'l [ ™ -
N
N
05 1mA TN N
/ N
10 y 01mA R
/ ™ R
/ N
2 / ™
/
/
A
0 4 0
0 05 10 15V 0 50 100 150°C
—_— UF — ]3

Sperrstrom als Funktion
der Sperrschichttemperatur Iz =f (7))

nA
10° =:
=
Iy oberer y
| [==—="Streuwert U =T0V] A
. —— Mittelwerte /,/ %
10
VAW 4
4"’
T L/
3 0V A/
10
VAW 4
VAVA
[ /[25V
/
10* /7
V4
71/
4
74
g LA/
0 50 100 150 °C
—_— ]’J
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Silizium-Kapazititsdiode BB 503

fir den UHF- und VHF-Bereich

BB503 ist eine Silizium-Kapazitatsdiode, in Planartechnik, im Kunststoffgehduse 23 A3
DIN 41869 (TO-236) fir Schichtschaltungen. Sie eignet sich besonders fir AFC- und Syn-
thesizer-Anwendungen bis 1 GHz. Der Typ wird in Kurzform mit »UB« am Geh&ause aufge-
stempelt.

Typ | Stempel | Bestellnummer 120,05 12005

BB503 | UB 062702-B89 R [g T/&_{ 012005
— §
[ "

13 i
-2,5max

=
0,5:11L

6,4 0,03

1.025
g g
Gewicht etwa 0,02 g
Grenzdaten 7, =25°C
Sperrspannung Ugr 28 Y
Sperrspannung Scheitelwert Ugm 30 \
DurchlaB3strom (7= 60°C) I 20 mA
Umgebungstemperatur Tu -55 bis +100 |°C
Kenndaten
Sperrstrom (Ug =28 V) Iy =50 nA
Sperrstrom (Ug 28 V; T,=60°C) Ig =0,6 pA
Kapazitat (Ug=3 V; f=1 MHz) C, 9 bis 14 pF
Kapazitat (Ur=25V; f=1 MHz2) C, 1,9 bis 2,4 pF
Kapazitatsverhaltnis Coav 4,5 bis 6 -
(Ug=3/25V; f=1 MHz) Coasv
Serienwiderstand (Cp =12 pF; f =330 MHz) rs 0,7 Q
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Silizium-Kapazitatsdiode BB 504

fir den VHF-Bereich

BB504 ist eine Silizium-Kapazititsdiode in Planartechnik, im Kunststoffgehiuse 23 A3
DIN 41869 (TO-236) furr Schichtschaltungen. Sie eignen sich besonders als Abstimmdioden,
fur AFC- und Synthesizer-Anwendungen im VHF-Bereich. Der Typ wird in Kurzform mit »UD«
am Gehause aufgestempelt.

Typ | Stempel | Bestellnummer 130,05’;‘10,0’5
BB504 |ub | 062702-B90 A 55 AT 1 0.1+ 005
‘ b3
| T 2
K K j-i
0,4 20,03_ E"’ ’ OJ 025
~— g Va3

Gewicht etwa 0,02 g

Grenzdaten 7, =25°C

Sperrspannung Ug 28 \
Sperrspannung Scheitelwert Ugm 30 \Y
DurchlaBstrom (7y=60°C) I 20 mA
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +100 |°C
Kenndaten
Sperrstrom (Ug =28 V) Ir =50 nA
Sperrstrom (Ug=28 V; T,=60°C) Ir =0,5 A
Kapazitat (Ug=3 V; f=1 MHz) Co 26 bis 32 pF
Kapazitat (U =25 V; f =1 MHz) Co 4,3 bis 6 pF
Kapazitatsverhaltnis (Ug =3/25 V) Cposv 5 bis 6,5 -
D25V
Gutefaktor (Ug=3 V; f =50 MHz) Q 280 -

225




Silizium-Kapazitatsdiode

BBY 31

fur Schichtschaltungen

BBY 31 ist eine doppeltdiffundierte epitaktische Silizium-Kapazitatsdiode in Planartechnik im
Kunststoffgehduse 23 A3 DIN 41869 (TO-236). Sie eignet sich besonders in Schichtschaltun-
gen als Abstimmdiode fiir den UHF- und VHF-Bereich. Der Typ wird in Kurzform mit »UG« am

Gehause aufgestempelt.

Typ | Stempel | Bestellnummer
BBY31 [ uG [ 62702-B91
Grenzdaten

Sperrspannung

Sperrspannung Scheitelwert
DurchlaRstrom
Umgebungstemperatur

Kenndaten (7, =25°C)

Sperrstrom (Ug=28 V)
Sperrstrom (Ug =28 V; T, =60°C)
Kapazitat (Ur=1V; f=1 MHz)
Kapazitat (Ug =3 V; f =1 MHz)
Kapazitat (Ug=25V; f=1 MHz)
Kapazitatsverhaltnis (f =1 MHz)

Serienwiderstand (f =330 MHz; Cp =12 pF)
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Z-Dioden 0,2 W fiir Schichtschaltungen BZX 84 C...

BCX84C... ist eine Silizium-Planar-Z-Dioden-Reihe im Miniatur-Kunststoffgehduse 23 A3
DIN 41869 (TO-236). Diese Dioden sind besonders fiir den Aufbau von Diinn- und Dickfilm-
schaltungen geeignet. Sie dienen zur Stabilisierung und Begrenzung von Spannungen sowie
zur Erzeugung von Vergleichsspannungen bei kleinem Leistungsbedarf. Toleranz der Durch-
bruchspannung: +5%. Die Nennspannung betragt 0,78 bis 47 V.

Die einzelnen Spannungsgruppen werden durch folgende Codebuchstaben gekennzeichnet
und erhalten nachstehende Bestellnummern:

1+

=)

05 140,05

[5 +A 01:0015
il i

] FE

| T &
Typ Stempel | Bestellnummer K ;HT_i
BZX84COV8 | W2 Q68000-A4835 0hom | & 01,05
BZX84C2v4 W3 Q68000-A4832 3 < 12035
BZX84C2V7 w4 Q68000-A4802 '
Brxsacwva |we  |aoa000adse  TYP Stempel | Bestellnummer
BZX84C3V6 w7 Q68000-A4838 BZX84C13 Y3 Q68000-A4841
BZX84C3V9 w8 Q68000-A4839 BZX84C15 Y4 Q68000-A4842
BZX84C4V3 w9 Q68000-A4840 BZX84C16 Y5 Q68000-A4843
BZX84C4v7 21 Q68000-A917 BZX84C18 Y6 Q68000-A4856
BZX84C5V1 z2 Q68000-A918 BZX84C20 Y7 Q68000-A4855
BZX 84 C5V6 Z3 Q68000-A919 BZX84C22 Y8 Q68000-A4889
BZX84C6V2 Z4 Q68000-A920 BZX84C24 Y9 Q68000-A4890
BZX 84 C6V8 Z5 Q68000-A921 BZX84C27 X1 Q68000-A4854
BZX84C7V5 26 Q68000-A922 BZX84C30 X2 Q68000-A4853
BZX84C8V2 27 Q68000-A923 BZX84C33 X3 Q68000-A4852
BZX84C9V1 28 Q68000-A924 BZX84C36 X4 Q68000-A4851
BZX84C10 29 Q68000-A925 BZX84C39 X5 Q68000-A4857
BZX84C11 Y1 Q68000-A926 BZX84C43 X6 Q68000-A4858
BzZX84C12 Y2 Q68000-A927 BZX84C47 X7 Q68000-A4859
Grenzdaten (7, =25°C)
Sperrschichttemperatur T; | 150 | °C
Lagertemperatur T —65 bis 150 °C
DurchlaBstrom, Scheitelwert Iy 200 mA
Strom im Durchbruch, Scheitelwert I 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 200 mW
Warmewiderstand
Sperrschicht — Umgebung bei Montage auf:
Keramik-Substrat 7 mm x5 mm x 0,56 mm Ruww | 620 | K/W
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Z-Dioden 0,2 W fiir Schichtschaltungen BZX 84 cC...

Kenndaten (7, =25°C)

Typ Nenn- Durchbruch- dyn. Widerstand Sperrstrom
spannung | spannung f=1kHz
[2 mA] [0,5 mA]
I,=5mA | I,=1mA bei
U.v) U.(v) r.(Q) r.(Q) Ir(nA) Ur(V)

BZX84C0V8 0,78 0,73 bis 0,83 <8 - - -
BZX84C2v4 24 2,28 bis 2,56 <85 <600 <50000 1
BZX84C2v7 2,7 2,5 bis 2,9 <85 <600 <10000 1
BZX84C3V0 3,0 2,8 bis 3,2 <85 <600 <4000 1
BZX84C3V3 3,3 3,1 bis 3,56 <85 <600 <2000 1
BZX84C3V6 3,6 3,4 bis 3,8 <85 <600 <2000 1
BZX84C3V9 39 3,7 bis 4,1 <85 <600 <2000 1
BZX84C4V3 4,3 4,0 bis 4,6 <75 <600 <1000 1
BZX84C4Vv7 4,7 4,4 bis 5,0 <60 <600 100<500 1
BZX84C5V1 5,1 4,8 bis 5,4 <35 <550 10<100 1
BZX84C5V6 5,6 5,2 bis 6,0 <25 <450 10<100 1
BZX84C6V2 6,2 5,8 bis 6,6 <10 <200 10<100 2
BZX84C6V8 6,8 6,4 bis 7,2 <8 <150 10<100 3
BZX84C7V5 7,5 7,0 bis 7,9 <7 <50 10<100 5
BZX84C8V2 8,2 7,7 bis 8,7 <7 50 10<100 6
BZX84C9V1 9,1 8,5 bis 9,6 <10 <50 10<100 7
BZX84C10 10 9,4 bis 10,6 <15 <70 10<100 7.5
BZX84C11 1 10,4 bis 11,6 <20 <70 10<100 8,5
BZX84C12 12 11,4 bis 12,7 <20 <90 10<100 9
BZX84C13 13 12,4 bis 14,1 <26 <110 10<100 10
BZX84C15 15 13,8 bis 15,6 <30 <110 10<100 1
BZX84C16 16 15,3 bis 17,1 <40 <170 10<100 12
BZX84C18 18 16,8 bis 19,1 <50 <170 10<100 14
BZX84C20 20 18,8 bis 21,2 <55 <220 10<100 15
BZX84C22 22 20,8 bis 23,3 <55 <220 10<100 17
BZX84C24 24 22,8 bis 25,6 <80 <220 10<100 18
BZX84C27 27 25,1 bis 28,9 [<80] [<300] 10<100 20
BZX84C30 30 28 bis 32 [<80] [<300] 10<100 22
BZX84C33 33 31 bis 35 [<80] [<325] 10<100 24
BZX84C36 36 34 bis 38 [<90] [<350] 10<100 26
BZX84C39 39 37 bis 41 [<130] [<350] 10<100 28
BZX84C43 43 40 bis 46 [<150] [<375] 10<100 30
BZX84C47 47 44 bis 50 [<170] [<375] 10<100 35
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Z-Dioden 0,2 W fiir Schichtschaltungen BZX 84 C...

Kenndaten (7, =25°C)

Typ 7K derU, DurchlaB3-
al, - 107%/K spannung bei
I:=100 mA
min max Ur(V)
BZX84C0V8 —24 -20 -
BZX84C2V4 -8 -6 <1,0
BZX84C2V7 -8 -6 <1,0
BZX84C3V0 -8 —-60 <1,0
BZX84C3V3 -8 -5 <1,0
BZX84C3V6 -8 -4 <1,0
BZX84C3V9 -7 -3 <1,0
BZX84C4V3 —4 -1 <1,0
BZX84C4V7 -3 +1 <1,0
BZX84C5V1 -2 +5 <1,0
BZX84C5V6 -1 +6 <1,0
BZX84C6V2 0 +7 <1,0
BZX84C6V8 +1 +8 <1,0
BZX84C7V5 +1 +9 <1,0
BZX84C8V2 +1 +9 <1,0
BZX84C9V1 +2 +10 <1,0
BZX84C10 +3 +11 <1,0
BZX84C11 +3 +11 <1,0
BZX84C12 +3 +11 <1,0
BZX84C13 +3 +11 <1,0
BZX84C15 +3 +11 <1,0
BZX84C16 +3 +11 <1,0
BZX84C18 +3 +11 <1,0
BZX84C20 +3 +11 <1,0
BZX84C22 +3 +11 <1,0
BZX84C24 +4 +12 <1,0
BZX84C27 +4 +12 <1,0
BZX84C30 +4 +12 <1,0
BZX84C33 +4 +12 <1,0
BZX84C36 +4 +12 <1,0
BZX84C39 +4 +12 <1,0
BZX84C43 +4 +12 <1,0
BZX84C47 +4 +12 <1,0
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Z-Dioden 0,2 W fiir Schichtschaltungen BZX 84 C...

Dynamischer Z-Widerstand Temperaturkoeffizient des
rz =f(U,); I, = Parameter Z-Widerstands a,=f(U;)
o
Q oC
10 30
7 ety
I7=5mA
T ‘\ I;=1mA / T 20 | —
102 — 2z Y /
- 7— 5mA A
i i /
1 T = 1mA- /
N\ R Al 10

é/
N\
N

s

10" AL A |
o2 .
\ et I
-
10" -10
0 10 20 30 40 50 60V 0 10 20 30 LoV
— U —;
Mittlerer dynamischer Z-Wider- Mittlerer dynamischer Z-Wider-
stand rz =f (I;); U, =Parameter stand r; =f(I;); U, =Parameter
Q
}Ua T J] T % 1T 103
FUz (V)F
+2,7-39 5
r H Ty=25°C i Ty=25°C
[
T ] 4’7 \ T
LN N N
102 1 5,6 xNC 102 \
T N\
T AN
—NN\ SN
6,2- 82 T N NN WYY
N \ N \ .\\ \\‘\. ()
NN N 30
N N N
1 N ™ \ \\ 1 \\ N
10 \ 10 N0
N
N\,
NN AN
\C N
N N
- \:\ N MO
" il
100 100
107 10° 1’ 10%2mA 10! 10° 10’ 10%mA
—» 07 —>
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Z-Dioden 0,2 W fiir Schichtschaltungen BZX 84C...

Kennlinien im Z-Bereich bis 9,1 V Kennlinien im Z-Bereich 10 bis 27 V
I;=f(Uz); Ty=25°C I;=f(Uz); Ty=25°C
mA mA
100 T 50
21 ] I
2,7’ 1 4
i 311 A h 10
80 33171 47 40 1
3e-HHHIT 5 T 1
319 T i
078 56 12 ‘
62 3 |
0 £ 30
° 88 15
[
"8 7. | 16
I o 91 8
| y
40 20 22
I [ 24 77
) / ’;;/ //I[ | m
eI
0 1 p. 0 ]
0 2 b 6 8 1oV 0 10 20 30 L0V
— U — U
Kennlinien im Z-Bereich 30 bis 47 V zuléssige Gesamtverlustleistung
Iz =f(Uz); Ty=25°C Py =F (Ty)
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Z-Dioden 0,2 W fiir Schichtschaltungen
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Keramik-Vielschichtkondensatoren




Typeniibersicht

1.3. Keramik-Vielschicht-Kondensatoren, Nennspannung 50 V—

Typ Benennung MaRe in mm Nennkapazitat Seite

Keramik- Werkstoff IxhXb

art
B36053/4 Umhdillte Vielschicht

Kondensatoren KDPU 241

B37979 NDK " Werkstoff CG 3,8x 3,8x25 | 4,7 pF bis 560 pF 243
B 37986 NDK " Werkstoff CG 5,1x 5,1x3,2 | 680 pF bis 6,8 nF 243
B 37983 NDK " Werkstoff CG 7,6x 7,6x%x38 | 3,3 nF bis 27 nF 243
B 37900 NDK " Werkstoff CG 10,0 X 10,0 x5,0 | 33 nF bis 68 nF 243
B37903 NDK " Werkstoff CG 12,7 X 12,7 x5,0 | 4,7 nF bis 100 nF 243
B37981 HDK " Werkstoff 2C1 38x 3,8x2,5 | 100 pF bis 15 nF 244
B37987 HDK " Werkstoff 2C1 5,1x 5,1%3,2 | 18 nF bis 100 nF 244
B 37984 HDK " Werkstoff 2C1 7,6x 7,6x3,8 | 56 nF bis 560 nF 244
B37901 HDK "’ Werkstoff 2C1 10,0 10,0x 5,0 | 680 nF bis 1 uF 244
B37904 HDK " Werkstoff 2C1 12,7x12,7 x5,0 | 330 nF bis 2,2 uF 244
B37982 HDK " Werkstoff 2E4 3,8x 3,8%x25 | 1nF bis 27 nF 245
B37988 HDK " Werkstoff 2E4 5,1x 5,1%3,2 | 33 nF bis 330 nF 245
B37985 HDK " Werkstoff 2E4 7,6 x 7,6%x38 | 100 nF bis 1 uF 245
B37902 HDK " Werkstoff 2E4 10,0x 10,0 x5,0 | 1,5 uF bis 2,2 uF 245
B 37905 HDK " Werkstoff 2E4 12,7 %x12,7x5,0 | 1 uF bis 4,7 uF 245
Keramik-Vielschicht-Chip-Kondensatoren KEFQ, Nennspannung 50 V-
Typ Bennenung Mafe in mm Nennkapazitat Seite

Keramikart Werkstoff Ixbxh
B36051/4 Vielschicht-Chip-

Kondensatoren KEFQ 247

B37940- NDK " Werkstoff CG 23x%x15x%x1,3 1 pF bis 680 pF | 249
B37943- NDK " Werkstoff CG 28x15x%x1,3 10 pF bis 680 pF | 249
B 37946- NDK " Werkstoff CG 50x15x%x1,3 680 pF bis 1,5 nF 249
B37949- NDK " Werkstoff CG 3,6x28x%x2,0 1 nF bis 3,9 nF 249
B 37952- NDK " Werkstoff CG 50x3,6x2,0 1,5 nF bis 6,8 nF 249
B 37955- NDK " Werkstoff CG 6,2x55%2,0 6,8 nF bis 15 nF 249
B37941- HDK " Werkstoff 2C1 23x15x%x1,3 100 pF bis 47 nF | 250
B37944- HDK " Werkstoff 2C1 28x15x%x1,3 100 pF bis 47 nF | 250
B37947- HDK " Werkstoff 2C1 50x1,5x%x1,3 39 nF bis 100 nF | 250
B37950- HDK " Werkstoff 2C1 3,6x28x20 8,2 nF bis 220 nF | 250
B 37953- HDK " Werkstoff 2C1 5,0x3,6x2,0 82 nF bis 470 nF | 250
B 37956~ HDK " Werkstoff 2C1 6,2x55x2,0 390 nF bis 1 uF 250
B37942- HDK ” Werkstoff 2E4 23%x15%x13 6,8 nF bis 47 nF | 251
B37948- HDK " Werkstoff 2E4 50x15x%x1,3 47 nF bis 100 nF | 251
B37951 HDK " Werkstoff 2E4 3,6x28x%2,0 100 nF bis 330 nF | 251
B37954- HDK " Werkstoff 2E4 50x%x3,6x2,0 100 nF bis 680 nF | 251
B37957- HDK " Werkstoff 2E4 6,2x55x%x2,0 470 nF bis 1,5 uF 251
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Vorwort

Vielschicht-Kondensatoren

Im Zuge der zunehmenden Miniaturisierung und der teilweisen Umstellung von induktiven
auf aktive Filter sowie aus dem Wunsch nach kleinen Kondensatoren mit hoher Qualitat,
ergab sich die Forderung nach Miniaturkondensgtoren. Aus diesem Trend heraus entstand
ein Bedarf an Vielschichtkondensatoren. Durch ihren Aufbau sind die Kondensatoren von
besonders kleinem Volumen und hoher Qualitét beziiglich der elektrischen Daten.

Aufbau von Vielschicht-Kondensatoren

r‘ ’ mi_'l7Memllbeltige
N

S\

! O L

Dielektrikum €

3

Dielektrikumsdicke

Uberlappung

Metallisierungsbreite

U x b = Kapazitiv wirksame Flache

1,2,3... (n—1) = Anzahl der kapazitiv wirksamen Flachen

oCcoa
1

Il

KenngroBen:
a) Keramische Masse

Entsprechend den Anwendungsfallen werden bei Vielschichtkondensatoren ublicherweise 3 ver-
schiedene Keramikwerkstoffe angeboten: CG (=NPO =COG)

2C1 (=S1400 =X7R)

2E4 (=S6000 =Z5U)
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Vorwort

Ubersicht: DIN — EIA Kennzeichnung
IEC-Kennzeichnung fiir Typ 2-Keramikkondensatoren gemaf3 iEC 187 § 3.1.

Beisiel: 2 D 4
1. Ziffer: 3. Ziffer:
Typ 2-Kondensatoren Code fiir Temperaturbereich in °C

2. Buchstabe: 1: —55 bis +125
Max. Abweichung des Kapazitats- 2: —55 bis + 85
wertes in % bezogen auf 20°C 3: —40 bis +100
4: —25 bis + 85
A B Cc D E F 5: —10 bis + 70
6: + 5bis + 70
+5 +10 +20 +20 +£20 30
-30 —-65 —80
EIA-Kennzeichnung fiir Typ 2-Keramikkondensatoren gemafd RS-198-A
Beispiel: X 5 f_
1. Buchstabe }V 3. Buchstabe
untere Temperatur in °C max. Abweichung des
Kapazitatswertes in %
bezogen auf 25°C
z +10
A + 1.0
Y -30 B + 15
Cc + 2.2
X —65 D + 33
E + 4.7
F + 75
P +10.0
R +15.0
S +22.0
T +22 -33
2. Ziffer U +22 -56
Obere Temperatur in °C \Y +22 -82
4 + 65
5 + 85
6 +105
7 +125

b) Kapazitatswerte und Toleranzen

Die gewlinschten Kapazitaten entstehen durch die entsprechende Anzahl von kapazitiv wirksamen
Schichten. Die Kondensatoren miissen entsprechend den Toleranzen selektiert werden. Es gibt zwar
Ab- bzw. Aufgleichmoglichkeiten, jedoch sind diese Arbeitsgadnge schwierig oder fiithren zu einer
verminderten Qualitit (Sandstrahlen). Die erzielten Ausbeuten und im Endeffekt der Preis dieser Bau-
elemente sind von den zu fertigenden Toleranzen abhéngig.
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Vorwort

¢) Verustfaktor tan )

Die auftretenden Leistungsverluste werden durch den Verlustfaktor ausgedriickt. Die Verlustfaktoren
sind massebezogen.

d) Isolationswiderstand

Der Isolationswiderstand ist in erster Linie von der verwendeten Masse abhéangig, in weiterer Folge
vom Kapazitatswert. Daher wird bei gro3en Kapazitdtswerten die Zeitkonstante Tt angegeben.
t=C-R

C.... Kapazitat

R ... Isolationswiderstand

e) Nennspannung

Entsprechend den Kundenwiinschen werden verschiedene Nennspannungen angeboten. Anderung
der Dielektrikumsdicke entsprechend der geforderten Spannung.

f) Abmessungen und Rastermalle

Siehe Datenblatter

»Das Lackhosenproblem«zur Verbesserung der Lotfahigkeit wurde durch besondere Anschluzdraht-
formgebung gelost.

0.5+005

g) Ausfallsitze

Bei Vielschicht-Kondensatoren kann mit einem Ausfallsatz von ca. 1% gerechnet werden, wobei der
Ausfallsatz das Produkt aus Beanspruchungsdauer und dem Ausfallquotienten ist.

Der Ausfallquotient gibt die Ausfille bei Nennbeanspruchung je 10° Bauelementestunden an.
Eine Verringerung der Betriebsspannung auf 0,5 Uy ergibt eine Verbesserung des Ausfallsatzes
um den Faktor 5.
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Vorwort

h) Anwendungsklasse und Priifklasse

Entsprechend DIN wird die Anwendungsklasse mit unterer Grenztemperatur, oberer Grenztemperatur
und der zulassigen Feuchtebeanspruchung angegeben.

Anwendungs- und Priifklassen
Es hat sich eingebtirgert, den Anwendungsklassen nach DIN 40040
gewisse Prifklassen nach DIN 40045 zuzuordnen.

1. Anwendungsklasse Priifklasse nach Anwendungsklasse Priifklasse nach
nach DIN 40040 DIN 40045 nach DIN 40040 DIN 40045
HPG 25/085/04 FPD 55/085/56

HPF 25/085/21 FKF 55/125/21

GPF 40/085/21 FKD 55/125/56

FPF 55/085/21 FHD 55/155/56

Erklarung der Anwendungsklassen
Beispiel: HP F
1. Buchstabe H £ der an 1. Stelle angegebenen unteren Temperatur der Prifklasse (—25°C)
2. Buchstabe P 2 der an 2. Stelle angegebenen oberen Temperatur der Priifklasse (+85°C)
3. Buchstabe F gibt die zulassige Feuchtebeanpsruchung wahrend der Anwendung

(siehe untenstehende Tabelle)

Grenzen der relativen Luftfeuchte

Hochstwerte
3. Kenn- Jahres- fir 30 Tage fir 60 Tage an den Ubrigen| Bemerkungen
buchstabe | mittel im Jahr') im Jahr') Tagen?
A =100% - - 100% Andauernde Nésse
B freigehalten
Cc =80% - - 100%
Cc =95% 100% - 100% Betauung
R =90% 100% - 95%
D =80% - - 100%

seltene und

E =75% 95% - 85% leichte Betauung
F =75% 95% - 85%
G =65% - 85% 75% Keine Betauung
H =50% - 75% 65%
J <50%
z Siehe Einzelbestimmung

"} In natiirlicher Weise (iber das Jahr verteilt.

)
2) Im Rahmen des Jahresmittels und der anderen Hochstwerte.

Prufklasse: Prifung auf Feuchtebesténdigkeit 40°C, 92% rel. Feuchte liber verschiedene Zeitraume
(4 bis 56 Tage).
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Vorwort

Spektrum

Das Spektrum teilt sich in 2 Typen-Reihen auf— in bedrahtete Typen und in eine nicht umhdilite Chip-
Version fiir Schicht-Schaltungen.

Lotbedingungen

Létbedingungen siehe Datenblatt.
Die AnschluBleisten bei den Chip-Kondensatoren sind nicht vorverzinnt, da diese auch fiir Vera rbeltu ng
mittels Leitkleber geeignet sein sollen.
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Umihiillte Vielschichtkondensatoren KDPU

AnschluRdrahte im Rastermal® Keramikart und Anwendungsklassen
Umhiillung: Kunstharz NDK: FKF
HDK: FKFund HPF
Nennspannungen: 50 V-

Beschriftung (sofen die Ab-
messungen es zulassen):
Nennkapazitit, Toleranz-
buchstabe und IEC-Temperatur-

charakteristik
RM
0,5:005
Rastermaf} maximale Abmessungen') Gewicht
r Ixh xb max.
mm mm g
25+05 38x 38x25 0,15
51%x 51x3,2 0,35
5+05 7,6x7,6%3,8 0,85
10,0 x10,0%x 5,0 2,0
10+05 12,7 x12,7x5,0 30

') Die Abmessungen der umhiiliten Vielschichtkondensatoren nach Datenblatt B36053/4 sind verkleinert gegeniiber den
Ausfiihrungen nach B36053/1 und B 36 053/3. Dadurch ergeben sich bei den Bauformen B37979-J, B3798*-J bzw.
B 37 90*-J zum Teil kleinere Rastermale gegeniiber B37979-A, B 37 978-A und B3790*-A.
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Umihiillte Vielschichtkondensatoren

KDPU

Keramikart und Klasse NDK Klasse 1B | HDK Klasse 2
IEC-Temperaturcharakteristik CG (NP O) 2C 1 (S1400) 2 E 4 (S6000)
(Werkstoff)
Bezeichnung
nach EIA-Standard RS-198-B COG X7R Z5U
Anwendungsklasse FKF FKF HPF
nach DIN 40040. 2.73
untere Grenztemperatur F —55°C F —55°C H —-25°C")
obere Grenztemperatur K +125°C K +125°C P +85°C
Feuchtebeanspruchung F F F
relative Feuchte
im Jahresmittel =75% =75% =75%
30 Tage im Jahr 95% 95% 95%
an den (brigen Tagen 85% 85% 85%
Klima-Prifklasse
|EC-Publikation 68-1
und nach DIN 40045, 40046 55/125/56 55/125/56 25/085/56
Mef3bedingungen
fiir Kapazitat C und
Verustfaktor tan ¢
MeRfrequenz f=1 MHz far C =1000 pF
f=1kHz fir C>1000 pF >50 pF >50 pF
Effektive
MeRspannung 1V 03V 03V
Verustfaktor tan 6 >50 pF <1x107° <25x 1073 <30%x1073
(Grenzwert) =50 pF <(% +0.7) x1073
Isolation?)
Isolations-
widerstand R,s bei 25°C 10°MQ 10°MQ 10°MQ
bei 125°C 10'MQ 10°MQ
Zeitkonstante r  bei 25°C 1000 s 1000 s 500 s
(M QX uF) bei 125°C 100 s 100 s
Alterung (Richtwert)
Kapazitatsanderung
fur jede iogarithmische
Zeitdekade in Stunden - —2% -5%
Lotbedingungen
maximale Lottemperatur 260°C
Lotzeit max. 5 Sek.

') Lagertemperatur bis —55°C zugelassen.
2) Es gilt der jeweils kleinere Wert
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Umihiilite Vielschichtkondensatoren KDPU
°/c
CG 10
(NPO) AC o
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Umihiillte Vielschichtkondensatoren KDPU

Keramikart NDK Werkstoff NPO Nennspannung 50 V-
Keramik Klasse 1B ElA-Bezeichnung COG
DIN-IEC-Bezeichnung CG
Maximale /xh| 3,8x3,8 51x%5,1 76x76 10x10 12,7 x12,7
Abmessungen in mm b| 2,56 32 38 5,0 5,0
Rastermal’ in mm 25 25 5,0 5,0 10,0
Nenn- Bestell- B37979- B37986- B37983- B37900- B37903-
kapazitdt | bezeichnung
4,7 pF

4,7 pF -J5040-*700

6,8 pF -J5060-*800

10 pF -J5100-*

15 pF -J5150-*

22 pF -J5220

33pF -J56330-*

47 pF -J5470-*

68 pF -J5680-*
100 pF -J5101-*
150 pF -J5151-*
220 pF -J5221-*
330 pF -J56331-*
470 pF -J5471-* 680 pF
680 pF -J5681-* 560 pF

1nF -J5102-*

1,5nF -J51562-*

2,2 nF -J5222-* 3,3nF

3,3nF -J5332-* 4,7 nF
47 nF -J5472-*

6,8 nF -J5682-*

10nF | -J5103-* 6.8nF

15 nF -J5163-*

22 nF -J5223-* 33nF

33nF -J6333-* 27 nF

47 nF -J5473-*

68 nF -J5683-* 100 nF
100 nF -J5104-* 68 nF

Die oben aufgefiihrten Werte entsprechen der Reihe E6. Die Werte der Reihe E6 und E 12
sind Vorzugswerte. Kondensatoren fiir 100 und 200 V- sowie aus der Reihe E 24 sind nach
besonderer Vereinbarung lieferbar. Die Sachnummern fiir die Reihen E 12 und E 24 bitten
wir anhand des Bestellbeispiels Seite 6 zu bilden.

Die Zahlenwerte der Reihen sind unten aufgefiihrt:

E12- 10| [12| |18 |18] |22| |27] =8| |39| |a7| |s6| |es8| |s2
Reihe
Eeziﬂ”e 10[11]12|13|15 | 16|18 | 20| 22| 24| 27|30 |33| 36| 39| 43| 47| 51| 56| 62| 68| 75 82/ 91

* Toleranzbuchstabe fir £20% &2M *+10% &K + 5%2J
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Umihiillte Vielschichtkondensatoren

KDPU

Keramikart HDK
Keramik Kilasse 2

Werkstoff S 1400
ElA-Bezeichnung X 7 R
DIN-IEC-Bezeichnung 2 C 1

Nennspannung 50 V-

/xh| 3,8%38 5,1x5,1 76x%x76 10x10 12,7 x12,7
Abmessungen in mm bl 25 32 38 5,0 5,0
Rastermald in mm 25 25 5,0 5,0 10,0
Nenn- Bestell- B37981- B37987- B37984- B37901- B37904-
kapazitat bezeichnung
100 pF
100 pF -J5101-*
150 pF -J5151-*
220 pF -J5221-*
330 pF -J5331-*
470 pF -J5471-*
680 pF -J5681-*
1nF -J5102-*
1,5 nF -J5152-*
2,2 nF -J5222-*
33nF -J5332-*
4,7 nF -J5472-*
68 nF -J5682-*
10 nF -J5103-*
15 nF -J5153-* 18 nF
22 nF -J5223-* 15nF
33nF -J56333-*
47 nF -J5473-* 56 nF
68 nF -J5683-*
100 nF -J5104-*
150 nF -J5154-* 100 nF
220 nF -J5224-* 330 nF
330 nF -J5334-*
470 nF -J5474-* 680 nF
680 nF -J5684-* 560 nF :
1 uF -J5105-*
1,5 uF -J51565-* 1 uF
2,2 uF -J5225-*
2,2 uF

Die oben aufgefiihrten Vorzugswerte entsprechen der Reihe E 6. Kondensatoren fir 100 V-
sowie aus der Reihe E 12 sind nach besonderer Vereinbarung lieferbar. Die Sachnummer
hierfur bitten wir anhand des Bestellbeispiels Seite 6 zu bilden. Die Zahlenwerte fiir die
Reihe E 12 sind auf Seite 4 aufgefiihrt.

* Toleranzbuchstabe fiir +20% &M
+10% 2K
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Umhiillte Vielschichtkondensatoren KDPU

Keramikart HDK Werkstoff S 6000 Nennspannung 50 V—
Keramik Klasse 2 ElA-Bezeichnung Z5 U
DIN-IEC-Bezeichnung 2 E4
Maximale /xh |38x%x3,8 5,1%x5,1 7,6x%x7,6 10x 10 12,7 x12,7
Abmessungen in mm b |25 3,2 3,8 5,0 5,0
Rastermald in mm 2,5 25 5,0 5,0 10,0
Nenn- Bestell- B37982- B37988- B37985- B37902- B37905-
kapazitat | bezeichnung
1nF | -J5102-% 1nF

1,5 nF -J5152-*

2,2nF -J5222-*

3,3nF -Jb332-*

4,7 nF -J5472-%

6,8 nF -J5682-*

10 nF -J5103-*

15 nF -J5153-*

22 nF -J5223-* 33 nF

33 nF -J5333-* 27 nF

47 nF -J5473-*

68 nF -J5683-* 100 nF

100 nF -J5104-*
150 nF -J5154-*
220 nF -J5224-*
330 nF -J5334-*

470 nF -J5474-* 330 nF

680 nF | -J5684-* 1uF
1TuF | -J5105-* 1uF 1.5 uF

1,5 uF -J5155-* _

3,3 uF -J5335-* 2,2 uF

4,7 uF -J5475-* 4,7 uF

Die oben aufgefiihrten Vorzugswerte entsprechen der Reihe E6. Kondensatoren fir 100 V—
sind nach besonderer Vereinbarung lieferbar.

A
*Toleranzbuchstaben fir _20% 2z

Bestellbeispiel
Umhdllter Kondensator KDPU 3,8 X 3,8 mm aus CG (COG) 330 pF+10% fiir 50 V-

Sachnummer B37982-J 5331 K 000
Weitere Wertstellen fiir Nennkapazitat
Bauform (speziell <10 pF). Die Stellen hinter dem
Toleranzbuchstaben entfallen, wenn alle
Stellen »0« sind.

Entwicklungsstand— Toleranz K& +10%
Nennspannung Nennkapazitat
5250 V- 331433 x10' =330 pF
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5.2. Vielschicht-Chipkondensatoren

KEFQ

ohne Umhiillung
ohne AnschluRdrahte
Metallisierung: Silberpalladium

Keramikart und Anwendungsklassen
NDK: FKF

HDK: FKFund HPF
Nennspannung: 50 V-

Kurzbezeichnung Abmessungen mm’) Gewicht
IEC | bmax Smax mg

0805 2,3—6 1,5 1.3 9... 26
1005 2,8-96 1,5 1.3 12... 32
1805 5,010 1,5 1,3 34.. 87
1210 3,6—0 2,8 2,0 50...121
1812 5,0— 5 3,6 2,0 90...215
2220 6,2— 5,5 2,0 187...410

') Die Kapazitat je Volumeneinheit der Kondensatoren nach Datenblatt B36 051/4 ist gegeniiber B36051/1 und B 36051/3
vergroBert worden. Folglich kann fiir viele Nennkapazitatswerte eine jeweils kleinere BaugréRe angewendet werden.
Dadurch sind die Bauformen B 37 94*-B bzw. B 37 95*-B im allgemeinen nicht austauschbar mit den neuen Bauformen

B 3794%-J bzw. B 37 95*-J.
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Vielschicht-Chipkondensatoren KEFQ
Keramikart und Klasse NDK Klasse 1B| HDK Klasse 2
IEC-Temperaturcharakteristik CG (NPO) 2C1(S1400) 2E4 (S6000)
(Werkstoff)
Bezeichnung
nach EIA-Standard RS-198-B COG X7R Z5U
Anwendungsklasse FKF FKF HPF
nach DIN 40040. 2.73
untere Grenztemperatur F —55°C F —55°C H-25°C")
obere Grenztemperatur K+125°C K+125°C P +85°C
Feuchtebeanspruchung F F F
relative Feuchte
im Jahresmittel =75% =75% =75%
30 Tage im Jahr 95% 95% 95%
an den Ubrigen Tagen 85% 85% 85%
Klima-Priifklasse
IEC-Publikation 68-1
und nach DIN 40045, 40046 55/125/56 55/125/56 25/085/56
MeBbedingungen
fir Kapazitat C und
Verlustfaktor tan 6
MeR3frequenz f=1 MHz fur C=1000 pF
f=1kHz far C>1000 pF >50 pF >50 pF
Effektive
MeRspannung 1V 0,3V 0,3V
Verlustfaktor tan 6 >50 pF <1x1073 <25x 1073 <30x%x107°
(Grenzwert) =50 pF < —1(:34-0.7) x 1073
Isolation?)
Isolations-
widerstand R,; bei 25°C 10°5MQ 10°MQ 10* MQ
bei 125°C 10°M Q 10°MQ
Zeitkonstante T bei 25°C 1000 s 1000 s 500 s
(MQ X pF) bei 125°C 100 s 100 s
Alterung
Richtwert fir Kapazitats-
anderung fir jede logarith-
mische Zeitdekade in Stunden | — -2% —5%
Lotbedingungen
empfohlene Lottemperatur 210°C Die Anwendung eines Durchlaufofens
maximale Lottemperatur 240°C mit max. 200°C Lottemperatur wird
Lotzeit max. 5 Sek. empfohlen.

Lotzinn 60% Sn/36% Pb/4% Ag mit
einem Schmelzpunkt von 183°C wird
in Verbindung mit einem mittelaktiven
organischen FluRmittel empfohlen.

') Lagertemperatur bis —55 °C zugelassen.

%) Es gilt der jeweils kleinere Wert.
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Vielschicht-Chipkondensatoren KEFQ
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Vielschicht-Chipkondensatoren KEFQ

Keramikart NDK Werkstoff NPO Nennspannung 50 V-
Keramik Klasse 1B EIA-Bezeichnung COG

DIN-IEC-Bezeichnung CG
Maximale /+b|23x15 | 28%x15 | 50x1,6 |36x%x28 |50x36 |6,2x5,5
Abmessungeninmm s [ 1,3 1,3 1,3 2,0 2,0 2,0
Nenn- Bestell- B37940- | B37943- | B37946- | B37949- | B37952- | B37955-

Kapazitat| bezeichnung

1,0 pF

1,0 pF -J5010-*9

1,5 pF -J5010-*509
2,2 pF -J5020-*209
3,3 pF -J5030-*309
4,7 pF -J5040-*709
6,8 pF -J5060-*809

10 pF | -J5100-*9
15 pF | -J5150-*9
22 pF | -J5220-*9
33 pF | -J5330-*9
47 pF | -J5470-*9
68 pF | -J5680-*9

100 pF | -J5101-*9
150 pF | -J5151-*9
220 pF | -J5221-*9
330 pF | -J5331-*9
470 pF | -J5471-*9 680 pF
680 pF | -J5681-*9

10 pF

1 nF

1nF | -J5102-*9 680 pF | 680 pF 1,5 nF
1,5nF | -J5152-*9
2,2nF -J5222-*9 1,5 nF
3,3nF |-J5332-*9
4,7 nF | -J5472-*9 6,8 nF
6,8 nF | -J5682-%9 3,9 nF .
10nF | -J5103-*9 6,8 nF
15 nF | -J5153-*9 15 nF

Die oben aufgefiihrten Werte entsprechen der Reihe E6. Die Werte der Reihe E6 und E 12
sind Vorzugswerte. Die Reihe E24 ist nach besonderer Vereinbarung lieferbar. Die Sach-
nummern fur die Reihen E12 und E24 bitten wir anhand des Bestellbeispiels Seite 6 zu
bilden.

Die Zahlenwerte der Reihen sind unten aufgefihrt:

E12-  qo ‘12 |15t 18 22} 27‘ ’331 39 147\ ‘56‘ 68‘ 82
Reihe
E;‘;'e 10 11!12 13 15'16 18/20 22‘24 27‘30(33‘36 39 43'47]51(56‘62 68!75 82 91

* Toleranzbuchstabe fiir £20% &M +10% 2K =+ 5%2J
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Vielschicht-Chipkondensatoren KEFQ

Keramikart HDK Werkstoff S1400 Nennspannung 50 V-
Keramik Klasse 2 ElA-Bezeichnung X 7 R

DIN-IEC-Bezeichnung 2 C 1
Maximale Ixb| 2,3x15 | 28%x15 |50x15 |36x28 |50x36 | 62%x5,5
Abmessungeninmm s| 1,3 1.3 1,3 2,0 2,0 2,0
Nenn- Bestell- B37941- | B37944- | B37947- | B37950- | B37953- | B37956-

Kapazitat| bezeichnung

100 pF 100 pF

100 pF -J5101-*9
150 pF -J5151-*9
220 pF -J5221-*9
330 pF -J5331-*9
470 pF -J5471-*9
680 pF -J5681-*9

1nF -J5102-*9
1,5 nF -J5152-*9
2,2 nF -J6222-*9
3,3 nF -J5332-*9
4,7 nF -J5472-*9
6,8 nF -J5682-*9 8,2 nF

10 nF | -J5103-*9
15 nF | -J5153-*9
22 nF | -J5223-*9
33 nF | -J5333-*9 39 nF
47 nF | -U5473-%9
68 nF | -J5683-*9 | 47nF | 47 nF 82 nF
100 nF | -J5104-*9
150 nF | -J5154-*3 100 nF
220 nF | -J5224-*9 390 nF
330 nF | -J5334-*9 220 nF
470 nF | -J5474-*9
680 nF | -J5684-*9 470 nF

1uF | -J5105-*9

1 uF

Die oben aufgefiihrten Vorzugswerte entsprechen der Reihe E6. Werte der Reihe E 12 sind
nach besonderer Vereinbarung lieferbar. Die Sachnummer hierflir bitten wir anhand des
Bestellbeispiels Seite 6 zu bilden. Die Zahlenwerte fiir die Reihe E12 sind auf Seite 4 angefiihrt.

* Toleranzbuchstabe fir +20% 2 M
+10% 2K

250



Vielschicht-Chipkondensatoren

KEFQ

Keramikart HDK
Keramik Klasse 2

Werkstoff S 6000
ElA-Bezeichnung 25 U
DIN-IEC-Bezeichnung 2 E 4

Nennspannung 50 V-

Maximale Ixb| 2,3x1,5 5,0x1,5 3,6x2,8 5,0x3,6 6,2x5,5
Abmessungen in mm s| 1,3 1,3 2,0 2,0 2,0
Nenn- Bestell- B37942- B37948- B37951- B37954- B37957-
Kapazitdt | bezeichnung
6,8 nF
6,8 nF -J5682-*9
10 nF -J5103-*9
15 nF -J5153-*9
22 nF -J5223-*9
33 nF -J5333-*9 47 nF
47 nF -J5473-*9
68 nF -J5683-*9 47 nF
100 nF | -J5104-*9 100nF | 100 nF
150 nF -J5154-*9 100 nF
220 nF -J5224-*9
330 nF -J5334-*9
470 nF | -J5474-%9 330 nF 470 nF
680 nF -J5684-*9
1uF | -J5105-*9 680 nF
- _ %
1,5 uF J5155-*9 1,5 uF

Die oben aufgefiihrten Vorzugswerte entsprechen der Reihe E6.

* Toleranzbuchstabe fiir +80% ~r7
-20% —
+20% &M

Bestellbeispiel:

Chipkondensator KEFQ 2,8 x 1,5 mm aus CG (NPO) 330 pF +10% fur 50 V—

Sachnummer: B 37943 - J 5331 - K009

Bauformnummer——————

Entwicklungsstan

TTLL

Nennspannung
5450V

Kennziffer fur Kontaktierung
(Silber-Palladium)

Zusétzliche Wertstellen fur Nennkapazitat
(speziell <10 pF). Stellen entfallen

wenn beide »0« sind.

Toleranz K2 +10%

Nennkapazitat
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SIFERRIT-Kerne und Miniaturspulen




Inhalt

SIFERRIT-Kerne und Miniaturspulen

Typ Benennung MaRe Seite
mm

B 65491 Schalenkerne @ 3,3x2,6 267

B 65495 Schalenkerne @ 4,6x4,1 268

B 66430 o @ 4,6x5,2 271

B 66433 }Kerne fir Miniaturspulen 271

B78008 Miniaturspule IXxhXxDb (4,8x35x4,5) |278
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Vorwort

SIFERRIT-Miniaturbauelemente

In der Elektronik flihrt der Trend zur Miniaturisierung auch bei Spulen und Ubertragern zu
immer kleineren Bauelementen. Dies zeigt das hier vorgestellte Programm von SIFFERIT-
Kernen und Zubehér fir Miniaturspulen und -tbertrager. Es enthéalt Bauelemente fiur einen
Einsatz auf Leiterplatten und in Schichtschaltungen. Die Bauelemente sind z.T. so klein,
daB sich fir sie neue Einsatzmoglichkeiten, z. B. in elektronischen Uhren und in Herzschritt-
machern, ergeben. Der EinfluR einer Miniaturisierung auf die wichtigsten Eigenschaften
von Spulen und Ubertragern wird behandelt. Zur Auswahl eines optimalen Kerns fiir be-
stimmte Anforderungen sind Formeln und Kenndaten zusammengestellt.

Technische Erlauterungen

Die Eigenschaften einer Spule oder eines Ubertragers werden bereits durch die Eigenschaften
seines Kerns weitgehend vorgegeben. Diese hidngen wiederum auBer von den Material-
eigenschaften auch von der GréRe, Form und effektiven Permeabilitit des Kerns ab. Folgende
Beziehungen enthalten Kennwerte zur Auswahl eines optimalen Kerns. Sie zeigen auRerdem
den EinfluR einer Miniaturisierung.

Spulengiite Q und Klirrfaktor £

Der Kehrwert der Spulenglite Q kann bei Vernachldssigung des Wirbelstromverlustes in der
Wicklung und des Einflusses der Wicklungskapazitat vereinfacht durch drei sich Gberlagernde
Verlustfaktoren dargestellt werden

1
5 = tandeu () + tan o, (B) + tan 6, (f) (1
mit dem von der Frequenz f abhangigen Kupferverlustfaktor
1 — Q /N ) /e

Qc, B 27 F - po e Feu AN‘Ae’
dem von der Induktion B abhéngigen Hystereseverlustfaktor des Ferritkerns

o " U
tan n =g e - B=ns - | [ 1 VT (3)
e

=77!'1'\/_[

und dem ebenfaiis frequenzabhangigen Restveriustfaktor des Ferritkerns
tan o

tan d¢gy =

(2)

tand,=u, - (4)

i
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Technische Erlauterungen

Fir den Klirrfaktor k kann gesetzt werden
3

k =~ — - tand 5
5 " (5)

Bei einem Verkleinern oder VergroRern aller Abmessungen im Verhaltnis 1: a ergibt sich nach
den geometrischen GroRen in den Gleichungen (2) und (3)

OCUNaZ (6)
undk ~tan 6, ~ Vo~ ', ~ a3, (7)
Die Gleichung (1) durchléduft frequenzabhéngig ein Minimum mit maximaler Spulengiite Q
bei einer optimalen Frequenz f, und Permeabilitat p.,, wenn Kupfer- und Restverlustfaktor
gleich sind.

Diese Bedingungistin Bild 1 mit bezogenen Verlustfaktoren von Schalenkernspulen @4,6 x 4,1
dargestellt. Die Kupferverlustfaktoren wurden fir einen Fullfaktor fc,=0,5 berechnet, die
Restverlustfaktoren dem SIFERRIT®-Datenbuch entnommen. Im Schnittpunkt beider Verlust-
kurven wird bei Gleichheit der Verluste eine optimale Frequenzf, mit maximaler Glte erreicht.
Fir von 0,5 abweichende Fiillfaktoren kann f, umgekehrt proportional fc, umgerechnet
werden. Entsprechendes gilt fiir freitragende Wicklungen im Vergleich zu Wicklungen auf
Spulenkérpern. Durch im Bild nicht berlicksichtigte Wirbelstromverluste und Eigenkapazi-
taten der Wicklung verschiebt sich das Optimum zu niedrigeren Frequenzen.

Erklarung der Begriffe und Kurzzeichen:

Ae = eff. magnetischer Querschnitt (mm?)
ni = Hysteresekernkonstante nach IEC (1/A \/H)
Ne = Hysteresematerialkonstante nach IEC (1/mT)
1 = Effektivwert des Stroms (A)
L = Induktivitat (H)
Ve = eff. magnetisches Volumen (mm?)
tano = bezogener Restverlustfaktor des Ferrits bei B — 0
Wi
Qc, = Spulengiite ohne Kernverluste
0 = spezif. Widerstand des Kupfers (uQ2 mm)
Uo = magnetische Feldkonstante (H/m)
Ue = effektive Permeabilitat
fecu = Kupferfiillfaktor
Iy = mittlere Windungslange (mm)
Ay = Wickelquerschnitt (mm?)
I, = eff. magnetische Weglange (mm)
B = Scheitelwert der Induktion (mT)
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Technische Erlauterungen

Bild 1 Optimale Frequenz 7, von Schalenkernspulen @ 4,6 X 4,1
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Technische Erlauterungen

Wicklungskapazitit C,, und Streugrad ¢

Wicklungskapazititen stéren meistens, indem sie die Verluste erhhen und den Einsatzbereich
des Bauelements zu hohen Frequenzen hin durch Eigenresonanz begrenzen. Die Wicklungs-
kapazitat C,, wird im allgemeinen bei vollgewickelten Spulen im wesentlichen durch die
Kapazitat im Innern der Wicklung und weniger durch die zusétzliche erdungsabhéngige
Kapazitat zwischen Wicklung, Kern und Erde bestimmt. Bei vollgewickelten Spulen mit glei-
chem Wicklungsaufbau und gleicher effektiver Dielektrizitatszahl kann

IN'bN

C.~
w hN

~a (8)

gesetzt werden mit b als Wickelbreite und hy als Wickelhéhe. Bei formgetreuer Verkleinerung
nimmt also die Wicklungskapazitit proportional den linearen Abmessungen des Bauelements
ab. Das ist ein glinstiger EinfluR einer Miniaturisierung.

Bei Kernen aus einem Mangan-Zink-Ferrit — hier SIFERRIT M33, N22, N28, N30 und T26 — ist
wegen der relativ hohen Leitfahigkeit und Dielektrizitatszahl von Mangan-Zink-Ferrit ein
Mindestabstand von 0,1 bis 0,2 mm zwischen Wicklung und Kern zu empfehlen, wenn die
zusatzliche Kapazitat zwischen Wicklung, Kern und Erde im Vergleich mit der inneren Kapazi-
tat klein bleiben soll. Notwendige Verringerungen der Wickiungskapazitat wird man bei
Miniaturbauelementen vorzugsweise durch eine verstarkte Drahtisolation, eine verringerte
Lagenzahl oder im Extremfall eine einlagige Wicklung mit groBem Abstand vom Ferritkern
zu erreichen versuchen.

Bei Ubertragern strebt man im allgemeinen einen kleinen Streugrad ¢ an. Dies gilt insbeson-
dere fiir Breitbandiibertrager, deren Bandbreite dem Streugrad o umgekehrt proportional ist.
Mit der Streuinduktivitat L ist fiir zwei tibereinanderliegende Schichtwicklungen der Streu-
grad naherungsweise

Ls _ 1 IoIvhe o

77707 3w A, by

Der Streugrad hiangt also umgekehrt proportional von der effektiven Permeabilitat p, ab.
AuRerdem wird der Streugrad von den MaBverhéltnissen, jedoch nicht von der absoluten
GroRBe des Bauelements beeinflu3t.
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Technische Erlauterungen

Strombelastbarkeit /.,

Siebdrosseln haben im allgemeinen einen hohen Gleich- oder Wechselstrom zu fiihren. Ihre
Strombelastbarkeit /,,,, ergibt sich entweder aus der zulidssigen Verlustleistung P, max 2um
Begrenzen der Erwarmung

1|/ Pemas (10)
max — R

mit R =Wirkwiderstand ~ Gleichstromwiderstand
oder aus der zuldssigen Feldstarke H ., zum Begrenzen des Abfalls der reversiblen Perme-
abilitat p.., beim Vormagnetisieren

Hmax " 1e

N (11)

Tnax=

mit Hnax =scherungsabhangige Feldstéarke H_, bei der die reversible Permeabilitat z.B. 5%
abgefallen ist, und N =Windungszahl.
Die niedrigere der beiden Strombelastbarkeiten ist maBgebend.

Temperatur- und Zeitabhangigkeit der Induktivitat

Unabhéngigkeit von der GréBe und Form des Bauelements kann der Temperaturbeiwert
O =, - /p; und der Desakkommodationsbeiwert d =p, DF gesetzt werden. Voraussetzung ist
jedoch, dal die aufbaubedingten mechanischen Spannungen vernachlassigbar klein gehalten
werden. Die bezogenen Materialbeiwerte a/p; und DF streuen wegen eines Oberflacheneffekts
bei der Kernherstellung starker als bei gro3eren Kernen.
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Technische Erlauterungen

Auswahi der Kernform

Das Entwerfen einer Spule oder eines Ubertragers mit Ferritkern beginnt im allgemeinen
damit, aus dem Angebot an Ferritkernen den fiir den Anwendungsfall hinsichtlich Form und
GroRe glinstigsten Typ herauszusuchen. Die lieferbaren Miniaturbauelemente mit Zubehér
sowie deren scherungsunabhéngige Kern- und Spulendaten sind in Tabelle 1, die scherungs-
abhangigen Daten in Tabelle 2 zusammengestellt. Es werden streuarme runde Schalenkerne,
RM-Kerne oder Rollenkerne mit magnetischem RiickschluR verwendet. Die meisten Bau-
formen gibt es je nach Art der AnschluBtréager in zwei oder drei Abarten mit Kontakten fur
Leiterplatten, fiir Schichtschaltungen oder ohne Anschluf3trager mit freien Drahtenden. Zum
Teil stehen auch Spulenkérper zur Verfligung. Bei niedrigen Frequenzen kdnnen freitragende
Wicklungen elektrisch vorteilhafter sein (Bild 1).

Bild 2 zeigt Ferritteile und Zubehor einer Miniaturbauform mit dem zur Zeit kleinsten abgleich-
baren Schalenkern @¥4,6 mm x4,1 mm. Es wird ein Schraubabgleich mit einem Gewinde
M 1,2 verwendet. Die Abgleichschraube wird in einem Muttergewinde gefiihrt, das in der
einen Schalenkernhalfte im Ferrit enthalten ist. So entféllt die sonst libliche Gewindehiilse.
In Bild 3 ist eine Bauform RM 3 mit dem kleinsten RM-Kern und einem Spulenkdrper mit vier
Lotstiften im Leiterplattenraster dargestellt.

Bild 5 zeigt eine komplette Miniatur-Ferrit-Induktivitat, Typ MIFi, in einer fir Hybridschalt-
kreise automatengerechten Chipform. Der die quaderférmige Bauform bestimmende Ferrit-
kern besteht aus einem Rollenkern, aus einer rechteckigen Grundplatte und einer rechteckigen
Gehausekappe. Durch die magnetisch geschlossene Kernform kénnen Streufluf3 und Kopp-
lungen klein gehalten werden. Die MIFI wird mit festen Induktivitdten von 0,1 bis 470 pH
geliefert. Bild 6 zeigt fir diese Bauform typische Spulengiten. Das Aufbringen auf die
Schaltung kann nach dem Klebe- und Tauchlotverfahren oder nach dem Reflow-Lo6tverfahren
erfolgen.

(Lotvorschrift siehe Vorwort Einzelhalbleiter)

Bild 2 Bauform mit @4,6 mm Schalenkern Bild 3 Bauform mit RM3-Kern und
und Schraubenabgleich 4-Stift-Spulenkorper
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Technische Erlauterungen

Bild 5 MaRbild der Miniatur-Ferrit-Induktivitat MIFl B78008 mit Lotfleckenanordnung

!
|

g&f_' N7 A S s
48 T e 7/ **** Lotflecken
~ Létstelle Substrat auf der Schichtschaltung

s

39
I
1
i,

Giite

Die Spulendaten sind Richtwerte fiir die Auswahl der Bauform. Das Gewicht der einzelnen
Daten richtet sich bei einer Gesamtbeurteilung einer Bauform nach den vorliegenden An-
forderungen. Zum Beispiel kann das Hauptgewicht bei Spulen hoher Giite auf tan d¢,, bei

Iy
klirrarmen Spulen auf ;, bei Spulen hoher Eigenresonanzfrequenz N und bei Breitband-

hy

Ubertragern auf o gelegt werden. Wie bei gréReren Kernen wird als SIFERRIT-Material das
mit der héchsten Permeabilitat bei noch zulassigen Verlusten verwendet. Der A -Wert des
Kerns wird schlieBlich so gewahlt, daB die geforderten scherungsabhéngigen Eigenschaften
erreicht werden kénnen, wie z.B. die Spulengiite, die Strombelastbarkeit nach Gleichung
(11) oder der Streugrad.

Bild 6 Typische Spulengiten Q der MIFI B78008

140
20 00uH | 10pH 1uH
Q H p p
i /-\/\ — \/ /A
100 o N A AN
NN A \
/
80 \\
60
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05 1 5 10 MHz 50

261




Technische Erlauterungen

Dimensionierung der Ubertrager:

Tabelle 1

Scherungsunabhingige Kern- und Spulendaten

Bauform Zubehor Kern- und Spulendaten
gegeben durch Bestellbezeichnung fir
Kern- Kern- Kon-') |Spulen- | AnschluB-| Abgleich Amind) | Ae |Ie Ay b [ InBn | Pumadd)
form groBe takte korper tréger hy
mm? | mm?| mm |mm?|mm | mm mwW
?3,3%x2,6 | F - - - 1,0 1.4 51 10,75 |1,6 19 50
B 65496-
L - A2002- - 120
X000
24,6x3,1 B 65496-
S - A2001- - 2,0 2,8 6,0 (099 (1,8 30 120
X000
runder F - - - 90
Schalen-
kern B 65496-
L A 2002 B 65496- 140
X000 A3001-
24,6x4,1 B65496- | B65496- | X017 oder
S A1001- | A2001- X001 oder | 2,0 2,9 7,2 1089 (21 |46 140
T001 X000 X022
F - 100
B 65502-
?56x3,3 | F A0000- |- - 3,9 4,3 80 (095 (1,65 |33 120
R001
B65512- [B65512-
L B65512- | A2001- A3001- 250
DTx4 A0000- | X000 X017 oder | 5,2 70 (10,0 (20 |22 |34
R 001 X001
F - - 200
B 65818-
RM- L A1001- |- - 250
Kern RM3 D001 4,6 65 |138 (32 (335 |49
F - - - 230
Rolle B 65496-
mit L A 2002- 160
auf- Rolle X000
schraub- wird durch
barer £4,6x5,2 bewickelt| B65496- | prenen
Glocke S A2001- | 4or Glocke | 20 555 | 80 (08 |15 |18 160
X000
F - 120
Chip 4,6x3,5 S in Spule enthalten - 0,95 1,6 6,0 {034 |13 21 120
x3,2

') L=fur Leiterplatten, S =fir Schichtschaltungen, F = fiir freies Verdrahten.
2) Amin = kleinster Kernquerschnitt, der bei starker Magnetisierung zuerst geséttigt wird.
3) Fir 50 K Ubertemperatur im giinstigsten Fall einer Kiihlung durch freie Konvektion bei unvergossenen Bauelementen.
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Technische Erlauterungen

Tabelle 2
Scherungsabhiangige Kern- und Spulendaten
Bauform Kern- und Spulendaten Bestellbezeichnung
gegeben durch
Kern- Kern- ') | SIFER- AL We Hmaxle |tan oc, | £, n; o des SIFERRIT-Kerns
form gréRe RIT = bei f, 1
IV AVH
nH A 1072 MHz %00
?33%x2,6 |[F K1 25 - - 2,4 0,7 300 27 B65491-B0000-Y001
F [ N30 500 - - - - - 1.4 B65491-B0000-Y030
246x3,1 |F [K1 40 - - 2,2 0,6 130 29 B65495-A0000-Y001
F | N30 1000 - - - - - 1,2 B65495-A0000-Y030
K |U17 5 10 18 08 15 6,7 - B65495-K0005-A017
K [ K1 16 32 32 1.2 3 51 - B65495-K0016-A001
runder ?4,6x4,1 |K | M33 40 80 1 1,6 0,9 10 21 B65495-K0040-A033
Schalen- F | N28 63 126 6 19 0.3 7,2 13 B65495-K0063-A028
kern F | N28 100 200 35 1.6 0,22 14 8,3 B65495-K0100-Q028
K | N30 950 - - - - - 0,9 B65495-K0000-Y030
K | N22 600 - - - - - 2,7 B65501-J0000-Y022
?5,6x3,3 |[K | T26 700 - - - - - 2,3 B65501-J0000-Y026
K | N30 1400 - - - - - 1,2 B65501-J0000-Y030
K |uU17 8 9 27 0,64 75 3,2 - B65511-A0008-A017
K | K1 25 28,5 50 1.0 15 23 - B65511-A0025-A001
D7x4 K | M33 63 72 18 1,0 0,6 4,7 |- B65511-A0063-A033
K | N28 100 114 10 1.4 0,27 34 23 B65511-A0100-A028
K |T26 1000 - - - - - 2,3 B65511-A0000-Y026
K | N30 2000 - - - - - 11 B65511-A0000-Y030
RM- RM3 K | T26 800 - - - - - 1.9 B65817-A0000-Y026
Kern K | N30 1500 - - - - - 1,0 B65817-A0000-Y030
Rolle D |u17 ~8,7 (>9)?) B66433-A0000-X017
mit auf- | @4,6x52 |D | U17/K12 | =9,5 (>10) B66433-C0017-X012
schraub- D | K1 =32 (>55) variabel B66433-A0000-X001
barer D | N22 ~b5 (>160) B66433-A0000-X022
Glocke

') K = mit Spulenkérper, F =freitragende Wicklung, D =Kern direkt bewickelt.
2) Glocke magnetisch in Mittelstellung und (in Klammern) voll aufgeschraubt.
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Technische Erlauterungen

hAN i Maximale Lagenwindungszah!l NV
mit Spulenkorper
N, \\
\\\ \\
N
N N
\ RM3
\\ N oTx4
\\\\ 256%33
\<
10 \\\\
NN AN
AN AN
N AN
. NN
0 0,05 01 02 mm 05
D——»
Bild 7a mit Spulenkorper
100 I
N ohne Spulenkérper
Mo NN N
X N
Q\\\ §
N
AN NN RM3
NN NN 744
\ \ AR aIX
\\\\§ z46x4,
N N\ zs'i:xse'im
ANNNN\ Y
AN N\
233x26 Q \ N
246x52/64 \
10 ANNNAVANN
AN AN
SN R
WA
5 NN
0 0,05 01 02 mm 05
D

Bild 7b ohne Spulenkorper
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Technische Erlauterungen

Maximale Gesamtwindungszahl N mit Spulenkdrper

|
T mit Spulenkorper
N

\ )

1000

/,
A A

RM3
\ o7x4

\
N,
N

\\
\ 1\

100 N\

~
//
4/ //

P
”
LA

0 A\

0 0.05 01 0.2 mm 05

D ———

Bild 8a mit Spulenkorper

D = AuBendurchmesser des isolierten Leiters (Volldraht oder Litze)
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Technische Erlauterungen

Maximale Gesamtwindungszahl NV ohne Spulenkérper

I ]

ohne Spulenkérper
\ \ )
1000 \ A\

-
7~
AN
P
o

/
.
‘////;f/
A
3
;z 8
g &
& %

\

<

100

A P
1
"

@4,6x5,23/36,;6 /\\\ \\\ \
il \\{\\ \ O\

| W

0,05 01 0.2 mm 05

Bild 8b ohne Spulenkorper
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Schalenkerne ¢ 3,3 x 2,6

B 65491

=
SN
1
— 170 Satzgewicht ~0,06 g
= 2601
Magnetische Daten
magn. Formfaktor 3I/A =4,3 mm™!
eff. magn. Weglange /. =58 mm
eff. magn. Querschnitt A, =1,35 mm?
eff. magn. Volumen V., =7,8mm?
A -Wert SIFERRIT- Bestellbezeichnung
nH Ll'oleranz Werkstoff
ohne Luftspalt
20 +40 % &Y k1 B65491-B0000-Y001
420 -30 N 30 B65491-B0000-Y030
Angaben zur Bewicklung
nutzbarer Wickelquerschnitt A mittlere Ag-Wert
ohne Spulenkdrper Wicklungslange /y
mm? mm u
0,65 5,8 310
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Schalenkerne 74,6 x 4,1 B 65495

1101 s
| L
| —
N 3 <=
s i -1 &g
? N %'§ S
! T Satzgewicht =0,18 g
——i 2,6%014 =
4,101
Scherungsabhingige Kern- und Spulendaten
") | Kern- und Spulendaten
SIFER- | A, Ue Humaxle |tandcy | fo i Bestellbezeichnung
RIT = bei 7, des
Tax V 1 SIFERRIT-Kerns
nH A 1073 MHz | AVH
K |uU17 5 10 18 0.8 15 6,7 B65495-K0005-A017
K | K1 16 32 32 1,2 3 51 B65495-K0016-A001
K | M33 40 80 1 1,6 0,9 10 B65495-K0040-A033
F N28 63 126 6 1.9 0,3 7,2 B65495-K0063-A028
F N28 100 200 35 1,6 0,22 14 B65495-K0100-Q028
K | N30 950 - - - - - B65495-K0000-Y030

Scherungsunabhingige Kern- und Spulendaten

Zubehor Kern- und Spulendaten
Bestellbezeichnung fir
Spulen- | AnschluB- | Abgleich |Amed |Ae |/e  |An  |6n | InOn | Py mad

korper trager hn
mm?2 [mm?{ mm | mm? | mm | mm mw
B65496- 140
A-3001-
B65496- B65496- X017 oder
A1001- A2001- X001 oder |2,0 2,9 72 1089 (21 46 140
TOO1 X000 X022
100

') K = mit Spulenkérper, F = freitragende Wicklung, D = Kern direkt bewickelt.
2) Anin = kleinster Kernquerschnitt, der bei starker Magnetisierung zuerst gesattigt wird.
%) Fiir 50 K Ubertemperatur im ungiinstigsten Fall einer Kiihlung durch freie Konvektion bei unvergossenen Bauelementen.
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Schalenkerne ¢ 4,6 x 4,1 B65495

AnschluBtréger B 65496 —60 bis +120 °C

AnschluRtrager aus Duroplast mit waagerecht ausgeformten Létfahnen fir Schichtschaltun-
gen (B65496-A2001-X000)
Der Schalenkernsatz wird auf den AnschluBtrager aufgeklebt

Bestellbezeichnung
B65496-A2001-X000

nach dem Léten
umgebogen

Kennzeichnung
fur Stift Nr. 1

Loétanschlisse auf Schichtschaltungen

gﬁ:[ﬂ (I
g5

10,2
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Kerne fiir Miniaturspulen

270

B 66430

B 66433
Einzelteile Bauform
Abgleichschraubendreher B63399
Glockenkern

B66433

Rollenkern B66430
AnschluBBtrager fur B65496

Schichtschaltungen



Kerne fiir Miniaturspulen 4,6 x 5,2 B 66430
B 66433

SIFERRIT-Kerne zum Aufbau von abgleichbaren Kieinstspulen fiir Schwingkreise sowie fur
Ubertrager und Drosseln.

Der Rollenkern als Trager der Wicklung ergibt mit dem Glockenkern verschraubt eine
geschlossene Bauform, welche eine Tauchverzinnung auf einem AnschluBtrager ermdoglicht.

——o 4,6_0,15

et —

0,7 ,

= E5 i
S SN
L\ 2
6 ’ M 3,5x 0,35 He—0
6005 S N
—a= =M 3,5X0,3 5fa—

|

!
Pl
f ] $0,5*0,05 &

r:} Hf:' g
4,6 015

2,5+0,05 ? ]

et ¢2’9_0,1 o ——

.._
0,05

0,05

/il
—
— i ——

Gewichte

I 414—0,15 —
14 +005

Rollenkern =0,15¢g
Glockenkern =0,15 g

Magnetische Daten’)

magn. Formfaktor SI/A =1,44 mm™"; eff. magn. Querschnitt A, = 5,55 mm?
eff. magn. Weglange /. = 8,0 mm; eff. magn. Volumen V., = 44,4 mm?

A -Wert | SIFERRIT- | Bestellbezeichnung A -Wert | SIFERRIT- | Bestellbezeichnung
nH Werkstoff nH Werkstoff

Rollenkern ohne Glockenkern Rollenkern mit Glockenkern')

7.5 u 17 B66430-A0001-X017 > 9 U 17 B66433-A0000-X017
16 K1 B66430-A0001-X001 > 10 U17/K5 B66433-A0017-X005
20 N 22 B66430-A0001-X022 > b5 K1 B66433-A0000-X001

>160 N 22 B66433-A0000-X022

Abgleichschlissel fir die Glockenkernspule: B63399-A1007-X000

") bei voll aufgeschraubter Glocke
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Kerne fiir Miniaturspulen

24,6x5,2

B 66430
B 66433

Zur Beseitigung des Gewindespiels wird empfohlen, nach dem Bewickeln des Rolienkerns
einen Tropfen eines nicht korrodierenden elastischen Materials (z. B. Sil-Kautschuk
3144 RTV der Fa. Dow Corning) auf das Gewinde des Rollenkerns aufzutragen und den
zugehorigen Glockenkern aufzuschrauben. Ein spateres Abgleichen der Spule durch Drehen

des Glockenkernes ist jederzeit

maoglich.

Wickeldaten
nutzbarer Wickelquerschnitt Ay mittlere Windungsléange Ly Ag-Wert')
mm? mm y7xe;
0,84 6,9 280
Maximale Windungszahlen NV Abgleichbereich und entsprechende
in Abhangigkeit von Durchmesser d Kernhdéhe »h« bei »n« Umdrehungen
des isolierten Drahtes. des Glockenkernes.
%
103 X . 100
8 u17
N 8 \ A? I
i 3 RIYCSIT
. | A a0 I\ U17/K5
) \\ i
102 LN 8
. F ~—— K1
L \ | T ——
. \ 40
\
. NiE \ N22
\ 20
0L
0?2 2 4 5 8107 2 4 mm
00 1 2 3 4
—_—0N
[ T T T ]
52 55 58 61 64 mm

") Rcu =Ag x N2 (Gleichstromwiderstand = Ar X Windungszahl?). Der Ag-Wert ist hier fir einen Kupferfiillfaktor ¢, = 0,5

angegeben.
2) 100% 2 Glocke voll aufgeschraubt
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Kerne fiir Miniaturspulen & 4,6 x 5,2 B 66430
B 66433

Induktivititsanderung und Kernhéhe h in Abhingigkeit von den Umdrehungen n des
Glockenkernes.

U117 U 17/K5
% %
8 8
Ak a8
L T
1 4 1 4 \
N
2 2
0 \\/AL= 8,7nH 0 AL = 9,5nH
N
-2 \\\ -2 \
-4 ™ 4
-6 -6
-8 -8
0 1 2 3 35 0 1 2 3 35
—_— ——N
[ T T T T T T 1 r T T T T T T 1
52 55 58 61 625mm 52 55 58 61 625mm
— = h ———h
K1 N 22
% %
40 80 .
o ¥ AL
L L
’ 20 \ 40
l 20 \
0 N
AL= 31, AL =55nH
0 \< L=315nH ) L#55n
0 \~ -20 \\
~~ ~
\
\‘ \\_
-20 -40 —]
-30 -60
-40 80
0 1 2 N 3 35 0 1 2 3 35
S — =
T T T T T T 1 T T T T — 1
52 55 58 61 625mm 52 55 58 61 625mm



Kerne fiir Miniaturspulen £ 4,6 x 5,2 B 66430

B 66433
Temperaturbeiwert in Abhingigkeit von A -Wert bei 25 °C bis 55 °C.
U 17 U 17/K5
nH nH
64 / 4
n
AL AL
60 / ‘
/ ‘
/ /
5 / 10 /
55 L/ /
95— — A
52 / / |
9 |
// // |
48 4
8
10 130 150 170 10°6/°C 450 500 550 600-106/°C
—Ti —=Tk
K1 N 22
. "
90 /
AL / A 4
34 / ‘ /
/ 88 ,/
32 f
35— ——— ——— '( 87 /
/ ) /|
30 / ' /’
/] |
28 y 84 l
|
100 125 150-10°6/°C 530 550 570 590 10°6/°C

—Tk — Ty
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Kerne fiir Miniaturspulen & 4,6 x 5,2

B 66430
B 66433

Giitekurven

Werkstoff U 17

L (uH) Draht Windungen | Lagen
1,25 0,18 CuL 14 2
0,15 0,23 CulL 4 1
0,020 0,23 CuL 1 -

200
Q 1,25uH A

/ \}015uH
/
150 4
/ / \\
/ AN
/ \ [\002uH
100
\
50
103 5 10 5 10° 5 108 kHz
__,f

Werkstoff U 17/K 5
L (uH) Draht; HF-Litze | Windungen | Lagen
0,81 32x0,025LS |9 2
0,64 0,18 CuL |8 1
0,25 0,23CuL |5 1

300
Q 250
}

200

e
150 as
T/ NA™N
4
/ N
100 ( /4R NEA
081uH |064uH 025uH
50
103 5 10* 5 108 5 105kHz
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Kerne fiir Miniaturspulen ¢ 4,6 x 5,2 B 66430
B 66433

Gitekurven

Werkstoff K 1

L (uH) Draht; HF-Litze Windungen
620 0,04 CuL 140
12,6 12 x 0,04 CuL 20
3.4 0,20 CulL 10
300
Q250
12,5uH
620H \
200
NC
AN
150 A\ \
1, / \
/L N
\\
100 1 / L ING2
50 :
102 5 103 5 104 5 10°kHz

Werkstoff N 22

L (mH) Draht Windungen
2,5 0,05 CuL 200
0,32 0,09 CuL 72
0,23 0,10 CuL 60
225
Q200
175
/
%\
10,23
150 /ll \\ e ,”‘;‘nHH
/i \Vavmmhnni
125 // \ ‘ ,/—A,SmH
[
100
10 5 102 5 103 5 10%kHz
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Kerne fir Miniaturspulen ¢ 4,6 x 5,2 B 66430
B 66433

AnschluRtrager B65496 —60 bis +120°C

AnschluBtrager aus Duroplast mit waagerecht ausgeformten Loétfahnen fiir Schichtschal-
tungen (B65496-A2001-X000).
Der Schalenkernsatz wird auf den AnschluBtrager aufgeklebt.

Bestellbezeichnung:
B65496-A2001-X000 Latanschliisse auf Schichtschaltungen

nach dem Loten
05 umgebogen

/4

. }

[

L
LR
£

00

10,2

Kennzeichnung
fir Stift Nr. 1
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Kleinstspulen fiir Schichtschaltungen B 78008

Typische Spulengiite Q

140

Q 120 100 uH 10pH 1puH
/\ / /
} 100 \/_\\ N
\ N |V A\
N
80 N
\
\
60
w 05 1 5 10 MHz 50

Aufbau und Eigenschaften: Quaderférmige, magnetisch abgeschirmte Spule in Chip-Form,
versehen mit 2 Kontaktierflichen. Das Aufbringen auf die Schaltung kann nach dem Klebe-
und Tauchlétverfahren oder nach dem Reflow-Létverfahren erfolgen. Durch einen magnetisch
nahezu geschlossenen Kreis ist das Streufeld der Spule sehr gering.

L
©
£
0
Ny
S ! } -- LI - Létanschlisse auf
? le——4 8max—>x> = S ————— —_——— der Schichtschaltung
Lotstelle Substrat
e 1,2 e
=i TP SN -
’ l |
s I |
| w0
133 [ <
- i |
|
i |
— rco—1——1——cz
4,6
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Kleinstspulen fiir Schichtschaltungen

B 78008

Anwendungsklasse: FKF (—55 bis +125 °C, Feuchtebereich F) nach Din 40040.
Zulassige Verlustleistung: 120 mW entsprechen einer Ubertemperatur von 50 K.

L L-Tol. Qmin fn fa Ro 1 hax Bestellbezeichnung
uH % MHz MHz Q mA
0,10 0,06 1290 B78008-S1101-M")
0,15 0,07 1190 B78008-S1151-M
0,22 40 >250 0,08 1090 B78008-S1221-M")
0,33 +20 25 0,09 1020 B78008-S1331-M
0,47 . 0,11 950 B78008-S1471-M")
0,68 230 0,14 850 B78008-S1681-M
1,0 150 0,16 790 B78008-S1102-K")
1,5 110 0,19 730 B78008-S1152-K
2,2 80 0,25 630 B78008-S 1222-K")
3.3 7,9 65 04 500 B78008-S1332-K
4,7 55 0,6 410 B78008-S1472-K")
6,8 45 0,7 370 B78008-S1682-K
10 50 34 0,9 310 B78008-S1103-K")
15 +10 26 1.1 260 B78008-S1153-K
22 20 15 210 B78008-S1223-K")
33 16 1,9 170 B78008-S1333-K
47 2,5 14 2,5 140 B78008-S1473-K")
68 13 4 120 B78008-S1683-K
100 1 6 100 B78008-S1104-K")
150 9 7 80 B78008-S1154-K
220 7 7 65 B78008-S1224-K')
330 0,79 6 9 55 B78008-S1334-K
470 5 1 45 B78008-S1474-K")

fu = MeBfrequenz, fg = Eigenresonanzfrequenz, Ry = max. Gleichstromwiderstand,
I max. = Strom fiir Ubertemperatur 50 K oder L-Anderung +5%.

') 2 Vorzugswerte
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HeilRleiter




Vorwort

HeiBleiter

In Schichtschaltungen kdnnen wahlweise je nach Anwendungsfall auch HeiBleiter eingesetzt
werden. Besonders geeignet erscheinen sie zur Kompensation bzw. Stabilisierung, wenn
stark schwankende oder grol3e Temperaturbereiche auftreten.

Der HeiRleiter kann an jeder Stelle der Schichtschaltung aufgeldtet werden und dient dort
zur Abtastung der jeweiligen Temperatur. Damit kdnnen entsprechende Regelvorgénge
durchgefiihrt werden.

Der fir Schichtschaltungen am meisten verwendete HeiRRleiter vom Typ K228 wird im fol-
genden Datenteil genauer beschrieben. Sollten besondere Wiinsche oder Fragen in diesem
Bereich auftreten, so bitten wir Sie, die lhrem Standort nidchstgelegene Siemensdienststelle
anzusprechen.

HeiBleiter

Typ R Rayo-Toleranz Ri00 Ty Seite
(k) (%) (Q) (°C)

K228 4,7 +25 450 —10 bis +100 283

K228 25 +25 1700 —10 bis +100 283

K228 35 +25 2200 —10 bis +100 283

K228 100 +25 4500 —10 bis +100 283
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HeiBleiter K 228

Der HeiRleiter K228 eignet sich aufgrund seiner speziellen Bauform fiir Dickschicht- und
Dunnschichtschaltungen. Er besteht aus einer unbedrahteten 3-mm-Tablette, die einseitig
geschlitzt wird, so daR zwei halbkreisformige Kontaktierflichen entstehen.

Durch Benetzen der Kontaktierflichen mit FluBmittel, Aufsetzen des HeiRRleiters auf die
Leiterbahnen und Erhitzen des gesamten Substrates, kann der Heillleiter aufgelotet werden.

Typ Bestellbezeichnung (N
K228/25%/4,7 kQ Q63022-K8004-N47 . ;3.0'2 L

K 228/25%/25 kQ Q63022-K8025-N40 B
K228/25%/35 kQ Q63022-K8035-N40

K 228/25%/100 kQ Q63022-K8100-N40

Grenzdaten

Widerstandswert 4,7 kQ bis 100 kQ

B-Wert 3560 K bis 4300 K
Belastbarkeit bei 25 °C ca. 100 mW
Temperaturbereich —10 bis +100°C
K228/25%/4,7 kQ 4,7 kQ 3560 K
K228/25%/25 kQ 25 kQ 3950 K
K228/25%/35 k2 35 kQ 4100K
K228/25%/100 k2 100 kQ 4300 K
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HeiRleiter K228
Technische Daten
Klimatische Anwendungsklasse?) nach DIN 40040 IHF
Untere Grenztemperatur Fmin -10 °C
Obere Grenztemperatur D max +100 °C
Feuchtebeanspruchung
Héchstwert') 95 %
Jahresmittel =75 %
Betauung zuléssig nein
Untere Lagergrenztemperatur s min -25 °C
Obere Lagergrenztemperatur s max +65 °C
Nenntemperatur I 25 °C
Nennwiderstand Ras s. Tabelle
Toleranz des Nennwiderstandes®) A:ZS +25 %
25
B-Wert B s. Tabelle
3 AB
Toleranz des B-Wertes®) B +5 %
Belastbarkeit bei 25°C Pus ca. 100 mwW
Max. Lottemperatur b 250 °C
Max. Lotzeit t, ca. 25 s
Gewicht ~0,15 g

') An 30 Tagen im Jahr dauernd. Diese Tage sollen in naturlicher Weise tber das Jahr verteilt sein.

2) Im eingeldteten Zustand.
3) AQL = 0,65%
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HeiBleiter K 228

HeiBleiterwiderstand als Funktion der HeiBleitertemperatur Ry = f ()

Q
Rr 108 K228
N
N
105NN I~
S
~— "y
N A )
~— \0’@\
\ Q TSN
4 N 25% — \
10 O /ﬁQ ~— ~_
S, S~ S~ —
\‘ \\
\\\ \\
10% — —
‘\\
—
o~
102
10’
0
10-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100°C

0y
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Integrierte Schaltungen
Operationsverstarker
Funktionsbausteine
Mikropackbauformen




Vorwort

Integrierte Schaltungen

Die Packungsdichte bei der Hybridierung von elektronischen Bauteilen auf Leiterplatten, Dick-
und Dinnschichtschaltungen hat im Laufe der letzten Jahre stark zugenommen. Das fihrte
zu der Forderung, die Abmessung der Halbleiterbauteile wesentlich zu verringern.
Die integrierten Schaltungen im W-, G- und GG-Gehé&use sowie das Mikropack (K-Gehause)
tragen dieser Entwicklung Rechnung durch:
— Geringen Flachenbedarf
— minimale Bauhohe
— einfache, manuelle oder automatische Verarbeitung, bei

Mikropack-Bauelementen vom Band
— platzsparende Lagerhaltung beim Mikropack

(ca. 5000 IS auf einer Spule)

Einbauhinweise fiir Kunststoffminiaturgehause (W-, G- und GG-Gehéause)

1. Biegen der Anschlisse
a) Beim Biegen der Anschlisse darf keine mechanische Beanspruchung zwischen den
Anschitssen und dem Gehause auftreten.
b) Abstand Gehause-Biegestelle: min 0,4 mm
Biegeradius >0,5 mm

2. Lotvorschrift
a) Kolbenl6tung: Lottemperatur 245 °C max. 10 s.
Abstand Gehéause zur Lotstelle 1,5 mm min. Gehausetemperatur max. 150 °C. Keine
mechanische Belastung der Anschliisse zum Gehéause.
b) Tauchlétung: Lottemperatur 245°C max. 4 s.
Schwall-Létung: keine mechanische Belastung der Anschliisse, Abstand
Gehause zur Lotstelle 1,5 mm min. Gehausetemperatur max. 150°C.

Einbautechniken fiir Mikropackgehause:

Bei der Wahl der Einbautechnik missen im wesentlichen 5 Punkte beriicksichtigt werden:
— bendtigte Stickzahlen

— Hohe der moglichen Investitionen

— Art der Substratmaterials

— Form der AuRenanschliisse

— Verlustleistung der eingesetzten Bauteile

Die Mikropack-IS kénnen auf einem temperaturgeregelten Heiztisch, mit einem Miniatur-
|16tkolben, mit einem Impulslétkopf oder im Durchlaufofen eingel6tet werden.

Die Lottemperatur betragt 210°C max, die Lotzeit

bei Heiztisch: 10 s

mit Lotkolben: 2 s/Anschlull

bei Impulsiotung: 2s

im Durchlaufofen: 15 s (bei erreichter Temperatur)

Die Létbeschichtung auf dem Substratsoll Pb/Sn (z. B. 60/40), schwallverzinnt oder galvanisch
abgeschieden sein.
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Integrierte Schaltungen

Operationsverstarker

Typ Eingangsstufe | Uqmax | s man |lamax | Tu Viyyp | Seite

Ausgangsstufe
(V) (nA) (mA) | (°C) (dB)

TAA761W Differenz +18 1 70 0 bis +70 85 291
Darlington

TAA765W Differenz +18 1 70 —-25 bis +85 85 291
Darlington

TAAB861W Differenz +10 1 70 0 bis +70 80 294
Darlington

TAA865W Differenz +10 1 70 —25 bis +85 80 294
Darlington

TBA221W Differenz +18 0,2 +25 0 bis +70 >86 301
Gegentakt

TBA222W Differenz +22 0,1 +25 -55 bis +125 | >94 301
Gegentakt

TCA311W Darlington-Diff.| +15 0,05 70 0 bis +70 >75 305
Transistor

TCA315W Darlington +15 0,05 70 —25 bis +85 >80 305
Transistor

TCA321W Transistor +15 1 70 0 bis +70 >80 307
Transistor

TCA325W Transistor +15 1 70 -25 bis +85 >80 307

- | Transistor

TCA331W Darlington +15 0,05 70 0 bis +70 >80 309
Darlington

TCA335W Darlington +15 0,05 70 —-25 bis +85 >80 309
Darlington

1s=Eingangsstrom; Io=Ausgangsstrom; V= Leerlaufspannungsverstarkung

) Auf Wunsch kénnen diese Operationsverstarker unter der Zusatzbezeichnung »G« (z. B. »nTAA761G« mit gekropften
Beinchen) oder unter der Zusatzbezeichnung » GG« (z.B. » TAA761GG« mit gekirzten und gekropften Beinchen) geliefert
werden. Siehe MeRbilder

t 11 3
0400 0257
JJ 127 -0
L1muxL— 4{ =02
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Integrierte Schaltungen

Funktionsbausteine

Typ Einsatzgebiet - Usmay [Isman | Taman | Tu Seite
(V) (mA) (mA) (°C)

TAB 1041W NF-Endverstarker 15 1 2x30 0 bis +70 | 299
TCA105W Schwellwertschalter | 30 5 50 —25 bis +85 | 303
TCA105BW Schwellwertschalter | 20 5 50 —-25 bis +85 | 303
TCA205WI N&aherungsschalter 30 2 50 —25 bis +35 | 304
TCA205WII Schlitzschalter 30 2 50 —25 bis +85 |304
TCA345W Opto-Schwellwert-

Schalter 10 0,8 70 —25 bis +85 | 311
SAS 241 } magnetisch betatigte | 18 3 30 0 bis x70 |319
SAS 251 kontaktlose Schalter | 27 3 30 0 bis +70 |319
Mikropackbauformen
Typ Einsetzgebiet Usmaxy | Isiman | Taman | Tu Seite

[uA]
V) (mA) (mA) (°C)

TAA761K Operationsverstarker | +18 [1] 70 0 bis +70 | 291
TBA 221K Operationsverstarker | +18 [0,2] +25 0 bis 70 | 301
TCA331K Operationsverstérker | =15 [0,05] 70 0 bis +70 | 309
TAB1031K NF-Vorverstarker 16 0,22 26 0 bis +70 | 297
TAB 1041K NF-Endverstarker 15 1 2x30 0 bis +70 | 299
TCA 955K Motorregler 16 12 200 | —25 bis +85 | 313
TCA 965K Fensterdiskriminator 27 5 50 | -25 bis +85 | 315
TCA 971K Transistor-Array Ucgo =42 V; Ic =200 mA | —25 bis +85 | 317
SAS241L } magnetisch betatigte 12 3 2x16 0 bis +70 | 319
SAS 251L kontaktlose Schalter 12 3 2x16 0 bis +70 | 319
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Operationsverstarker TAA761W
TAA761K
TAA765W

Besonders wirtschaftliche und vielseitige Operationsverstarker, die sich aufgrund ihrer guten
Eigenschaften fiir ein sehr weites Anwendungsgebiet eignen, wie z.B. Regelungstechnik,
Autoelektrik, NF-Schaltungen, Analog-Rechnertechnik etc.

Neben hoher Verstarkung, groRem Eingangswiderstand, kleiner Nullspannung, geringer
Temperatur- und Versorgungsspannungsabhéngigkeitzeichnen sich die Verstarker besonders
aus durch:

o Hohen Gleichtaktbereich 3
e GroBen Versorgungsspannungs- &
bereich T 6l L
e Grol3e Aussteuerbarkeit =
e GroRen Ausgangsstrom 3
e Einfache Frequenzkompensation £ 3
Typ Bestellnummer o,ifu,i“ oz b
TAA761K | Q67000-A598K 1127 T L AR
TAA761W | Q67000-A598 ny mxp:] L2mox R -
TAA765W | Q67000-A599 R
TAA761W 06max
TAA765W 4.06 b
TAA761K
TAA761K
Grenzdaten TAA761W
TAA765W
Betriebsspannung Ugant +18 \%)
Ausgangsstrom Ia 70 mA
Differenz-Eingangsspannung Upe +Ugart \
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +125 °C
Warmewiderstand
System-Umgebung Risu 200 K/W
Funktionsbereich
Betriebsspannung Ugant +1,5 bis =18 \
Umgebungstemperatur im Betrieb (TAA761W) Ty 0 bis +70 °C
Umgebungstemperatur im Betrieb (TAA765W) Ty —25 bis +85 °C
Umgebungstemperatur im Betrieb (TAA761K) Ty 0 bis +70 °C
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TAA761W

TAA761K
TAA765W
Elektrische Kenndaten (7, =25°C) TAA761K TAA761W TAA765W
Ugaw=%15V min typ max
Leerlaufstromaufnahme Tgan 1,5 2,5 mA
Eingangs-Null-Spannung
(Re =50 Q) Ukgos -6 +6 mV
Eingangs-Null-Strom ITeos —-300 +80 +300 nA
Eingangsstrom Ie 0,5 1,0 HA
Ausgangsspannung (R, =2 kQ) Uass +14,9 —-14 \%
Ausgangsspannung (R,_=620 Q) Uass +14,9 -12,5 \Y
Ausgangsspannung
(RL=2 k2, f=100 kHz) Uaes +10 v
Eingangsimpedanz (f=1 kHz) Z, 200 ke
Leerlauf-Spannungsverstarkung
(RL=2 kQ, f=1 kHz) Vy 81,6 85 dB
Leerlauf-Spannungsverstarkung
(RL=10 kQ, f=1 kHz) Vy 90 dB
Leerlauf-Spannungsverstarkung
(RL=2 kQ, f=1 MHz) Vy 43 dB
Ausgangssperrstrom 1 AR 1 10 A
Eingangs-Gleichtaktbereich (R =2 kQ) Ugg +12,0 +13,56 -12,0 Vv
Gleichtaktunterdriickung (R =2 kQ) G 65 79 dB
Betriebsspannungs-
unterdriickung (V= 100) AUgos 25 200 uv/v
AUgay
Temperaturkoeffizient der Ugog
(Reg=50 Q) Og 6 uv/K
Temperaturkoeffizient des Iggs
(Re=50 Q) o 0,3 nA/K
Anstiegsgeschwindigkeit von
U, im nicht invertiertem Betrieb du, 9 V/us
dt,
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TAA761W

TAA761K
TAA765W
Elektrische Kenndaten (7, = 25 °C) TAA761K TAA761W TAA765W
Ugar=115V min typ max
Anstiegsgeschwindigkeit
von U, im invertiertem Betrieb du, 18 V/us
dt,
Rauschspannung UgEing 3 uv
(nach DIN 45405;
auf Eingang bezogen; Rg=2,5 kQ)
Ugaw=x5V
Leerlaufstromaufnahme Tgan 0,7 mA
Eingangsnullspannung Ugos -6 +6 mV
Eingangsnullstrom Teos -300 +300 nA
Eingangsstrom Ie 1,0 uA
Ausgangsspannung U ass +4,9 -4 \Y)
(RL=2 kQ)
Leerlaufspannungsverstarkung
(RL=2 kQ f=1 kHz) Vy 70 dB
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Operationsverstarker TAA861W
TAA865W

Besonders wirtschaftliche und vielseitige Operationsverstarker, die sich aufgrund ihrer guten
Eigenschaften fir ein sehr weites Anwendungsgebiet eignen, wie z.B. Regelungstechnik,
Autoelektronik, NF-Schaltungen, Analog-Rechnertechnik etc.

Neben hoher Verstérkung, groBem Eingangswiderstand, kleiner Nullspannung, geringer
Temperatur- und Versorgungsspannungsabhangigkeit zeichnen sich die Verstarker besonders

aus durch:
j

Hohen Gleichtaktbereich

GroRRen Versorgungsspannungsbereich
GroRBe Aussteuerbarkeit

GroRRen Ausgangsstrom

Einfache Frequenzkompensation

=2}
—

f=-6,5min= 4.g9 t=-6,5min>=
L S— —

K=}
S -
S

- 25

Typ | Bestellnummer U _{, o
«441mux L - 2max
TAA861W | Q67000-A89-S3 '
TAA865W | Q67000-A109-S1 TAA861W, TAA865W
TAA861W

Grenzdaten TAA 865W
Betriebsspannung Ugan +10 \Y
Ausgangsstrom I, 70 mA
Differenz-Eingangsspannung Upe tUgant \Y
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur T, —55 bis +125 °C
Warmewiderstand
System-Umgebung Rinsu 200 K/W
Funktionsbereich
Betriebsspannung Ugant +1,5 bis £10 |V
Umgebungstemperatur im Betrieb (TAA861W) Ty 0 bis +70 °C
Umgebungstemperatur im Betrieb (TAA865W) Ty —25 bis +85 °C
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TAA861W

TAA865W
Elektrische Kenndaten 7, =25°C TAABETW TAABGSW
Ugay=%10V min typ max
Leerlaufstromaufnahme Tgan 1,0 1,5 mA
Eingangs-Null-Spannung Ueos -10 +10 mV
(Re=50 Q)
Eingangs-Null-Strom Ieos -300 +80 +300 nA
Eingangsstrom Ie 0,5 1,0 uA
Ausgangsspannung (R =2 kQ) Uaes +9,8 -9 \
Ausgangsspannung (R, =400 Q) Uaes +9,8 -8 \%
Ausgangsspannung
(RL=2 k), f =100 kHz) U.es +7 Vv
Eingangsimpedanz (f =1 kHz) Z, 200 kQ
Ausgangsimpedanz (f =1 kHz) Z, 800 Q
Leerlauf-Spannungsverstarkung
(RL=2 kQ, f=1 kHz) Vy 75 80 dB
Leerlauf-Spannungsverstarkung
(R.=10 kQ, f=1 kHz) Vy 90 dB
Leerlauf-Spannungsverstarkung
(RL=2 kR, f=1 MHz) Vy 43 dB
Eingangs-Gleichtaktbereich
(RL=2 kQ) Ugg +8 +9 -8 Y
Gleichtaktunterdriickung
(RL=2 kQ) G 60 74 dB
Betriebsspannungsunterdriickung AUgos
V= 1001 Y 25 200 uv/v
Temperaturkoeffizient der Ugos
(Ra=50 Q, Ty,=0 bis 70 °C) Og 6 uv/K
Temperaturkoeffizient des Igos
(Re=50 Q, Ty, =0 bis 70 °C) o 0,3 nA/K
Anstiegsgeschwindigkeit von du, v/
U, im nicht invertiertem Betrieb dyr Hs
Anstiegsgeschwindigkeit von du, 18 V/us
U, im invertiertem Betrieb dy, M
Ausgangssperrstrom Iar 10 100 uA
Rauschspannung
(nach DIN 45405;
auf Eingang bezogen: ARs=2,5 kQ) Ureing 3 uv
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TAA861W

TAA865W
TAA861W TAA865W

Elektrische Kenndaten (7, =25 °C) .
Usar=% 5V min typ max
Leerlaufstromaufnahme Tgan 0,7 mA
Eingangsnullspannung Ugos -10 +10 mV
Eingangsnullstrom ITeos -300 +300 nA
Eingangsstrom Ie 1,0 uA
Ausgangsspannung (R, =2 kQ) Uaes +4,8 -4 Y
Leerlauf-Spannungsverstirkung
(RL=2 kR, f=1 kHz) Vy 70 dB
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Horgerate-Vorverstarker TAB 1031 K

Vorlaufige Daten

Der TAB1031K ist fir den Einsatz in Vorstufen von Hérgeraten entwickelt worden. Durch
externe Gegenkopplung lassen sich Verstarkungen zwischen 30 dB und 86 dB (praktisch
Leerlaufverstarkung) einstellen. Eintaktschaltung ermdglicht gute Rauscheigenschaften sowie
groBtmogliche Aussteuerbarkeit der Ausgangsstufe auch noch bei Speisespannungenum 1V.

Weitere Einsatzmoglichkeiten

e alle Batterieverstarker
e Miniaturdiktiergeréte
e Mikrofonverstarker

Besondere Merkmale

e ausgezeichnete Linearitat

e Speisespannungsbereich 0,95 bis 12 V

e sehr geringe Abhangigkeit von der Speisespannung

e temperaturunabhangige und frei einstellbare Arbeitspunkte

e abschaltbare automatische Verstarkungsregelung (vom Ausgangssignal gesteuert)

Typ | Bestellnummer
TAB1031K | Q67000-A1314

14
02
—={09t}=>

8
54—

04,1 |« J 0.6 max

Mikropack-Gehéduse
(14 Anschlisse)

Grenzdaten

Speisespannung Usg 16 Y
Lagertemperatur Ts —55 bis 125 °C
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Funktionsbereich

Speisespannung Ug 0,95 bis 16 \
Umgebungstemperatur im Betrieb Ty 0 bis 70 °C
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Horgerate-Vorverstarker TAB 1031 K

Kenndaten (7, =25°C, Us=1,3 V, wenn nicht anders angegeben)

Stromaufnahme (R = ») I 220 uA
Leerlaufverstarkung (R =3,3 kQ) Vy 86 dB
Klemmenverstarkung, einstellbar Vi 30 bis 86 dB
(Vi =64 dB)

Anderung von Vy,(V, =84 dB)

—30°C <T,<80°C AV +0,4 dB
1,0<Us<1,6V AV 0,3 dB

Aussteuerbarkeit von Ugq
(k=10%, R_=3,3 kQ reell)

Us =1,1 Vv UQmaxeﬂ 350 mV

Ug=13V Ugmax.eff 430 mV

Aussteuerbarkeit von I, Tamax 26 mA

Klirrfaktor

(Vk, =64 dB, R_=3,3 kQ reell)

Uqges=0,3 V k 0,41 %

Uqe =0,15V k 0,37 %

Eingangswiderstand R, 150 kQ

Rauschspannung (V, =64 dB)

(auf den Eingang bezogen nach

DIN 45405) Rg;=5 kQ Ui 3,0 wv
Re=10 kQ Un 45 uv

Regelhub AV 38 dB
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Horhilfe-Gegentaktendverstarker TAB 1041 K
TAB 1041 W

Vorlaufige Daten

TAB1041K und TAB1041W sind Gegentaktendverstarker. Hohe Spitzenstrome sind bei
niedrigen Ruhestromen mdoglich. Die Verstarker arbeiten noch bei sehr niedrigen Ver-
sorgungsspannungen, wodurch die Batterie optimal ausgenitzt wird.

Besondere Merkmale

e Versorgungsspannung ab 1V

e Spitzenstrom ca. 16 mA (je Halbwelle bei 1T mA Ruhestrom
e sehrgeringe Abhangigkeitvonder Batteriespannung

e einstellbare Verstarkung

Einsatzmoglichkeiten

e Horgerate
e Diktiergerate ‘o=
e Telefonverstarker g
e batteriebetriebene Verstarker 3| 4 5
Y
Typ | Bestellnummer \ff 1 lz, J:
TAB1041K | Q67000-A1315 £ I
TAB 1041W | Q67000-A1315W oy ] ‘ ——
04 0,25 l | il
Tor Tl
o229 o ke
——{SSmuxL 29 06max
TAB1041W TAB1041K
Kunststoff-Miniaturgehause Minipack-Gehause
8 Anschliisse, Farbkennzeichnung rot-blau 8 Anschlisse

Gewicht etwa 0,15 g

TAB1041K
Grenzdaten TAB1041W
Speisespannung Us 15 \
Lagertemperatur Ts —b5 bis 125 °C
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Funktionsbereich
Speisespannung ' Ug 1 bis 15 \%
Umgebungstemperatur im Betrieb Ty 0 bis 70 °C
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Horhilfe-Gegentaktendverstéarker TAB 1041 K
TAB1041W

TAB1041K

Kenndaten (Us=1,4V; T, =25 °C) TAB1041W

Leerlaufstromaufnahme Ig 1000 uA

Klemmverstarkung Vi max 40 dB
min 15 dB

Anderung von V, (Vi =21dB) Ug=1,1 bis 1,4V AV 0,05 dB

Ty =30 bis 60°C AV -0,35 dB

Aussteuerbarkeit von Uq Uq enr 1,8 Vet

(k=10%)

Aussteuerbarkeit von 14 1q max 16 mA

(pro Halbwelle)

Klirrfaktor (Uq «=0,7 V) k 3 %

Eingangswiderstand R, 50 kQ
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Operationsverstarker TBA 221 K
TBA221 W
TBA 222 W

Diese Operationsverstarker sind gegen +Uga+ —Ugay und 0 kurzschluBfest. Die Eingangs-
nullspannung kann sehr einfach kompensiert werden. Durch die interne Frequenzkompension
ist der externe Bauteileaufwand gering. Die Verstarkungsabsenkung um 6 dB pro Oktave
ergibt eine sehr gute Stabilitat.

e einfache Handhabung o 12045
e grofBe Eingangsdifferenz-
spannung

e kurzschluRRfest
e hohe Spannungsverstarkung
e hohe Betriebsspannung T

‘E
Typ i Bestellnummer 3; 8 5 i
TBA221K |Q67000A K Fp |
TBA221W | Q67000-A923 T 4
TBA222W | Q67000-A97-K g

un

< i

il 0,25 0,6 max

]‘4&271 j'[gmux
|5 5max« 42
TBA221W; TBA222W TBA221K
TBA 221K

Grenzdaten TBA221W TBA222W
Betriebsspannung Ugan +18 +22 \%
Eingangsspannung (Ug,: = 4 bis £15V) Ue +Ugan +Ugan \
Eingangsspannung (Ug,: =15 bis =18 V) Ue +15 +15 \
Differenzeingangsspannung Upe +30 +30 Vv
KurzschluBdauer') t, o ©
Lagertemperatur Ts —65 bis +150| —65 bis +150| °C
Sperrschichttemperatur T 150 150 °C
Wairmewiderstand
System — Umgebung Runsu | 200 | 200 | K/W
Funktionsbereich
Betriebsspannung Ug +4 bis £18 +4 bis £22 \%
Umgebungstemperatur Tu 0 bis 70 —55 bis +125| °C

") KurzschluB kann gegen +Uga, —Ugar oder 0 erfolgen, dabei diirfen die Grenzdaten wie 7, nicht iiberschritten werden.
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Operationsverstarker

Kenndaten
(Ugau=%15V, Ty, =25°C
wenn nicht anders angegeben)

Eingangs-Nullspannung
(Re=<10kQ, Ty=0 bis 70°C
(Re=10kQ,

Ty =—55 bis 125 °C)
Einstellbereich der
Eingangs-Nullspannung
Eingangs-Nullstrom

(Ty =0 bis 70 °C)
(Ty=—b5 bis 125 °C)
Eingangsstrom

(Ty =0 bis 70 °C)
(Ty=—55 bis 125°C)
Stromaufnahme
positiver Ausgangs-
kurzschluBstrom
negativer Ausgangs-
kurzschlu3strom
Eingangswiderstand
Eingangskapazitat
Ausgangswiderstand
Ausgangsspannung
(RL=10 kQ)

(RL=2 kQ)
Eingangs-Gleichtakt-
Spannungsbereich
Spannungsverstéarkung
(Uasss==x10V, R, =2 kQ)
Spannungsverstarkung
(Uasss==£10V, RL=2kQ,
Ty =0 bis 70 °C)
Spannungsverstarkung
(Uass=210V, R =2k,
Ty =—55 bis 125°C)
Gleichtaktunterdriickung
{(Re=10kQ)
Betriebsspannungs-
unterdrickung
Einschwingverhalten der
Ausgangsspannung bei V =1:
Anstiegszeit (Ug=20 mV,
R.=2kQ, C.=<100 pF)
Uberschwingen
Anstiegsflanke
(RL=2kQ)
Temperaturkoeffizient der Ugos
Temperaturkoeffizient des Igos
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TBA 221K
TBA221W
TBA 222 W
TBA221K
TBA221W TBA222W
min |typ max |min | typ max
Ueos | —6 +6 | -4 +4 |mv
Ueos -7,5 +7,5 mV
Ueos -5,5 +5,5 | mV
AUgos | +6 |15 | =6 |+6 | 215 | -6 |mV
Ieos —200| +20 | +200| —100| £20 | +100| nA
Ieos | —300 +300 mA
Icos —400 +400| nA
I 80 500 80 350 |nA
Ie 800 nA
I 03 |12 |pA
IBau 1:7 2,8 1,7 2,8 mA
Iast 15 20 25 15 20 25 mA
Ias- —-25 |-20 | =15 | —-25 | —20 | —15 | mA
Re 300 | 2000 300 | 2000 kQ
Ce 14 1,5 pF
Ra 75 75 Q
Ugss +12 | £14 | -12 | +13 | £14 | —=12,5|V
Uss | +10 [ £13 | =10 | +11 | +13 [ —11 |V
Ueg +12 (213 | =12 | +12 | £13 | =12 |V
Vu 86 100 94 106 dB
Vo 83,5 dB
Vy 88 dB
G 70 |90 80 |90 dB
AUeos 30 | 150 30 100 | /v
AUBatt
t 0,3 0,3 us
5 5 %
dUaSS
o s 05 0,5 V/us
ae 3 uV/°C
ay 0.4 nA/°C




Schwellwertschalter

TCA105W
TCA 105 BW

TCA105W und TCA105BW enthalten eine Oszillatorstufe, einen Schwellwertschalter und
2 antivalente Ausgangsstufen. Die Bausteine eignen sich speziell zum Einsatz in N&dherungs-
schaltern, Lichtschranken und anderen kontaktlosen Schalteranwendungen.

e Weiter Batteriespannungsbereich 4,5 bis 30 V

e grofRer Ausgangsstrom 50 mA
o TTL-kompatibel

e mit Gleichspannungssignalen triggerbar

' Bestellnummer

Q67000-A600
Q67000-A601

Typ

TCA105W
TCA105BW

Grenzdaten

Batteriespannung
Ausgangsspannung (Pin 4, Pin 5)
Ausgangsstrom

Schaltfrequenz
Eingangsspannung
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur
Warmewiderstand

System — Umgebung

Funktionsbereich

Betriebsspannung
Umgebungstemperatur im Betrieb
Schwingfrequenz

Kenndaten

Messung statisch, Anschiu3 3 mit 1
verbunden (Ugyy =12V, Ty =25°C,
R¢=5,6 k)

Stromaufnahme
Einschaltspannung mit
Kompensationswiderstand Ry
Eingangsstromschwellwert
Hysterese
Restspannung (I =
Ausgangsspannung
Sperrstrom Ug.; =30 V bzw. 20 V
Restspannung (/=50 mA)

16 mA)

Umschaltzeit im TTL-Betrieb (Io=16 mA)

w5 f-B5minet 4.g =-6,5min~-
R

ey
T

04 07_‘ 1025
T “Tm j U
TCA105W; TCA105BW ——Mmux x| | 2o
TCA105W
TCA105BW
Usan 30 Vv
Ua 30 \"
I 50 mA
fs 40 kHz
Ue =0 Y
T, 150 °C
Ts —40 bis +125 | °C
Rinsu 200 K/W
Ugant 4,5 bis 30 \
Tu —25 bis +85 °C
fosz 1 bIS 4:5 MHZ
min typ max
Ig 34 5 mA
U, 300 400 480 mV
1, —60 uA
4K, 25 35 50 mV
Ua 0,25 0,35 Y
Uan entspricht Ugay
In 60 uA
UaL 0,7 1,15 \Y
ty 3 us
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Naherungsschalter TCA 205WI
TCA 205WII

Integrierte Schaltung zum Aufbau induktiver Naherungsschalter. Beim Bedampfen eines
Schwingkreises (z.B. durch Annahern eines Metallteiles) werden die Ausgénge umgeschaltet.
Der Schaltkreis ist durch Widerstandsabgleich einstellbar.

TCA205WIl kann in Annadherungsschaltern und Schlitzschaltern verwendet werden,
TCA205WI eignet sich besonders fir Annaherungsschalter.

Die Schaltung zeichnet sich aus durch: ﬂ

£
e weiter Versorgungsspannungsbereich durch 5.
interne Spannungsstabilisierung .

e GrolRer Ausgangsstrom f "
e Antivalente Ausgange L JA
e Einstellbarer Schaltabstand g
e Einstellbare Hysterese 3 U ‘ ‘
e Einschaltverzégerung 047 )02
4\‘ 1,27 L LZmax
Typ | Bestellnummer —/5,5max
TCA205W1 | Q67000-A1034-W1 TCA205WI; TCA205WII
TCA205WII | Q67000-A1034-W2
TCA205WI

Grenzdaten TCA205WII
Betriebsspannung Usg 30 \
Ausgangsspannung Uq Us \'
Ausgangsstrom Iq 50 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Ts —40 bis +125 | °C
Warmewiderstand Rusu 120 K/W
Funktionsbereich
Betriebsspannung Usg 4,75 bis 30 \
Umgebungstemperatur Ty —25 bis +85 °C

TCA205WI TCA205WII
Kenndaten (Ug — 12V, T = 25°C) min typ max Einh.
Stromaufnahme Is - 1 2 mA
Ausgangsrestspannung
Io=I3=5mA UaL 0,8 1,0 Vv
Iq=15=50 mA UaL 1,25 1,6 \"
Sperrstrom U=30V Ion 100 A
Abgleich Abstand R, 3 kQ
Abgleich Hysterese Ry 0 kQ
Schwingfrequenz- fosz 0,015 1,5 MHz
Schaltfrequenz ohne Kondensator-
beschaltung f 5 kHz
Einschaltverzégerung t 200 ms/uF

(nicht fir TCA205W1I)

Max.-Schaltabstand ohne Spulenabschirmung 0,6 x Spulendurchmesser
Min.-Hysterese: 3% von Schaltabstand
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Operationsverstarker mit Darlington-Eingang TCA311 W
TTL-kompatibel TCA315W

Ein wirtschaftlicher Operationsverstarker, der sich aufgrund seiner Eigenschaften als Schmitt-
Trigger und Komparator fiir die Regeltechnik und Autoelektrik eignet. Der Ausgang ist so aus-
gelegt, dal} TTL-Bausteine direkt angesteuert werden konnen. Neben hoher Verstarkung,
kleiner Nullspannung, geringer Temperatur- und Versorgungs-Spannungsabhéangigkeitzeich-
net sich der Verstarker besonders aus durch:

e Sehr groBen Eingangswiderstand L ”

e Hohen Gleichtaktbereich 5

e GroRen Versorgungsspannungsbreich T8l

o GroRRe Aussteuerbarkeit &

e Grol3en Ausgangsstrom 3 ; !

e Geringe Ausgangssattigungsspannung E H1 |

‘iL -

Typ i Bestellnummer AR L 025

TCA311W | Q67000-A1003 Tl

TCA315W | Q67000-A1005 TCA311W; TCA315W —Jumax‘- - i
TCA311W

Grenzdaten TCA315W

Betriebsspannung Ugant +15 \%

Ausgangsstrom N 70 mA

Treiberstrom I+, 10 mA

Differenzeingangsspannung Ug,y 13 bis 15 V Upe +13 \%

Differenzeingangsspannung Ug,; 2 bis 15V Upe +Ugant \

Sperrschichttemperatur T 150 °C

Lagertemperatur Ts —55 bis +125 | °C

Warmewiderstand

System — Umgebung Rinsu 200 K/W

Funktionsbereich

Betriebsspannung Ugant +2 bis £15 \%

Umgebungstemperatur im Betrieb TCA311W Ty 0 bis +70 °C

Umgebungstemperatur im Betrieb TCA315W Ty —25 bis +85 °C

Kenndaten (7, =25 °C) TCA311W TCA315W

(Ugan =215 V; R =6,8 kQ) min typ max

Leerlaufstromaufnahme Igant 1,5 2,5 mA

(I Gtber AnschluB3 2, bzw. 1 oder 6)

Eingangsnullspannung Ukeos -20 +20 mV

(Re=50 )

Eingangsnulistrom leos -25 +10 +25 nA

Eingangsstrom I 30 50 nA

Eingangsstrom (Upg = £23 V) Ie 200 nA

Ausgangsspannung

(RL=2kQ) U.ss +14,9 -14,8 Y

(RL=620 Q) Uass +14,9 —14,0 \

(RL=2 kQ, f=100 kHz) U.ss +10 \Y
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TCA311TW

TCA 315 W
Kenndaten (7, =25 °C) TCA311 TCA315
(Ugar=%15V, R=6,8 kQ min typ max
Eingangsimpedanz (F =1 kHz) Z, 3 MQ
Leerlauf-
Spannungsverstiarkung
(RL=2kQ, f=1 kHz) Vy 75 80 dB
(RL=10 kR, f=1 kHz) Vy 85 dB
(R.=2kR,f=1 MHz) Vy 60 dB
Eingangs-Gleichtaktbereich (R =2 kQ) Ugg +13 -13 \Y
Gleichtaktunterdrickung (R, =2 k<Q) G 60 74 dB
Betriebsspannungsunterdriickung AUgos 25 200 uv/v
(Vy=100) AUgan
Temperaturkoeffizient der Ugog i
(Re=50 Q) g 12 uV/K
Temperaturkoeffizient des Igog oy 50 pA/K
Anstiegsgeschwindigkeit dU, 30 V/us
von U, im nichtinvertierten Betrieb dt,
Ausgangssattigungsspannung
{Io=10 mA) Uao 200 mV
Ausgangssperrstrom
(Ugae= 5V, R =68 kQ) I ar 1 10 1 nA
Eingangsnullspannung (Rs=50 Q) Ueos -20 +20 mV
Eingangsnuiistrom Ieos —-25 +10 +25 nA
Eingangsstrom Ie 30 50 nA
Leerlauf-Spannungsverstéarkung
(RL=2 kR, f=1 kHz) Vy 65 dB
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Operationsverstarker TTL-kompatibel TCA 321 W
TCA 325 W

TCA321W und TCA325W sind wirtschaftliche Operationsverstérker, die sich aufgrund lhrer
Eigenschaften als Schmitt-Trigger und Komparatoren fiir die Regeltechnik und Autoelektrik
eignen. Der Ausgang ist so ausgelegt, dal} TTL-Bausteine direkt angesteuert werden kénnen.
Neben hoher Verstarkung, kleiner Nullspannung, geringer Temperatur- und Versorgungs-
spannungsabhéngigkeit zeichnen sich die Verstarker besonders aus durch:

e Hohen Gleichtaktbereich L
e GroRRen Versorgungsspannungsbereich §
e Groflde Aussteuerbarkeit y Ofl i &
e GroRRen Ausgangsstrom >
e Geringe Ausgangsséattigungsspannung s Y
o GrofRen Temperaturbereich E ‘
i
e 11925
Typ | Bestellnummer Jjuy T u:m
TCA321W | Q67000-A1008 el Imax j foZmax
TCA325W | W67000-A1012 TCA321W; TCA325W
TCA321W

Grenzdaten TCA325W
Betriebsspannung Ugatt +15 \%
Ausgangsstrom I 70 mA
Treiberstrom I, 10 mA
Differenzeingangsspannung Upe +Ugaut \
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +125 | °C
Warmewiderstand
System — Umgebung Rinsu 200 K/W
Funktionsbereich
Betriebsspannung Ugant +2 bis £15 \Y
Umgebungstemperatur im Betrieb: TCA321W Ty 0 bis +70 °C

TCA325W Ty —25 bis +85 °C
Kenndaten (7,=25°C) TCA321W TCA325W
(Ugar=215V; R =6,8 kQ) L . o

min typ max

Leerlaufstromaufnahme Igatt 1,5 2,5 mA
(I tber Anschlu® 2, bzw. 1 oder 6)
Eingangsnullspannung Ugos =75 +7,5 mV
(Reg =50 Q)
Eingangsnullstrom Teos -300 +80 +300 nA
Eingangsstrom I 0,5 1,0 UA
Ausgangsspannung
(RL=2 kQ) Uass +14,9 -14,8 Y
(R.=620 Q) U,ss +14,9 -14,0 \Y
(R.=2 kQ, f =100 kHz) Uass +10 \%




TCA321 W

TCA 325 W
Elektrische Kenndaten (7, =25 °C) TCA321W TCA325W
(Uga =15V, R=68 kQ) min typ max
Eingangsimpedanz (f =1 kHz) Z. 200 kQ
Leerlauf-Spannungsverstarkung
(RL=2 kQ, f=1 kHz) Vy 75 80 dB
(RL=10 kQ, f=1 kHz) Vy 85 dB
(RL=2kQ, f=1 MHz) Vy 60 dB
Eingangs-Gleichtaktbereich (R =2 kQ) Ugs +13 -13 Y
Gleichtaktunterdriickung (R =2 kQ) G 60 74 dB
Betriebsspannungsunterdriickung AUcgos
(VU =1 00) AUBatt 25 200 MV/V
Temperaturkoeffizient der Ugog
(Rg=50 Q) Og 6 uVv/K
Temperaturkoeffizient des /gog
(Re=50 Q) oy 0,3 nA/K
Anstiegsgeschwindigkeit dU,
von U, im nichtinvertiertem Betrieb dt, 50 V/us
Ausgangssattigungsspannung
(Io=10 mA) Uno 200 mV
Ausgangssperrstrom
Ugat=%5V, R=6,8 kQ I ar 1 10 uA
Eingangsnullspannung
(Re=50 Q) Ugos -7,5 +7,5 mV
Eingangsnullstrom Ieos —300 +50 +300 nA
Eingangsstrom Ie 0,5 1,0 uA
Leerlauf-Spannungsverstarkung
(RL=2 kR, f=1 kHz) Vy 65 dB
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Operationsverstarker mit Darlington-Eingang TCA331W
TCA331K
TCA335W

Ein wirtschaftlicher und vielseitiger Operationsverstérker, der sich aufgrund seiner guten
Eigenschaften fir ein sehr weites Anwendungsgebiet eignet, wie z.B. MeR- und Regelungs-
technik, Autoelektrik, NF-Schaltungen, Analog-Rechnertechnik etc. Besonders beim Einsatz
in der MeR- und Regeltechnik ist der kleine Eingangsstrom des Verstarkers von Bedeutung.
Neben hoher Verstarkung, kleiner Nullspannung, geringer Temperatur- und Versorgungs-
spannungsabhingigkeit zeichnet sich der Verstarker besonders aus durch:

Hohen Eingangswiderstand 0.48
Hohen Gleichtaktbereich
g C

Grof3en Versorgungsspannungs-—
bereich

1.4

o Grol3e Aussteuerbarkeit b Ty 6
e GroRen Ausgangsstrom 5, b IR
e Einfache Frequenzkompensation ' 6| || |4 © ‘E
5 e a its
Typ | Bestellnummer T IRk L [
E AR
TCA331W | Q67000-A1015 = 3l Ny
TCA335W | Q67000-A1018 ek 025
TCA331K | Q67000-A ;T_l“DLzr; j’:&m e 4 05— | |0Bmax
ot 1max L |2max 42
TCA331W; TCA335W TCA331K
TCA331K
TCA331W
Grenzdaten TCA335W
Betriebsspannung Ugan +15 \
Ausgangsstrom I, 70 mA
Differenzeingangsspannung Ug. 13 bis 15V Upe +13 \'
Differenzeingangsspannung Ug.x 2 bis 13 V Uge +Ugan \
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +125 | °C
Warmewiderstande
System — Umgebung Rinsu 200 K/W
Funktionsbereich
Betriebsspannung Ugatt +2 bis £15 \Y
Umgebungstemperatur im Betrieb: TCA331W, TCA331K Ty 0 bis +70 °C
TCA335W Ty —25 bis +85 °C
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TCA331W

TCA331K

TCA335W
Elektrische Kenndaten 7, =25°C TCA331W, TCA331K,

TCA335W

(Uga = £15 V) min typ max
Leerlaufstromaufnahme
(I tber AnschluR 2, bzw. 1 oder 6) Tgan 1,5 25 mA
Eingangsnullspannung (Rg =50 Q) Ueos -20 +20 mV
Eingangsnullstrom Igos -25 +10 +25 nA
Eingangsstrom Ie 30 50 nA
Eingangsstrom (Upe =+13 V) I 200 nA
Ausgangsspannung
(RL=2 kQ) Ugss +14,9 —14,0 Vv
(RL=620 Q) U.ss +14,9 -12,5 \"
R.=2 kR, f=100 kHz) U.ss +10 Vv
Kenndaten (7, =25 °C) TCA331W TCA335W
{Ugan =215 V) min typ max
Eingangsimpedenz (f=1 kHz) Z, 3 MQ
Leerlauf-Spannungsverstarkung
(RL=2 kQ, f=1 kHz) Vy 75 80 dB
(R.=10 kQ, f=1 kHz) Vy 85 dB
(RL=2k, f=1 MHz) Vy 43 dB
Eingangs-Gleichtaktbereich (R, =2 kQ) Ugea +13 -13 \Y
Gleichtaktunterdriickung (R, =2 k<) G 60 74 dB
Betriebsspannungsunterdriickung AUgos
(V= 100) Ao 25 200 uv/v
Temperaturkoeffizient
der Uggs (Rg=50 Q) Og 12 uVv/K
Temperaturkoeffizient des Igos a, 50 pA/K
Anstiegsgeschwindigkeit von U, dUp 9 v/
im nichtinvertierten Betrieb dt, us
Anstiegsgeschwindigkeit dUa
von U, im invertierten Betrieb dt, 8 Vius
Ausgangssattigungsspannung
(Ioa=10 mA) U o 1 Vv
Ausgangssperrstrom Uggy = +5 V Ip 1 10 uA
Eingangsnullspannung (R =50 Q) Ugos -20 +20 mV
Eingangsnullstrom Teos —-25 +10 +25 nA
Eingangsstrom Ig 30 50 nA
Leerlaufspannungsverstirkung
(RL=2k, f=1 kHz) Vy 65 dB
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Schwellwertschalter TCA 345 W

Schwellwertschalter mit linear von der Batteriespannung abhangigem Schwellwert. Am Aus-
gang konnen ohne Schutzdiode induktive Lasten geschaltet werden.

e TTL-kompatibel T
e GrolRRer Ausgangsstrom £
e Sehr hohe Eingangsimpedanz 16 4
e Gute Stabilitat durch Hysterese S t> l []
e Geringe AuBenbeschaltung f |
Typ | Bestellnummer a
TCA345W | Q67000-A564W 0i 0] s

s o v

*hmoxl* 2max

TCA345W

Grenzdaten
Batteriespannung Usg 10 \
Ausgangsstrom Ioo 70 mA
Eingangsspannung U, 0 bis Ugan \'
Induktivitdt am Ausgang Lq 500 mH
Lagertemperatur Ts —40 bis +125 | °C
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Warmewiderstand
System — Umgebung Rinsu 180 K/W
Funktionsbereich
Betriebsspannung Ugatt 2 bis 10 \
Umgebungstemperatur im Betrieb Ty —25 bis +85 °C
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Schwellwertschalter TCA 345 W
Kenndaten (7, =25°C) min typ max
Stromaufnahme bei Ausgangsstrom
Io=0mA; Ug=2V Isy 0,65 0,80 mA
Ug=5V Igy 1,36 2,00 mA
Iq=40 mA; Us=2V I 1,85 3,00 mA
Us=5V Ig 7.00 9,00 mA
Restspannung bei I =40 mA; Us=2 V UaL 150 300 mV
Ausgangssperrstrom, Uq=10V
Schaltschwelle (Ug=2 bis 10 V)*) Ign 30 uA
Linearitatsfehler der Schaltschwelle U, 0,63xUs | 0,66xUg| 0,69xUs | V
(bezogen auf Ug=2V) 3,0 %
Hysterese (in % vonUg) Us= 2V AU, 6,0 10 %
Us= BV AU, 6,0 20 %
Us=10V AU, 6,0 20 %
Eingangsstrom I, 10 30 nA
Zenerspannung (ber Ausgang v 11,0 13,6 15,0 \%
Temperaturgang der Schaltschwelle 30 ppm/K
Schaltbild Priifschaltung
z
ﬂ’U;ZV
R
Ok 4
! RN
| e
+—{
- o

wWOo—9
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Drehzahlregler

TCA 955 K

Der TCA955 eignet sich zur Drehzahlregelung von Gleichstrommotoren. Das Prinzip ent-
spricht einer getakteten Regelung. Besonders hervorzuheben ist die hohe Regelgenauigkeit,
der grolRe Betriebsspannungsbereich und die mégliche Stromersparnis. Ferner besitzt dieser

Baustein eine Batteriestandsanzeige.

Typische Einsatzmdglichkeiten:

Drehzahlregelung in Tonbandgeraten
Kasettenrekordern
Plattenspielern
Filmkameras

in Antrieben der Regel- und Steuerungstechnik

Typ | Bestellnummer
TCA955K | Q67000-A983-K

Grenzdaten

Betriebsspannung

Betriebsspannung Pin 11 und Pin 15 verbunden
Ausgangsstrom Pin 16

Ausgangsstrom Pin 12

(LED-Ausgang)

Verlustleistung LED-Ausgang
Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Warmewiderstand

System — Umgebung

Funktionsbereich

P PP SO feiariin

Bei liberbriickier interner Stabilisierung
(P 11 und Pin 15 verbunden)

Bei interner Stabilisierung

(Ugare @an Pin 15)
Umgebungstemperatur

TCA955K
Us 16
Us 6
Io 200
Iqiep 15
Poreo | 150
T, 150
Ts —55 bis +125
Runsu 120
Us 2 bis 6
Us 4,8 bis 16,0
Ty —25 bis +85

0.6max

mA
mA

mw

°C

K/W

°C
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TCA 955 K

Kenndaten (7y=25°C Ug=2,2 V bis 16,0 V)

(siehe Blockschaltbild)

Regelteil:

Stromaufnahme Us= 4,8V
Us=16V

Stabilisierte Spannung

Us=4,8V bis16 V

Eingangsschwelle (Pin 3)

gegen Masse

Hysterese der Eingangsschwelle

Offsetspannung (Pin 3 — Pin 2)

Eingangsstrom (Pin 3)

Restspannung Ausgangstransistor

Io= 50 mA

Io=100 mA

Reststrom Ausgangstransistor

Tastverhaltnis — Regelbereich

Nenndrehzahl

Drehzahlfehler bei Tastverhaltnis-

reqgeluna von Q his 1
regelung von 0 bis 1

Schaltfrequenzoszillator
Frequenz

Mittlere Spannung Pin 10
Spannung Pin 11 Spitze-Spitze
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min typ max
I 8,3 12,0 mA
Is 15,5 24,0 mA
Ustan 2,75 3,00 3,30 \
Ue 0,46xU;, | 0,485xU,,| 0,51xU,; |V
AUg 0,015xU,,| 0,03xU,, | V
Uotiset +11 +20 mV
e 1 A
Ual 0,84 1,00 \%
Ua 0,92 1,25 \
Ion 30 HA
v 0 1
n 12,565 14,85 17,64 .
p-RCy p-Ri-C, p-Ry-C, U/min
N | %
I S ]
f 1 Hz
0,4-R,-C,
Unosz 0,4xUy4 \'
Aoszss 0:18XU11 \




Fensterdiskriminator TCA 965 K

Der TCA 965K ist ein monolithisch integrierter Fensterdiskriminator. Er eignet sich besonders
fur die Steuerungs- und Regelungstechnik als Nachlauf- bzw. Abgleichsteuerung mit Totzone
sowie in der MeRtechnik zur Selektion von Elementen, deren mit Gleichspannung abge-
bildeten Werte innerhalb einer bestimmten Toleranzbreite vom geforderten Sollwert liegen
sollen.

Typ | Bestellnummer
TCA965K | Q67000-A982-K

ol

Grenzdaten

Betriebsspannung Ug 27 \
Eingangsspannung zwischen 2 Eingadngen Ue Ugatt \
Ausgangsstrom 1, 50 mA
Sperrschichttemperatur T7; 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +125 | °C
Warmewiderstand

System — Umgebung Rinsu 120 K/W
Funktionsgbereich

Betriebsspannung Us 4,75 bis 27 \%
Umgebungstemperatur im Betrieb Ty —25 bis +85 °C
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TCA 965K

Elektrische Kenndaten Us=10V, T,=25°C

Stromaufnahme (Pin 13 u. Pin 2

im Zustand »H«)
Eingangsstrom (Pin 6, 7, 8)
Eingangsstrom (Pin 9)
Eingangsnullspannung
(Pin 6/8, Pin 7/8)
Eingangsspannungsbereich (Pin 6, 7, 8)

Eingangsspannungsbereich (Pin 9)

Referenzspannung (unbelastet)
stabilisierte Spannung

(ohne externe Widerstande bei Us=7,9 V)
T« der Referenzspannung
Spannungsabhéangigkeit

der Referenzspannung
Ausgangssattigungsspannung (I =10 mA)
Hysterese (Fensterkanten)
Inhibitschwelle')

Inhibitstrom

') Inhibitation, wenn Pin 4 und Pin 12 auf Masse liegen
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min typ max

Is 4 5 mA
I 50 nA
Ie —400 nA
Ukos +10 mV
Ue 1,56 Ug-1,0 |V
Ue 50 L mv
Us 2,8 3,0 3,2 \%
Uio 5,6 6 6,5 \Y
Us 0,5 mV/K
Us 3 mV/V
Ucesat 100 200 mV

7 mV
U, 12 1.5 Vv
1412 —-100 uA



Transistor-Array mit 5 NPN Transistoren TCA 991K

TCA991K ist ein monolithisch integriertes Transistor-Array mit 5 NPN-Transistoren. Das
Array ist fiir Schalter- und Verstirkeranwendungen bis ca. 10 MHz geeignet. Wegen des ein-
heitlichen Aufbaus streuen die Daten der Transistoren nur wenig. Das Array ist vorteilhaft
einzusetzen in: Lampentreiber, Verstarker, Impulsgeber, und besonders fiir diskret aufgebaute
Differenzverstarker in Schichtschaltungen.

vielseitig einsetzbar

geringe Streuung von Ugg und B
groBer Ausgangsstrom

guter therm. Gleichlauf

Typ ] Bestellnummer
TCA991K | Q67000-T12K

J 0.6max

4
42

TCA 991K

MaBe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Ucso 50 \Y
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Uceo 32 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Uggo 6 \
Kollektor-Substratspannung (/o =100 pA) Ucs 80 \%
Kollektor-Strom I 200 mA
Basisstrom Ig 10 mA
zulassige Verlustleistung fir Einzeltransistor Piot 300 mwW
Wirmewiderstand System — Umgebung Rinsu 120 K/W
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Ts —40 bis +125 [°C
Funktionsbereich
Umgebungstemperatur Tu | =25 bis +85 |°C
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TCA 991K

Kenndaten (7, =25°C) min typ max

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
bei Ic =100 pA, I =0 Uceo 50
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
bei Ic =100 pA, Iz=0 ~ Uceo 32
Kollektor-Substrat-Durchbruchspannung
bei I =100 pA, I, =0 Ug 80
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
bei Iz =100 pA, I =0 Ueso 6
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
bei Ic =50 mA; Ig=5 mA U cesat 200 350 mV
Kollektor-Basis-Reststrom
bei Ugg =25V, I =0 Icgo 0,02 1 uA
Kollektor-Emitter-Reststrom
bei Ucg =25V, I5=0 Iceo 10 pA
Statische Stromverstéarkung B
bei Ucg =3V, I =100 pA 40 80 —
bei Ucg=3V,Ic=1mA 100 140 —
bei Uge =3 V, I =10 mA 100 160 —
bei Ucg =3V, I =100 mA 40 100 —

< < < <
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Magnetisch betitigte kontaktlose Schalter SAS 241; SAS 251
SAS 241L; SAS251L

Die Bausteine SAS 241, SAS241L, SAS 251, u. SAS251L sind kontaktlose Schalter, die durch
ein Magnetfeld betétigt werden. Die Ausgénge mit offenen Kollektoren erméglichen wired-
AND-Verkniipfungen zur Erzeugung kodierter Signale. Bei SAS 241 u. SAS 241L ist der Aus-
gangsimpuls unabhéngig von der Einwirkungsdauer des Magnetfeldes. Das Magnetfeld muf3
senkrecht mit dem Stdpol auf die mit der Kerbe gekennzeichneten Flache (Plastikgehduse),
bzw. auf die Chipoberfliche (Mikropack) einwirken. SAS241L und SAS251L eignen sich
besonders fir Anwendungen in Schichtschaltungen.

Typ Bestellnummer o 2048
SAS 241 Q67000-S50
SAS241L Q67000-S54 3 ] Y
SAS 251 Q67000-S47 Mitte Hallgenerator - —
SAS251L | Q67000-S55 &S 1)0s | Tuslla <y
e 1097~ = o [l M5
| —7z0s =/ - } N L,i, '
N ! ~ |
xr_?__ 'EF‘ ] ™ e | o
i Ll e i
TE =2 19243
= log U, Yo, s A
! I 1] -
254t —l . :
] " | 06— | |w0Bmax
—»13x254=7,62 L~ —- 42
SAS 241, SAS 251 SAS241L, SAS251L

Gewichtetwa 0,5 g

SAS241 SAS241L

SAS251 SAS251L
Grenzdaten untere obere

Grenze Grenze

B A
Speisespannung SAS 251 Us -0,5 30 \
Speisespannung SAS 241 Us -0,5 20 \
Speisespannung SAS241L Ug -0,5 18 \%
Speisespannung SAS251L Us -0,5 18 \Y
Ausgangsstrom T, Iq2 0 30 mA
Lagertemperatur Ts —-40 +125 °C
Funktionsbereich
Speisespannung SAS 251 Us 4,25 27 \Y
Speisespannung SAS 241 Us 4,25 18 \
Speisespannung SAS241L Us 4,25 18 Vv
Speisespannung SAS 251L Us 4,25 12 \Y,
Umgebungstemperatur im Betrieb Tu 0 +70 °C
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Magnetisch betatigte kontaktlose Schalter SAS 241; SAS 251
SAS 241L; SAS 251L

Statische Kenndaten bei Us=5V, T, =0 bis 70°C SAS 241 SAS241L

SAS 251 SAS251L

Priufbedingung untere obere Einheit

Grenze Grenze

B A
Speisestrom Ig B=B, 0,5 3 mA

Is B=B: 1,5 6 mA

Einschaltinduktion Be 0,065 ™)
Ausschaltinduktion B, 0,01 ™
Hysterese By 0,006 0,015 T)
Ausgangsstrom I, Iqp | B=B, 10 uA
Ausgangsspannung Uqi, Ugz| Ig1 =Iq2=16 mA 0,4 \

Statische Kenndaten bei Us=27V, T, =0 bis 70°C

Einschaltinduktion Be 0,06 T)
Ausschaltinduktion B, 0,005 ™

Schaltzeiten

Signalibergangszeit trin zw. 10 und 90% 1 us
trie zw. 90 und 10% 1 us
Ausgangsimpulsdauer tq zw. 50 und 50% | 10 40 us

(SAS 241, 241L)

) 1 Tesla = 10 Gaus

320
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uliza Nikolai Gogol 5,

agal Boulevard Lenin

BG-1504 Sofia

o 457082, 1 22763

Danemark

Siemens A/S

Borupvang 3

DK-2750 Ballerup

2 (02) 65 65 65, 1 35 313

Finnland

Siemens Osakeyhtid
Mikonkatu 8

Fach 8

SF-00101 Helsinki 10

= (90) 16 26-1, 12 465

Frankreich

Siemens Société Anonyme
39-47, boulevard Ornano

B.P. 109

F-93203 Saint-Denis CEDEX 1
7 (16-1) 8 20 6120, 620853

Griechenland

Siemens Hellas E.A.E.

Voulis 7

P.0.B. 601

Athen 125

= (021) 3293-1, 216 291

GrofBbritannien

Siemens Limited

Siemens House

Windmill Road
Sunbury-on-Thames

Middlesex TW 16 7HS

7 (09327) 85 691, 8951091

Irland
Siemens Limited
8, Raglan Road
Dublm
2 (01) 6847 27, x 5341

Island

Smith & Norland H/F
Noatun 4

P.0.B. 519
Reykjavik

> 28322, 2055

Italien

Siemens Elettra S.p.A.
Via Fabio Filzi, 25/A
Casella Postale 4183
1-20124 Milano

7 (02) 6248, [ 36 261

Jugoslawien
Generalexport
Masarikova 5/XV
Postanski fah 223
YU -11001 Beograd
= (011) 6848 66, [ 11287

Luxemburg

Siemens Société Anonyme
17, rue Glesener

B.P. 1701

Luxembourg

o 497 11-1, 3 3430

Niederlande
Siemens Nederland N.V.
Wilhelmina van Pruisenweg 26
Postbus 16068
Den Haag 2500

% (070) 78 27 82, @ 31 373

Norwegen
Siemens A/S
Ostre Aker vei 90
Postboks 10, Veitvet
N Osl
(02) 15 3090, @1 18477

Osterreich

Siemens Aktiengesellschaft
Osterreich

Apostelgasse 12

Postfach 326

A-1031 Wien

o (0222) 72 93-0, 11866

Polen

PHZ Transactor S.A.

ul. Stawki 2

P.0.B. 276

PL-00-950 Warszawa

< 398910, 8132288

Portugal

Siemens S.A.R.L.

Avenida Almirante Reis, 65
Apartado 1380

Lisboa 1

2 (019) 5388 05, 1 12563

Rumaénien
Siemens birou

de consultatii tehnice
Strada Edgar-Quinet 1
R-7 Bucuresti 1

> 1518 25, 4 11473
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Schweden

Siemens Aktiebolag

Avd. elektronikkomponenter
Norra Stationsgatan 69
Stockholm

(Fack, S-104 35 Stockholm)
< (08) 2417 00, 1672

Schweiz
Siemens-Albis AG
Freilagerstrale 28
Postfach

CH-8047 Ziirich

o (01) 247 311, [ 52131

Spanien

Siemens S.A.

Sede Central

Orense, 2

Apartado 155

Madrid 20

> (91) 4552500, 0x 27 769

Tschechoslowakei
EFEKTIM,

Technisches Biiro Siemens AG
Anglicka ulice 22

P.0.B. 1087

CS-120000 Praha 2

= 258417, 122 389

Turkei

Elektrik Tesiat ve Miihendislik A.$.
Meclisi Mebusan Caddesi,

55/35, Findikli

P.K. 64, Tophane

Istanbul

Ungarn

Intercooperation AG,
Siemens Kooperationsbiiro
B6szdrményi at 9-11

P.0.B. 15625

H-1126 Budapest

> (01) 154970, 224133

Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken
Vertretung der Siemens AG
Kurssowoj Pereulok, Dom 1/1,
Kwartira 4,

Wchod Sojmonowskij Projezd
Postf. 77, Internationales Postamt
SU-Moskau G 34

> 20277M, 017413

Afrika
Agypten

Siemens Resident Engineers

6, Salah El Din Street, Zamalek
P.0.B. 775

Cairo

> 817228, @ 321

Algerien

Siemens Algérie S.AR.L.
3, Viaduc du Duc des Cars
B.P. 224, Alger-Gare
Alger

< 639547/51, 11 52 817
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Athiopien

Siemens Ethiopia Ltd.

Ras Bitwoded Makonen Building
P.0.B. 5505

Addis Ababa

> 151599, d 21 052

Libyen

Assem Azzabi

17, 1st September Street,
Tariq Building

P.0.B. 2583

Tripoli

o 415 34, ™ 20029

Marokko

SETEL S.A.

km 1, Route de Rabat
Casablanca-Ain Sebaa
> 3510 25, 21914

Nigeria

Siemens Nigeria Limited
Industrial Estate 3 f,
Block A

P.0.B. 304

Lagos (Oshodi)

> 41920, [« 21357

Sudafrika

Siemens Limited

Siemens House,

Corner Wolmarans and

Biccard Streets, Braamfontein
P.0.B. 4583

Johannesburg 2000

2 (011) 71591 11, 58-7721

Sudan

National Electrical

& Commercial Company
Murad Sons Building,
Barlaman Street

P.0.B. 1202

Khartoum

< 80818, X 642

Tunesien

Sitelec S.A.,

Société d'Importation

et de Travaux d’Electricité
26, Avenue Farhat Hached

Tunis
> 242860, 0z 12326

Zaire
Siemens Zaire S.P.R.L.
1222, Avenue Tombalbaye
B.P. 989
Klnshasa

> 22608, ™ 21377

Amerika

Argentinien

Siemens Sociedad An6nima
Avenida Pte. Julio A. Roca 516
Casilla Correo Central 12 32
RA-1067 Buenos Aires

< 3004 11,0 121812

Bolivien
Sociedad Comercial é Industrial
Hansa Limitada
Calle Mercado esquina Yanacocha
Cajon Postal 14 02
La Paz

> 544 25,1 5261

Brasilien

ICOTRON S.A,, Industria de
Componentes Electrdnicos
Avenida Mutinga, 3716
Caixa Postal 1375
BR-05110 Sao Paulo 1

> (011) 2610211
11-23633, 11-23 641

Chile

Gildemeister S.A.C.,

Area Siemens

Amunategui 178

Casilla 99-D

Santiago de Chile

> 82523

TRA SGO 392, TDE 40588

Ecuador

Siemens S.A.

Avenida América y
Hernandez Giron s/n.,
Sector 28

Casilla 35 80

Quito

> 245363, 22190

Kanada
Siemens Canada Limited
Montreal Office
7300 Trans-Canada Highway
P.0.B. 7300
Pointe Claire,Québec H9R 4R6
> (514) 69573 00, Ix 5267 300
Kolumbien
Siemens S.A.
Carrera 65, No. 11-83
Apartado Aéreo 8 0150
Bogoté

< 610477, @ 44 750

Mexico

Siemens S.A.

Poniente 116, No. 590
Apartado Postal 150 64
Meéxico 15, D.F.

> 5670722, 1772700

Uruguay

Conatel S.A.

Ejido 1690

Casilla de Correo 13 71
Montevideo

> 917331, 934

Venezuela

Siemens S.A.

Avenida Principal,
Urbanizacion Los Ruices
Apartado 36 16

Caracas 101

< (02) 34 85 31, ™ 25131

Vereinigte Staaten
von Amerika
Siemens Corporation
186 Wood Avenue South
Iselin, New Jersey 08 830
< (201) 4 94-1000
WU 844 491

TWX WU 710 998 0588
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Asien

Afghanistan

Afghan Electrical Engineering
and Equipment Limited
Alaudin, Karte 3

P.O.B. 7

Kabul 1

= 404 46, 35

Bangladesch

Siemens Bangladesh Ltd.

74, Dilkusha Commercial Area
P.0.B. 33

Dacca 2

> 2443 81, 1 824

Hongkong

Jebsen & Co., Ltd.

Prince’s Building, 23rd floor
P.0.B. 97

Hong Kong

o 522511, 73221

Indien

Siemens India Ltd.

134A, Dr. Annie Besant Road, Worli
P.0.B. 6597

Bombay 400018

> 37 99 06, 12373

Indonesien

P.T. Siemens Indonesia
Kebon Sirih 4

P.0.B. 24 69

Jakarta

< 51051, 46 222

frak

Sambhiry Bros. Co. (W.L.L.)
Abu Nawas Street

P.0.B. 300

Baghdad

> 900 21, 2255

Iran

Siemens Sherkate S. (K.)
Khiabane Takhte Djamshid 32,
Siemenshaus

Teheran 15

> (021) 614-1, 212 351

Japan
Nippon Siemens K.K.
Furukawa Sogo Building,
6-1, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku
Central P.O.B. 1144

01

Tﬂ‘l\l'\ 100-

(03) 214 ( 02 11, @ 22 808

Jemen (Arab. Republik)
Tihama Tractors

& Engineering Co. Ltd.

P.0.B. 49

Sanaa

> 2462, 217

Korea (Republik)
Siemens Electrical
Engineering Co., Ltd.

Daehan Building, 8th floor,
75, Susomun-dong, Chung ku
C.P.0.B. 30 01

Seoul

> 7777558, 23229

Kuwait

Abdul Aziz M. T. Alghanim Co.

& Partners

Abdulla Fahad Al-Mishan Building
Al-Sour Street

P.0.B. 3204

Kuwait, Arabia

> 423336, [ 2131

Libanon

Ets. F. A. Kettaneh S.A.
(Kettaneh Freres)

Rue du Port, Immeuble Fattal
P.B.110242

Beyrouth

> 221180, 20614

Malaysia

Guthrie Engineering (Malaysia)
Sdn. Bhd

E|ectr|cal &

Communications Division

17, Jalan Semangat

P.O.B. 30

Petaling Jaya

% 773344,1] 37573

Pakistan

Siemens Pakistan Engineering
Co. Ltd.

38, Davis Road

P.0.B. 7158

Lahore

< 516061, @ 820

Philippinen

Engineering Equipment, Inc.,
Machinery Division,

Siemens Department

2280 Pasong Tamo Extension
P.0.B. 7160,

Airmail Exchange Office,
Manila International Airport,
Philippines 3120

Makatl Rlzal

'O‘ OU ‘Q-U Il l:’

@ RCA 7222 382, EEC 3695

Saudi-Arabien

E. A. Juffali & Bros.
Head Office

King Abdul-Aziz-Street
P.0.B. 1049

Jeddah

22222, 40130

Singapur

Siemens Components PTe. Ltd.
Promotion Office

19B - 45B, Jalan Tenteram
Singapore 12

o 550811, & 21 000

Syrien

Syrian Import Export & Distribution
Co., S.A.S. SIEDCO

Port Said Street

P.0.B. 363

Damas

134 31, :d 11267

Taiwan

Delta Engineering Ltd.

42, Hsu Chang Street, 8th floor
P.0.B. 584 97

Taipei

> 31147 31, [z 21826

Thailand

B. Grimm & Co., R.O.P.

1643/4, Petchburl Road (Extension)
P.O.B. 66

Bangkok 10

™ 2524081, 2614

Australien
und Ozeanien

Australien

Siemens Industries Limited
Melbourne Office

544 Church Street
Richmond, Vic. 3121

> (03)4297111, 30425

323



	03267009            1978.tif
	03267010.tif
	03267011.tif
	03267012.tif
	03267013.tif
	03267014.tif
	03267015.tif
	03267016.tif
	03267017.tif
	03267018.tif
	03267019.tif
	03267020.tif
	03267021.tif
	03267022.tif
	03267023.tif
	03267024.tif
	03267025.tif
	03267026.tif
	03267027.tif
	03267028.tif
	03267029.tif
	03267030.tif
	03267031.tif
	03267032.tif
	03267033.tif
	03267034.tif
	03267035.tif
	03267036.tif
	03267037.tif
	03267038.tif
	03267039.tif
	03267040.tif
	03267041.tif
	03267042.tif
	03267043.tif
	03267044.tif
	03267045.tif
	03267046.tif
	03267047.tif
	03267048.tif
	03267049.tif
	03267050.tif
	03267051.tif
	03267052.tif
	03267053.tif
	03267054.tif
	03267055.tif
	03267056.tif
	03267057.tif
	03267058.tif
	03267059.tif
	03267060.tif
	03267061.tif
	03267062.tif
	03267063.tif
	03267064.tif
	03267065.tif
	03267066.tif
	03267067.tif
	03267068.tif
	03267069.tif
	03267070.tif
	03267071.tif
	03267072.tif
	03267073.tif
	03267074.tif
	03267075.tif
	03267076.tif
	03267077.tif
	03267078.tif
	03267079.tif
	03267080.tif
	03267081.tif
	03267082.tif
	03267083.tif
	03267084.tif
	03267085.tif
	03267086.tif
	03267087.tif
	03267088.tif
	03267089.tif
	03267090.tif
	03267091.tif
	03267092.tif
	03267093.tif
	03267094.tif
	03267095.tif
	03267096.tif
	03267097.tif
	03267098.tif
	03267099.tif
	03267100.tif
	03267101.tif
	03267102.tif
	03267103.tif
	03267104.tif
	03267105.tif
	03267106.tif
	03267107.tif
	03267108.tif
	03267109.tif
	03267110.tif
	03267111.tif
	03267112.tif
	03267113.tif
	03267114.tif
	03267115.tif
	03267116.tif
	03267117.tif
	03267118.tif
	03267119.tif
	03267120.tif
	03267121.tif
	03267122.tif
	03267123.tif
	03267124.tif
	03267125.tif
	03267126.tif
	03267127.tif
	03267128.tif
	03267129.tif
	03267130.tif
	03267131.tif
	03267132.tif
	03267133.tif
	03267134.tif
	03267135.tif
	03267136.tif
	03267137.tif
	03267138.tif
	03267139.tif
	03267140.tif
	03267141.tif
	03267142.tif
	03267143.tif
	03267144.tif
	03267145.tif
	03267146.tif
	03267147.tif
	03267148.tif
	03267149.tif
	03267150.tif
	03267151.tif
	03267152.tif
	03267153.tif
	03267154.tif
	03267155.tif
	03267156.tif
	03267157.tif
	03267158.tif
	03267159.tif
	03267160.tif
	03267161.tif
	03267162.tif
	03267163.tif
	03267164.tif
	03267165.tif
	03267166.tif
	03267167.tif
	03267168.tif
	03267169.tif
	03267170.tif
	03267171.tif
	03267172.tif
	03267173.tif
	03267174.tif
	03267175.tif
	03267176.tif
	03267177.tif
	03267178.tif
	03267179.tif
	03267180.tif
	03267181.tif
	03267182.tif
	03267183.tif
	03267184.tif
	03267185.tif
	03267186.tif
	03267187.tif
	03267188.tif
	03267189.tif
	03267190.tif
	03267191.tif
	03267192.tif
	03267193.tif
	03267194.tif
	03267195.tif
	03267196.tif
	03267197.tif
	03267198.tif
	03267199.tif
	03267200.tif
	03267201.tif
	03267202.tif
	03267203.tif
	03267204.tif
	03267205.tif
	03267206.tif
	03267207.tif
	03267208.tif
	03267209.tif
	03267210.tif
	03267211.tif
	03267212.tif
	03267213.tif
	03267214.tif
	03267215.tif
	03267216.tif
	03267217.tif
	03267218.tif
	03267219.tif
	03267220.tif
	03267221.tif
	03267222.tif
	03267223.tif
	03267224.tif
	03267225.tif
	03267226.tif
	03267227.tif
	03267228.tif
	03267229.tif
	03267230.tif
	03267231.tif
	03267232.tif
	03267233.tif
	03267234.tif
	03267235.tif
	03267236.tif
	03267237.tif
	03267238.tif
	03267239.tif
	03267240.tif
	03267241.tif
	03267242.tif
	03267243.tif
	03267244.tif
	03267245.tif
	03267246.tif
	03267247.tif
	03267248.tif
	03267249.tif
	03267250.tif
	03267251.tif
	03267252.tif
	03267253.tif
	03267254.tif
	03267255.tif
	03267256.tif
	03267257.tif
	03267258.tif
	03267259.tif
	03267260.tif
	03267261.tif
	03267262.tif
	03267263.tif
	03267264.tif
	03267265.tif
	03267266.tif
	03267267.tif
	03267268.tif
	03267269.tif
	03267270.tif
	03267271.tif
	03267272.tif
	03267273.tif
	03267274.tif
	03267275.tif
	03267276.tif
	03267277.tif
	03267278.tif
	03267279.tif
	03267280.tif
	03267281.tif
	03267282.tif
	03267283.tif
	03267284.tif
	03267285.tif
	03267286.tif
	03267287.tif
	03267288.tif
	03267289.tif
	03267290.tif
	03267291.tif
	03267292.tif
	03267293.tif
	03267294.tif
	03267295.tif
	03267296.tif
	03267297.tif
	03267298.tif
	03267299.tif
	03267300.tif
	03267301.tif
	03267302.tif
	03267303.tif
	03267304.tif
	03267305.tif
	03267306.tif
	03267307.tif
	03267308.tif
	03267309.tif
	03267310.tif
	03267311.tif
	03267312.tif
	03267313.tif
	03267314.tif
	03267315.tif
	03267316.tif
	03267317.tif
	03267318.tif
	03267319.tif
	03267320.tif
	03267321.tif
	03267322.tif
	03267323.tif
	03267324.tif
	03267325.tif
	03267326.tif
	03267327.tif
	03267328.tif
	03267329.tif
	03267330.tif

